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1. Typenverzeichnis 1. Summary of the types

1.1 Alpha-numerisch 1.1 Alpha-numeric
Typ Seite - Page Typ Seite - Page
AA 112 3 BB 104 H 99
AA 113 7 BB 105 101
AA 117 11 BB 109 105
AA 118 15 BB 204 107
AA 119 19 BB 205 109
AA 132 23 BB 209 111
AA 133 27 BB304V 113
AA 134 31 BB 505 ¥ 115
AA 137 35
AA 138 39 BY 201/... 117
BY 203/... 123
BA 111 43 BY 204/... 125
BA 121 47 BY 211/.. 1 127
BA 124 49 BYV12..BYV16 VY 129
BA 125 51 BYW32..BXW 36V 135
BA 147/... 53 BYW 52 ... BYW 56 @@ 141
BA 157V 57 BYW72..BYW76 Y 147
BA 158 ¥ 57 BYW 82 ... BYW 86 @@ 153
BYX 82 ...BYX 86 @@ 159
BA159 V¥ 57
BA 173 59 BZ 102/... 187
BA 176 63 BZX 55/C ..® LOCEP 191
BA 182 65 BZX 85/C .. LOCEP 197
BA 204 67 BZY 87/... @ 201
BA 243 71
BA 244 71 TDA 1061 167
BA 479V 73
BAV 17 ... BAV 21 75 1N 484 A 169
BAW 24 ... BAW 27 77 1N 4001 ... 1N 4007 171
BAX 12 79 1N 4148 @@ 173
BAY 68 83 1N 4149 173
BAY 69 83 1N 4151 @@ 177
BAY 86 87 1N 4154 181
BAY 87 87 1N 4446 00 173
BAY 88 87 1N 4447 173
BAY 89 91 1N 4448 0@ 173
BAY 92 95 1N 4449 173
BAY 93 97

V NeuerTyp - New type M Nicht fiir Neuentwicklungen - Not for new developments
@@ Kann als giitebestitigtes Bauelement geliefert werden - Can be delivered as "Qualified semiconductor device*.
LOCEP siehe Seite A 29 - LOCEP see page A 29
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Typ

Beschreibung

1.2. Nach Anwendungsgebieten
1.2. Classification according to applications

Universaldioden - Universal diodes

AA N7
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

AA 132
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

AA 133
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

AA 134
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

BA 147/...
Normgehéduse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7

DA 472
=LA

Normgehéuse - Case
51 A 2DIN 41880
JEDEC DO 7

BA 204
Normgehéuse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAX 12
Normgehd&use - Case
56 A 2 DIN 41883
JEDEC DO 41

BAY 86
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7

BAY 87
Normgehduse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

A10

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung

Ge-Spitzendiode mit mittlerer
Sperrspannung

Si-Dioden mit verschiedenen
Sperrspannungen

Si-Diode als Antennenschutz

Si-Epitaxial-Planar-Diode

Si-Diode mit definiertem

Durchbruchverhalten

Si, mit mittlerer Sperrspannung

Si, mit hoher Sperrspannung

~ Description

Point contact diode with high
reverse voltage

Point contact diode with high
reverse voltage

Point contact diode with high
reverse voltage

Point contact diode with medium
reverse voltage

Diodes with different reverse
voltages

Protective diode for aerials

Epitaxial planar diode

Diode with controlled

avalanche characteristics

With medium reverse voltage

With high reverse voltage

Seite - Page

11

23

27

31

[4)]
@

63

67

79

87

87



Typ

BAY 88
Normgehéuse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDECDO 7

BAY 89
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

1N484 A
Normgehduse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDECDO 7

HF und Demodulations-Dioden - RF and demodulator diodes

AA 112
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

AA 113
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

AA 118
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

AA 119
Normgehéuse - Case
51 A 2DIN 41880
JEDECDO 7

AA 137
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

AA 138
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7

TDA 1061
Normgehéuse - Case
50 B 4 DIN 41867
JEDEC TO 50

Beschreibung

Si, mit hoher Sperrspannung

Si, mit sehr hoher Sperr-
spannung

Si, mit hoher Sperrspannung

Ge-Spitzendiode fiir nieder-
ohmige Demodulatorschal-
tungen

Ge-Spitzendiode fiir hoch-
ohmige Demodulatorschal-
tungen

Ge-Spitzendiode mit hoher
Sperrspannung
fiir Phasen-Diskriminatoren

Ge-Spitzendiode fiir
hochohmige
Demodulatorschaltungen

Ge-Spitzendiode fiir Regel-
spannungs-Erzeuger in FS-
Gerdten

Ge-Spitzendiode fiir
Demodulatorschaltungen
in FS-Geraten

Si-PIN-Dioden Dampfungsvier-
pol fiir elektronische Amplituden-
regelung der Eingangssignale in
Fernsehtunern und Antennen-
verstédrkern

Description Seite

With high reverse voltage

With very high reverse voltage

With high reverse voltage

Point contact diode for low load
resistance demodulator
circuits

Point contact diode for high
load resistance demodulator
circuits

Point contact diode with high
reverse voltage for use in phase
discriminator circuits

Point contact diode for high
load resistance rectifier circuits

Point contact diode for AGC
rectifiers in TV receivers

Point contact diode for
detectors in TV receivers

Attenuation two-port for AGC
input signal in television tuners
and antenna amplifiers

- Page

87

o1

169

15

19

35

39

167
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Typ

Beschreibung

Schaltdioden - Switching diodes

BA 173
Normgehé&use - Case
51 A 2 DiN 41880
JEDECDO 7

BA 182
Kunststoffgehduse
Plastic case
SOD-23

BA 243
Normgehé&use - Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BA 244
Normgehé&use - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BA 479V
Kunststoffgehduse
Plastic case
SOD-23

BAV 17...BAV 21
Normgehduse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAW 24..BAW 27
Normgehé&use - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAY 68
Normgehduse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAY 69
Normgehduse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BAY 92
Normgehéuse - Case
51 A 2DIN 41880
JEDECDO 7

BAY 93
Normgehduse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

V NeuerTyp - New type

A12

Si, fiir Klemmschaltungen in
Farbfernsehgeriten

Si-Diode fiir Bereichsum-
schaltung im VHF-Tuner

Si-Diode fiir Bereichsum-
schaltung im VHF-Tuner

Si-Diode fiir Bereichsum-
schaltung im VHF-Tuner

Si-PIN-Diode fiir stromgesteuer-

te HF-Widersténde in regel-
baren Netzwerken

Si, Epitaxial-Planar-Dioden
fiir allgemeine Anwendungen

Si-Dioden fiir schnelle Schalter
und in Kernspeichern

Si-Diode fiir sehr schnelle
Schaltanwendungen

Si-Diode fiir sehr schnelle
Schaltanwendungen

' Si-Diode mit sehr hoher Sperr-

spannung

Si-Diode fiir sehr schnelle
Schaltanwendungen

Description

For ciamping circuits in coiour
TV-receivers

Diode for use as band selector
in VHF tuner

Diode for use as band selector
in VHF tuner

Diode for use as band selector
in VHF tuner

PIN-Diode for use in current
controlled HF resistances in
adjustable attenuators

Epitaxial planar diodes
for general purposes

For use as high speed switch
and core memory

For very high speed switching
applications

For very high speed switching
applications

With very high reverse voltage

For very high speed switching
applications

Seite - Page
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65

4

i

73

75

77

83

83

95

97



Typ

1N 41480

1N 4149
Normgehéuse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

1N4151 @
Normgehduse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

1N 4154
Normgehéuse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

1N 4446 0@

1N 4447

1N 4448 00

1N 4449
Normgehé&use - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

‘Kapazitats-Variations-Dioden - Variable capacitance diodes

BA 111

Normgehduse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

BA 121
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

BA 124
Normgehduse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

BA 125
Normgehduse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDECDO 7

BB104 W
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOT 33

BB 105 A
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

Beschreibung

Si-Dioden fiir extrem schnelle
Schaltanwendungen

Si-Diode mit besonders kleiner
Kapazitat

Si-Diode fiir extrem schnelle
Schaltanwendungen

Si-Dioden fiir extrem schnelle
Schaltanwendungen

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltungen in
VHF-Tunern

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltung im
VHF- und UHF-Bereich

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltung im
UKW-Bereich

Si-Diode fiir automatische
Nachstimmschaltungen

Si-Zweifach-Diode zur Abstim-
mung im UKW-Bereich

Si-Diode for UHF-Tuner bis
790 MHz

®® Kann als giitebestitigtes Bauelement geliefert werden
Can be delivered as "Qualified semiconductor device”

Description Seite

For extreme speed switching
applications

With very small capacitance

For extreme speed switching
applications

For extreme speed switching
applications

AFC in VHF tuners

Voltage variable capacitance
diode AFC for VHF and UHF
range

Voltage variable capacitance
diode, AFC diode for FM range

Voltage variable capacitance
diode for AFC

Voltage variable capacitance
diode for tuning in UHF range

For UHF up to 790 MHz

- Page
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177

181

173

43

47

49

51

99

101
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Typ

BB105B
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB105 G
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 100
Kunststofigehause
Plastic case

SOD 23

BB 204
Normgehéduse - Case
JEDEC TO 92

BB 205 A
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 205 B
Kunststoffgehduse
Plastic case

BB 205G
Kunststoffgehduse

Dlnatin anan
1dSuc <asc

SOD 23

BB 209
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB 304 V
Normgehéuse - Case
JEDEC TO 92

BB505B Y
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

BB505GV
Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

Beschreibung

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis
860 MHz

Si-Diode fiir VHF-Tuner
Si-Diode fiir VHF-Tuner
Si-Zweifach-Diode zur Abstim-

mung im UKW-Bereich

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis
790 MHz

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis

Si-Diode fiir VHF-Tuner

Si-Diode fiir Abstimm-
schaltungen im VHF-Bereich
und CATV-Anlagen

Si-Zweifach-Diode zur Abstim-
mung im UKW-Bereich,
speziell fir Autoradios

Si-Diode fiir UHF-Tuner bis
860 MHz

Si-Diode fiir VHF- Tuner

Description Seite - Page

101
For UHF up to 860 MHz

101
For VHF tuners

108
For VHF tuners

107

Voltage variable capacitance
diode for tuning in UHF range

For UHF up to 790 MHz

For UHF up to 860 MHz

For VHF tuners

FM-tuning circuits in VHF range
and CATV systems

Voltage variable capacitance
diode for tuning in UHF range,
especially for car radios

For UHF up to 860 MHz

For VHF tuners

109

109

109

M

113

115

15

®® Kann als giitebestétigtes Bauelement geliefert werden - Can be delivered as "Qualified semiconductor device*
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Typ

Beschreibung

Gleichrichterdioden - Rectifier diodes

BA 157 @
Kunststoffgehéduse
Plastic case
~JEDEC DO 7

BA158 @
Kunststoffgehduse
Plastic case
~JEDECDO 7

BA159H
Kunststoffgehduse
Plastic case
~JEDEC DO 7

BY 201/...
Kunststoffgehduse
Plastic case
~JEDEC DO 7

BY 203/...
Kunststoffgehduse
Plastic case
~JEDECDO 7

BY 204/...
Kunststoffgehduse
Plastic case
~JEDEC DO 7

BY 211/.. R
Spezialgehduse
Kunststoff
Special case
plastic

BYV 12
BYV 16
Sintergias-Gehause
Sintered glass case

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
geréat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
geréat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerét und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
geréat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerét und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerét und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

Fiir schneiie Gieichrichter und
Schalter z. B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
geréat und in Schaltnetzteilen

M Nicht fiir Neuentwicklungen - Not for new developments

V NeuerTyp - New type

Description Seite

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

- Page
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57

57

17

123

125

127

129

®® Kann als giitebestatigtes Bauelement geliefert werden - Can be delivered as "Qualified semiconductor device*
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Typ

BYW 32

BYW 36
Sinterglas-Gehduse
Sintered glass case

Rl

BYW 52 @@
BYW 56 @@

i i I AlAiian
Sinterglas-Gehiuse

Sintered glass case

BYW 72

BYW 76
Sinterglas-Gehiuse
Sintered glass case

BYW 82 @@

BYW 86 0
Sinterglas-Gehduse
Sintered glass case

BYX 820@.. BYX 86 @@

Sinterglas-Gehduse
Sintered glass case

1N 4001...1 N 4007
Kunststoffgehduse
Plastic case
JEDECDO 7

Beschreibung

Si-Mesa-Dioden

Fir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerét und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden

T | Alndiimmamlala
Fir Leistungsgleich

Si-Mesa-Dioden

Fiir schnelle Gleichrichter und
Schalter z.B. fiir zeilenfre-
quenten Betrieb im Fernseh-
gerat und in Schaltnetzteilen

Si-Mesa-Dioden
Fiir Leistungsgleichrichter

Si-Mesa-Dioden
Fiir Leistungsgleichrichter

Si-Dioden, fiir Gleichrichter-
schaltungen kleiner Leistung

B Nicht fiir Neuentwickiungen - Not for new developments
®® Kann als giitebestatigtes Bauelement geliefert werden - Can be delivered as "Qualified semiconductor device*

A16

Description

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For fast rectifier and switch
for example for TV-line output
circuits and switch mode
power supply

For power rectifier

For power rectifier

For small power rectifier
circuits

Seite - Page

135

141

147

163

159

171



Typ

Beschreibung

Description Seite

Spannungsstabilisator und Z-Dioden - Voltage regulator and Z-diodes

BZ 102/...
Normgehéuse - Case
51 A2 DIN 41880
JEDECDO 7

BZX 55/C 2V4 @@

BZX 55/C 75 ®®
Normgehéuse - Case
54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35

BZX 85/C 2V7

BZX 85/C 75
Normgehéuse - Case
56 A 2 DIN 41883
JEDEC DO 41

BZY 87/... 8®
Normgehéuse - Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7

Si-Dioden zur Stabilisierung
kleiner Spannungen
(0,7..34V)

Si-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
(500 mW, Toleranz 5 %)

Si-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
(1,3 W, Toleranz 5 %)

Si-Dioden zur Stabilisierung
kleiner Spannungen
(0,7..34YV)

Diodes for stabilizing
low voltages
(0.7..3,4V)

Epitaxial planar Z-diodes
(500 mW, tolerance 5 %)

Epitaxial planar Z-diodes
(1.3 W, tolerance 5 %)

Diodes for stabilizing
low voltages
(0.7..3.4V)

- Page
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197

201
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2. Erlauterungen zu den technischen

Daten

2.1. Farbkennzeichnung von Kleinsignal-
Dioden mit JEDEC-Bezeichnung

Die JEDEC-Typenbezeichnung fiir Kleinsignal-
Dioden besteht aus der Kombination von ,, 1N*
und einer vierstelligen Zahl. Angegeben wird
diese Zahl mit Hilfe von vier Farbringen. Der
erste Farbring hat die doppelte Breite und
kennzeichnet die Kathodenseite der Diode

(siehe Fig. 2,1)

Die Zuordnung der Farben zu den Ziffern ge-
schiehtentsprechend denfolgenden Angaben:

2. Explanation of technical data

2.1. Colour code for small signal diodes with
JEDEC-type designation

The JEDEC-type designation for small signal
diodes consists of a combination “1N“ with
sequence number consisting of a four-digit
number. The four-digit number is desighated
with four colour coded rings. The first colour
code has double width and it indicates the

cathode side of the diode (see Fig. 2.1)

The colour coding is corresponding with the
following table:

Farbe Ziffer Colour Number
Schwarz 0 Black 0
Braun 1 Brown 1
Rot 2 Red 2
Orange 3 Orange 3
Gelb 4 Yellow 4
Griin 5 Green 5
Blau 6 Blue 6
Violett 7 Violet 7
Grau 8 Grey 8
WeiB 9 White 9
Beispiel:
Example:
Kathodenring
Cathode ring
AR U RN
*R7
' éll? \ ]
AR K N
gelb braun gelb grau
yellow brown yellow grey
1 a 8
Fig. 2.1. N4 ' ' 8

A19




2.1.1. Farbkennzeichnung fiir
Dioden nach Pro-Electron.

Kleinsignal-

Als Unterschied zur JEDEC-Farbringcodierung
(1N 4148 usw.) bei der nur der erste Farb-
ring die doppelte Breite aufweist, sind bei
der Pro-Electron-Farbringcodierung der erste
und der zweite Farbring in doppelter Breite
ausgefiihrt. Die breiten Ringe kennzeichnen

2.1.1. Colour code for small signal diodes ac-
cording to Pro-Electron.

In case of JEDEC-colour code (1N 4148), the
first ring has broad band whereas the Pro-
Electron has two broad bands. The cathode
side is indicated by the broad bands.

(see Fig. 2.2)

die Kathodenseite. (siehe Fig. 2,2).

Breite Schmale Broad Band Narrow Band
Farbringe Farbringe Rings Ring
1.und 2. 3. First Second . Serial number
Buchstabe Buchstabe Band Band
A A-braun | Z - weiB 0 - schwarz A A -Brown | Z — White 0 - Black
B A-rot Y - grau 1 - braun B A - Red Y - Grey 1 - Brown
X —schwarz | 2 - rot X - Black 2 - Red
W - blau 3 - orange W - Blue 3 - Orange
V -griin 4 - gelb V - Green 4 - Yellow
T —gelb 5 - griin T - Yellow 5 - Green
S -orange 6 — blau S —Orange 6 — Blue
7 - violett 7 - Violet
8 - grau 8 — Grey
9 - weiB 9 - White
Beispiel:
Example:
Kathodenring
Cathode ring
L |
rot grau weil orange
red grey white orange
BA 9
Fig. 2.2.
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2.2. Typenbezeichnungssystem fiir Halbleiter
nach Pro Electron

Die Typenbezeichnung fiir Halbleiter als Ein-
zelelement besteht aus:

2.2. Type designation code for semiconduc-
tor devices according to Pro Electron

The type number of semiconductor devices
consists of:

Zwei Buchstaben und einem laufenden Kennzeichen
Two letters followed by a serial number

Beispiel: B A W24

Example: T
Material Funktion Kennzeichen
Material Function Serial number

Der erste Buchstabe gibt Auskunft iiber das
Ausgangsmaterial:
A GERMANIUM (Bandabstand 0,6-1,0 eV) ')

B SILIZIUM (Bandabstand 1,0-1,3eV) ')

C GALLIUM-ARSENID (Bandabstand
>1,3eV)")

R VERBINDUNGSHALBLEITER z. B.
Kadmium-Sulfid

Der zweite Buchstabe beschreibt die Haupt-

funktion:

A DIODE: Gleichrichtung, Schaltzwecke,
Mischung.

B DIODE: mit verénderlicher Kapazitat.

C TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Tonfre-
quenzbereich.

D TRANSISTOR: Leistung, Tonfrequenzbe-
reich.

E DIODE: Tunneldiode.

F TRANSISTOR: Kleine Leistungen, Hoch-
frequenzbereich.

G DIODE: Ostzillator und andere Aufgaben.

H DIODE: auf Magnetfelder ansprechend.

K HALLGENERATOR: in magnetisch offe-
nem Kreis.

L. TRANSISTOR: Leistung, Hochfrequenzbe-

reich.

HALLGENERATOR:

schlossenem Kreis.

FOTOKOPPLUNGSELEMENTE

STRAHLUNGSEMPFINDLICHE ELEMENTE

STRAHLUNGSERZEUGENDE ELEMENTE

THYRISTOR: fiir kleine Leistungen.

TRANSISTOR: fiir kleine Leistungen,

Schaltzwecke.

1) Die genannten Materialien sind Beispiele.

Z

in magnetisch ge-

wIOTZ

The first letter gives information about the ma-

terial used for the active part of the devices.

A GERMANIUM (Materials with a band gap
0.6-1.0eV)")

B  SILICON (Materials with a band gap
1.0-1.3eV)")

C GALLIUM-ARSENIDE (Materials with aband
gap>1.3eV)’)

R COMPOUND MATERIALS (For instance
Cadmium-Sulphide)

The second letter indicates the circuit function
A DIODE: Detection, switching, mixer.

B DIODE: Variable capacitance.
C TRANSISTOR: Low power, audio frequency.

D TRANSISTOR: Power, audio frequency.

E DIODE: Tunnel.
F  TRANSISTOR: Low power, high frequency.

DIODE: Oscillator, Miscellaneous.

DIODE: Magnetic sensitive.

HALL EFFECT DEVICE: in an open magne-
tic circuit.

NANQIQTA TR

T [ = TR - P
ITRANOIOTUR! FOwer, nign irequency.

= XTI o

<

HALL EFFECT DEVICE: in a closed magne-
tic circuit.

PHOTO COUPLER

DIODE: Radiation sensitive.

DIODE: Radiation generating.

THYRISTOR: Low power.

TRANSISTOR: Low power, switching.

WO UV =Z

‘) The materials mentioned are examples.
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THYRISTOR: fiir groBe Leistungen.
TRANSISTOR: Leistungsschalttransistor.
DIODE: Vervielfacher.

DIODE: Leistungsdiode, Gleichrichter,
Booster.

DIODE: Referenzdiode, Spannungsregler-
diode, Spannungsbegrenzerdiode.

<xXcH

N

Das laufende Kennzeichen der Bezeichnung

besteht aus:

@ einer 3-stelligen Zahl (100 bis 999) fiir Bau-
elemente zur Verwendung in Rundfunk-
und Fernsehempfénger usw.

® einem Buchstaben und einer 2-stelligen
Zahl (Y 10 bis A99) fiir Bauelemente fiir
professionelle Gerate und Anwendungen.

Ein Zusatzbuchstabe kann verwendet werden,
wenn das Element nur in einer Hinsicht (elek-
trisch oder mechanisch) vom Grundtyp ab-
weicht.

Die Buchstaben haben keine feste Bedeutung,
mit Ausnahme des Buchstabens R, der die ent-
gegengesetzte Polaritdt zum Grundtyp gibt.

Das beschriebene Bezeichnungsschema wird
nur bei Typen angewendet, die bei PRO
ELECTRON angemeldet sind.

Einige Typen werden anders bezeichnet

-~

{(JEDEC):

1N mit zwei bis vier Ziffern
kennzeichnet eine Diode

2N mit zwel bis vier Ziffern
kennzeichnet einen Transistor.

2.3. Zahirichtungen, Zihlpfeile

Die Zahlrichtung von Spannungen wird ange-
geben entweder

durch einen Zahlpfeil, der vom MeBpunkt zum
Spannungsbezugspunkt weist,

oder

durch einen Doppelindex, wobei der erste
Index den MeBpunkt und der zweite Index
den Bezugspunkt bezeichnet.

T THYRISTOR: Power.

U TRANSISTOR: Power, switching.

X DIODE: Multiplier, e.g. varactor, step recovery.
Y DIODE: Rectifying, booster.

Z DIODE: Voltage reference or voltage regu-

lator. Transient suppressor diode.
The serial number consists of:

@ Three figures, running from 100 to 999, for
equipment.

® One letter (Z, Y, X, etc.) and two figures
running from 10 to 99, for devices primarily
intended for professional equipment.

A version lettercan be usedto indicate a devia-
tion of a single characteristic, either electrically
or mechanically.

The letter never has a fixed meaning, the only
exception being the letter R, indicating rever-
sed voltage, i.e. collector to case.

Code for semiconductors, given above is used
only for types, which are registered at PRO
ELECTRON.

Some types have designation code (JEDEC):

1N with two-digit to four-digit number
means diode

2N with two-digit to four-digit number
means transistor.

2.3. Polarity conventions
The voltage direction is given either:

through an arrow, which points out from
measuring to reference point,

or

through double subscript, whereby the first
subscript is termed as the measuring point,

the second subscript as the reference point.

Up= -Uy=Ugp=~Upg

A A A
—0 o o—
Uy U I
Fig. 2.3. B ‘B' E
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Der Zahlenwert der Spannung ist positiv, wenn
das Potential am Zahlpfeilschaft hoher ist als
an der Zahlpfeilspitze, d.h. wenn die Potential-
differenz des MeBpunktes (A) gegeniiber dem
Bezugspunkt (B) positiv ist.

Entsprechend ist der Zahlenwert der Span-
nung negativ, wenn das Potential am Z&hlIpfeil-
schaft niedriger ist als an der Zahipfeilspitze,
d.h. wenn die Potentialdifferenz des MeB-
punktes gegeniiber dem Bezugspunktnegativist.
Fiir Wechselspannungen wird die einmal ge-
wahlte Zahirichtung beibehalten. Der Wech-
selcharakter der Spannung kommt durch den
zeitlichen Wechsel des Vorzeichens ihrer Zah-
lenwerte zur Geltung.

Die Zahlrichtung von Stromen wird durch einen
Zahlpfeil im Leitungsstrich angegeben.

A I B
Fig. 2.4. o0—s—0
Der Zahlenwert des Stromes ist positiv, wenn
die in der Zahlpfeilrichtung bewegten La-
dungstrager positiv sind (konventionelle
Stromrichtung) oder wenn die entgegen der
Zahipfeilrichtung bewegten -~ Ladungstréger
negativ sind.
Entsprechend ist der Zahlenwert des Stromes
negativ, wenn die in der Zahipfeilrichtung
flieBenden Ladungstrager negativ sind oder
wenn die entgegen der Zahlpfeilrichtung
flieBenden Ladungstréger positiv sind.
Fiir Wechselstrome wird die einmal gewahite
Zahlrichtung beibehalten. Der Wechselcha-
rakter des Stromes kommt durch den zeit-
lichen Wechsel des Vorzeichens seiner Zah-
lenwerte zur Geltung.

Zahirichtungen bei Dioden
Bei Dioden werden Zahipfeile fiir die Durch-
laBrichtung (Index F bzw. ).

The numerical value of the voltage is positive,
if the potential at the arrow tail is higher than
at the arrow head i.e. the potential difference
from measuring (A) to reference (B) point is
positive.

The numerical value of the voltage is nega-
tive, if the potential at the arrow tail is lower
than at the arrow head i.e. the potential dif-
ference from measuring to reference point is
negative.

In case of alternating voltages, once the
voltage direction is selected, it is maintained
throughout. The alternating character of the
quantity is given with the time dependent
change in sign of it’s numerical values.

The current direction is given through an arrow
head drawn on the line.

A I2 = _11 B

[« S T——
The numerical value of the current is positive,
if the charge of the carriers moving in the
direction of arrow is positive (conventional
current direction) or if the charge of the car-
riers moving against this direction is negative.

The numerical value of the current is nega-
tive, if the charge of the carriers moving in
the direction of arrow is negative or if the
charge of the carriers moving against this
direction is positive.

The above general rules are also valid for
alternating quantities. Once the direction is
selected, it is maintained throughout. The
alternating character of the quantity is given
with the time dependent change in sign of its
numerical values.

Polarity conventions for diodes

.Here the direction of arrows used is so selec-

ted that the numerical values of currents and
voltages are positive both for forward (F or f)

K

-

Fig. 2.5. UF

und fir die Sperrichtung (Index R bzw. r)
A

Fig. 2.6.

verwendet, so daB fiir die entsprechenden
KenngroBen nur positive Zahlenwerte auftreten.

S

and reverse (R or r) directions.
In K
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2.4. Aufbau der Kurzzeichen

Kurzzeichen fiir Strome, Spannungen und
Leistungen
(Nach DIN 41785 Blatt 1)

Bei Stromen, Spannungen und Leistungen
wird fiir das Kurzzeichen selbst entweder ein
GroBbuchstabe oder ein Kleinbuchstabe ver-
wendet, je nachdem, ob es sich um einen
zeitlich konstanten Wert (Gleichwert, Mittel-
wert usw.) oder um einen Augenblickswert

handelt.

Im Index bedeuten GroBbuchstaben Gesamt-
werte, Kleinbuchstaben Werte von Wechsel-
gréBen. Die im Index benutzten Buchstaben
sind so festgelegt, daB aus ihnen die betreffen-
den Anschliisse des Halbleiterbauelementes
und die MeBbedingungen zu entnehmen sind.
Das Aufbau-Schema fiir die Kurzzeichen und
Indizes geht aus der nachstehenden Tabelle
hervor:

2.4. Arrangement of symbols

Letter symbols for currents, voltages and
powers
(According to DIN 41875, Sheet 1)

For currents, voltages and powers basic letter
symbols are used. These basic symbols are
having either upper-case (capital) or lower-
case (small) letters. Capital basic letters are
used for the representation of peak, mean,

d.c. or root-mean square values. Small basic

letters are used for the representation of
instantaneous values which vary with time.

In subscript (index), capital letters are used
to represent continuous or total values where-
as small letters are used to represent the
varying component alone.

The following table illustrates the application
of the rules given above.

Kennbuchstabe Basic letter
Kleinbuchstabe GroBbuchstabe Lower-case Upper-case
Augenblickswerte Werte zeitlich instantaneous maximum (peak),

zeitlich verédnder-
licher GroBen

konstanter GroBen
(Gleichwerte, Mittel-,
Effektiv- und
Scheitelwerte)

values which
vary with time

average (mean)
continuous (d.c.) or
root-mean-square
(RMS) values

Buchstaben im Index Subscript(s)
Kleinbuchstabe GroBbuchstabe Lower-case Upper case
Wechselwerte Gesamtwerte varying component continuous (without
(vom arithmetischen (vom Wert Null alone, i.e.: signal) or total
Mittelwert an an gezahlt) instantaneous, root- (instantaneous,

gezahlt)

mean-square, maxi-
mum or average values

average or maxi-
mum) values

Kurzzeichen fiir Widerstande, Leitwerte, Vier-
polkoeffizienten usw.

Bei Widerstdnden, Leitwerten, Vierpolkoeffi-
zienten usw. werden fiir das Kurzzeichen
selbst GroBbuchstaben verwendet, wenn mit
der KenngrdBe Eigenschaften von Schaltun-
gen beschrieben werden, von denen das be-
treffende Halbleiterbauelement lediglich ein
Bestandeteil ist. Kleinbuchstaben werden beniitzt,
wenn die entsprechende KenngroBe die Eigen-
schaften des Bauelements selbst kennzeichnet.

A24

Letter symbols for impedance, admittances,
two port parameters etc.

In case of impedances, admittances, two-
port parameters etc., upper-case basic letters
are used for the representation of external
circuits and of circuits in which the device
forms only a part. Lower-case basic letters
are used for the representation of electrical
parameters inherent in the device.



Diese Regeln gelten nicht fiir Induktivitdten
und Kapazitaten. Bei diesen GroBen wird fiir
das Kurzzeichen selbst immer ein GroBbuch-
stabe verwendet.

Im Index bedeuten GroBbuchstaben GroB-
signalwerte bzw. fiir Gleichspannungsbetrieb
gliltige Werte. Kleinbuchstaben kennzeich-
nen Kleinsignalwerte bzw. fiir Betrieb mit
Wechselspannung giiltige Werte.

Wenn mehr als ein Buchstabe im Index ge-
braucht wird (hfg, kfg), dann sind die Buch-
staben im Index entweder alle groB oder alle
klein. :

Ist der Index aus Zahlen und Buchstaben
zusammengesetzt, dann dienen die Buchsta-
ben zur Unterscheidung von GroBsignal- und
Kleinsignalwerten.

GroBen, bei denen Abweichungen von den
genannten Regeln vorkommen, sind in der
Zusammenstellung der Kurzzeichen getrennt
aufgefiihrt.

Das normale Aufbau-Schema fiir die Kurz-
zeichen und Indizes zeigt die folgende Tabelle:

These rules are not valid for inductances and
capacitances. Both these quantities are de-
noted with capital basic letters.

In Index, upper-case letters are used for the
designation of static (d.c.) values whereas
the lower-case letters are meant for the
designation of small-signal values.

If more than one subscript is used (hgg, htg)
then the letter symbols are either all upper-
case or all lower-case.

If the index has numeric (single, double, etc.)
as_ well as letter symbol(s) such as hapqg or
ho1e, the differentiation between static or
small-signal value is made only by subscript
letter symbol.

Other quantities (values) which deviate from
the above mentioned rules are given under
the list of letter symbols.

The following table illustrates the application
of the rules given above.

Kennbuchstabe

Kleinbuchstabe GroBbuchstabe

Basic letter

Lower-case Upper-case

Halbleiterbau-
element ohne duBere
Schaltelemente, aus-
genommen Induk-
tivitdten und Kapazi-
taten

Halbleiterbau-
element mit duBeren
Schaltelementen,
duBere Schaltung;
alle Induktivitaten
und Kapazitaten

electrical parameters
inherent in the
semiconductor
devices except induc-
tances and capaci-
tances

electrical parameters
of external circuits and
of circuits in which the
semiconductordevice
forms only a part; all
inductances and ca-

pacitances
Buchstaben im Index Subscript(s)
Kleinbuchstabe GroBbuchstabe Lower-case Upper-case
Wechselwerte Gleichwerte small-signal values static (d.c.) values

Kleinsignalwerte

GroBsignalwerte

Beispiele:

Rg
Generatorwiderstand
Gp
Leistungsverstédrkung
hFE

Kollektor-Basis-Gleichstromverhéltnis

I

Parallelwiderstand, Dampfungswiderstand

Examples:

Generator resistance

Power gain

DC forward current transfer ratio in common

emitter configuration

Paraiiei resistance, damping resistance
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2.4.1. Beispiele fiir die Verwendung der Kurz- 2.4.1. Examples of the application of the
zeichen symbols

nach DIN 41785 und IEC 148 according toDIN 41785andIEC 148

a) Transistor

T 4\

4 . V4 V4 [

G om | Wechselstrom
Total current | AC value

I 5l
|

Ic Ieavicm Icerr e
PO ] ]
ohne Signal mit Signal ! ———
Fig. 2.7 wiihout signai\ with signai
I
Gleichstromwert (ohne Signal) D. C. value, no signal
Icay
Mittelwert des Gesamtstromes Average total value
Icm: Ic
GroBtwert des Gesamtstromes Maximum total value
ICEFF '
Effektivwert des Gesamtstromes RMS total value
Ic; Icetf
Effektivwert des Wechselstromes RMS varying component
Iem; I
Scheitelwert des Wechselstromes Maximum varying component value
ic
Augenblicksgesamtwert Instantaneous total value
ic
Augenblickswert des Wechselstromes Instantaneous varying component value
Es gilt: It is valid:

Icm = Icav + Icm

IcerFF = 4/ Ieav + Peeff

ic =Icav +ic
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b) Diode

Ur

Ursm

Uram
Urwim

Urwm-

Unram

Unsm
Un

Fig. 2.8.

Ur
DurchlaBspannung
Ur
Sperrspannung

Ursm
StoBdurchlaBspannung (nicht periodisch)

UrsMm
StoBsperrspannung (nicht periodisch)

UFRM
Periodische SpitzendurchlaBspannung

UrRM
Periodische Spitzensperrspannung

Urwm
ScheiteldurchlaBspannung

UrwM
Scheitelsperrspannung

Yoo

Forward voltage

Reverse voltage

Surge forward voltage (non-repetitive)
Surge reverse voltage (non-repetitive)
Repetitive peak forward voltage
Repetitive peak reverse voltage

Crest working forward voltage

Crest working reverse voltage
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2.5. Die Symbole und deren Erklédrung in
alphabetischer Reihenfolge

A
Anode

a
Abstand (in mm)

bpn
Normierter Leistungsfaktor

el
Kapazitét, aligemein

Ccase

Gehéusekapazitit

<
Diodenkapazitit

C.
]
Sperrschichtkapazitét

a
Lastkapazitat

C
Y
Parallelkapazitat

F
RauschmaB

S

Frequenz
Jg

Grenzfrequenz

g
Leitwert

F
DurchiaBstrom

!
DurchlaBstrom, Augenblicksgesamtwert

Ieav
DurchlaBstrom, Mittelwert, Richtstrom

fFrM
Periodischer SpitzendurchlaBstrom

IFsm
StoBdurchlaBstrom, nicht periodisch

Trwm
ScheiteldurchlaBstrom
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2.5. Symbols and terminology -
alphabetically

Anode

Distance (in mm)

Normalized power factor

Capacitance, general

Case capacitance

Diode capacitance

Junction capacitance

Load capacitance

Parallel capacitance

Noise figure

Frequency

Cut-off frequency

Conductance

Forward current

Forward current, instantaneous total value

Average forward current, rectified current

Repetitive peak forward current

Surge forward current, non-repetitive

Crest working forward current



Ir
Sperrstrom

R
Sperrstrom, Augenblicksgesamtwert

Irav
Sperrstrom, Mittelwert

IRpM
Periodischer Spitzensperrstrom

IRsm
StoBsperrstrom, nicht periodisch

Rwm
Scheitelsperrstrom

I3
Versorgungsstrom

Iz
Z-Arbeitsstrom

Izm
Z-Maximalstrom

]
Lénge (in mm) (Geh&duse-Halterung/Lotstelle)

LOCEP (LOCal EPitaxy)

ist ein eingetragenes Warenzeichen der Fa. AEG-
TELEFUNKEN fiir ein Verfahren zur epitaktischen
Abscheidung von Silizium.

Die Anwendung erfolgt bei der Herstellung von
Planar-Z-Dioden mit kleiner Z-Spannung.

Vorteil des Verfahrens gegeniiber konventioneller
Herstellung:

Verbesserung des Sperrstromverhaltens.

P
Leistung

B tot
Gesamtverlustleistung

Py

Verlustleistung, allgemein
B

Impulsverlustieistung

0
Giite

QI"I’

Sperrverzogerungsladung

Reverse current

Reverse current, instantaneous total value

Average reverse current

Repetitive peak reverse current

Surge reverse current, non-repetitive

Crest working reverse current

Supply current

Z-operating current

Z-maximum current

Length (in mm) (Case-holder/soldering point)
LOCEP (LOCal EPitaxy)

is a registered trade mark of AEG-Telefunken for a
process of epitaxial deposition on silicon.

Applications occurs in planar Z-diodes with low
Z-voltage. It has an advantage comparing normal
process with better reverse current.

Power
Total power dissipation
Power dissipation, general

Pulse power dissipation

Quality

Reverse recovery charge
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Rf
DurchlaBwiderstand

Differentieiier DurchlaBwiderstand

Lastwiderstand

’
Parallelwiderstand, Dédmpfungswiderstand

RR
Sperrwiderstand

Ir
Differentieller Sperrwiderstand

F,
S
Serienwiderstand

Ringa
Warmewiderstand zwischen Sperrschicht und

Umgebung

D.. .

“thdC

Wiarmewiderstand zwischen Sperrschicht und
Gehéduse

r

4
Differentieller Z-Widerstand im
Durchbruchgebiet

rz=Trzj* rzth
rzj .
Z-Widerstand bei konstanter

Sperrschichttemperatur,
inhdrenter Z-Widerstand

Izth
Z-Widerstand, thermischer Anteil

Absolute Temperatur, Kelvin-Temperatur

T
Periodendauer

fTamb
Umgebungstemperatur(bereich)
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Forward resistance

Differential forward resistance

Load resistor

Parallel registance, damping resistance
Reverse resistance

Differential reverse resistance

Series resistance

Thermal resistance between junction and
ambient

Thermal resistance between junction and
case

Differential Z resistance in breakdown region
(range)

Z-resistance at constant
junction temperature, inherent
Z-resistance

Thermal part of the Z-resistance
Tempc—;rature, measured in ceniigrade
Absolute temperature, Kelvin temperature
Period duration (time)

Ambient temperature (range)



fay -
Integrationszeit

lcase
Gehédusetemperatur

Ufr
Vorwartserholzeit (DurchlaBverzégerungszeit)

P
|
Sperrschichttemperatur

TK
Temperaturkoeffizient

L -
Temperatur der AnschluBdrahte
in der Halterung (Lo6tstelle) im Abstand / (mm)

vom Gehause

t
Impulsdauer
)

T
Tastverhéltnis

Ir
Anstiegszeit

Trr
Riickerholzeit, Sperrverzégerungszeit

Is
Speicherzeit

Isd
Lottemperatur

Istg
Lagerungstemperatur(bereich)

UeR)
Durchbruchspannung

Ur
DurchlaBspannung

Uf
DurchlaBspannung, Augenblicksgesamtwert

Urav
DurchlaBspannung, Mittelwert

Integration time

Case temperature

Forward recovery time

Junction temperature

Temperature coefficient

Connecting lead temperature
in the holder (soldering point)
at the distance | (mm) from case

Pulse duration (time)

Duty cycle

Rise time

Reverse recovery time

Storage time

Soldering temperature

Storage temperature (range)

Breakdown voltage

Forward voltage

Forward voltage, instantaneous total value

Average forward voltage
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Uo
Richtspannung

Ursm
StoBdurchlaBspannung, nicht periodisch

UrRM
Periodische SpitzendurchlaBspannung

Urwm
ScheiteldurchlaBspannung

I

= 1

Hochfrequenzspannung, Effektivwert

UnF
Hochfrequenzspannung, Scheitelwert

Ur
Sperrspannung

UR
Sperrspannung, Augenblicksgesamtwert

URrsm
StoBsperrspannung, nicht periodisch

URRM
Periodische Spitzensperrspannung

Urwm
Scheitelsperrspannung

Us
Versorgungsspannung

Ut
Temperaturspannung

Uz
Z-Arbeitsspannung

Zth(P)
Warmewiderstand bei Pulsbelastung

o

¥
StromfluBwinkel

s
Richtwirkungsgrad

To
Zeitkonstante

4Cp
Kapazitdtsdnderung
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Rectified voltage

Surge forward voltage, non-repetitive

Repetitive peak forward volitage

Crest working forward voltage

RF voltage, RMS value

RF voltage, peak value

Reverse voltage

Reverse voltage, instantaneous total value

Surge reverse voltage, non-repetitive

Repetitive peak reverse voltage

Crest working reverse voltage

Supply voltage

Temperature voltage

Z-operating voltage

Thermal resistance — pulse operation

Angle of current flow

Rectification efficiency

Time constant

Capacitance deviation



3. Montagevorschriften

3.1. Aligemeines

Die Einbaulage der Halbleiterbauelemente ist
grundsétzlich beliebig. Bei allen Bauelementen
ist das Abbiegen der AnschluBdrédhte in einem
Abstand von mehr als 1,5mm vom Gehéuse
gestattet, wobei keine mechanischen Kréafte
auf das Gehause einwirken dirfen.

Der Einbau von Bauelementen in der Ndhe von
warmeerzeugenden Bauelementen erfordert
die Beachtung der erhohten Umgebungstem-
peratur.

3.2. Lotvorschriften

Die Bauelemente miissen beim Einl6ten in die
Schaltung gegen thermische Uberlastung ge-
schiitzt werden. Esempfiehltsich, die AnschluB-
dréahte méglichst lang zu lassen und die Lot-
stellen an das Ende der Dréhte zu legen. Ge-
gebenenfalls miissen MaBnahmen fiir eine aus-
reichende Warmeableitung getroffen werden.
Die Sperrschichttemperatur der Bauelemente
darf beim Loten die maximal zuldssige Sperr-
schichttemperaturnurkurzzeitig (max.1Minute)
liberschreiten, und zwar bei Germanium-Bau-
elementen bis 110°C, und bei Silizium-Bau-
elementen bis 200 °C.

Die in Fig. 3.1. angegebenen Lotkolben- bzw.
Lotbadtemperaturen sind maximal zuléssig:

3. Assembly instructions

3.1. General

Semiconductor devices can be mounted in
any position. The terminal lengths may be bent
atadistance greaterthan 1.5 mm fromthe case,
provided no mechanical force has an affect on
the case.

If the device is to be mounted near heat gene-
rating components, then consideration must be
given to the resultant increase in ambient tem-
perature.

3.2. Soldering instructions

Protection against overheating is essential
when a device is being soldered. It is recom-
mended, therefore, that connection terminals
are left as long as possible and are soldered at
the tip only, and that any heat generated is
quickly conducted away. The time during which
the specified maximum permissible device
junction temperature is exceeded during the
soldering operation should be as short as pos-
sible (one minute max.), i.e. for germanium
110°C and for silicon 200 °C.

The following maximum solderingtemperatures
as shown in Fig. 3.1. are permissible:

Kolbenl6tung Tauch- bzw. Schwallbadiétung
Iron soldering Dip or flow soldering
Temperatur Abstand der | Max. zul. | Temperatur | Abstand der Leiterplatte| Max. zul.
des Lotstelle Lotzeit des vom Gehduse Lotzeit
Lotkolbens vom Gehduse| Max. Lotbades PC board distance from | Max.
Iron Soldering allowable| Soldering the case allowable
temperature | distance from| soldering| temperature| Montagelage soldering
the case time Mounting position time
senkrecht| waagrecht
vertical horizontal
Glas- =245°C 1,56...5mm 5s =245°C >1,6mm | >5mm 5s
gehduse =245°C >5mm 10s
Glasscase | 945 400°C| >5mm 55
Kunststoff- | < 5450¢ 2..5mm 3s =245°C | >1,5mm | >5mm 3s
gehaduse - o
Plastic case| =245°C >5mm 5s
Fig. 3.1.
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3.3. Warmeableitung

Die an den Sperrschichten von Halbleitern in
Warme umgesetzte Verlustieistung muB zur
Erhaltung des thermischen Gleichgewichtes
an die Umgebung abgefiihrt werden.

Bei Bauelementen, die mit kleiner Verlust-
ieistung betrieben werden, reicht dazu im all-
gemeinen die natiirliche Warmeableitung iber
das Gehause an die umgebende Luft aus.

Bei mit groBerer Verlustleistung betriebenen
Bauelementen miissen zum Verbessern der

vasme
Vv

um r\ugumnueu ﬁuPl r\|un~.lenu—-
vorgesehen werden, womit die warmeabge-
bende Oberflache vergroBert wird.

Bei Leistungsbauelementen schlieBlich mis-
sen Kihlbleche oder spezielle Kiihlkorper ver-
wendetwerden, deren Kiihlwirkung noch durch
besondere Kiihimittel oder Umlaufkiihlung un-
terstiitzt werden kann.

Die in der Sperrschicht erzeugte Warme wird
hauptsédchlich durch Warmeleitung zur Gehéu-
seoberflache abgefiihrt. EinMaB dafiiristimmer
der thermische Widerstand bzw. der thermi-
sche Widerstand Sperrschicht-Gehduse Rinjc,
dessen Wert durch die Konstruktion des Bau-
elementes festgelegt ist.

Die Wéarmeabgabe vom Gehaduse zur Umge-
bungsluft erfolgt durch Warmeabstrahlung,
Konvektion und Warmeleitung. Sie wird durch
den duBeren bzw.denthermischen Widerstand
Gehéduse-Umgebung Ryhca ausgedriickt. Der
gesamte thermische Widerstand zwischen
Sperrschicht und Umgebungsluft ist:

RtnygA = Rthgc + Rthca

Die maximal zuléssige Gesamtverlustleistung
Piot max eines Halbleiterbauelements 4Bt sich
mit der Gleichung

P fjmax ~famb fjmax ~famb
totmax = =

RthJA Rihjc + Rthca
berechnen.
fjmax

Maximal zuldssiger Wert der Sperrschicht-
temperatur.

Tamb
Im Betrieb unter ungiinstigsten Bedingungen

auftretender GroBtwert der Umgebungstem-
peratur.
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3.3. Heat Removal

To keep the thermal equilibrium, the heat gene-
rated in the semiconductor junction(s) must be
removed to the ambient.

In the case of low-power devices the natural
heat-conductive path between case and sur-
rounding airis usually adequate forthis purpose.

However, inthe case of medium-power devices
heat radiation may have to be improved by the
ll§!‘ l“ \lrll' or lld(l \'ld!!k’l! ll!-'dl 1!'\\1!1.&]!1"3

which increase the heat radiating surface.

Finally, in the case of high-power devices spe-
cial heat sinks must be provided, the cooling
effect of which can be increased further by the
use of special coolants or air blowers.

The heat generated in the junction is conveyed
to the case or header by conduction rather than
convection; a measure of the effectiveness of
heat conduction is the inner thermal resistance
or thermal resistance junction-case, R jo, the
value of which is governed by the construction
of the device.

Any heat transfer from the case to the surroun-
ding air involves radiation convection and con-
duction, the effectiveness of transfer being
expressed in terms of an Ripcp—value, i.e.
the external or case-ambientthermal resistance.
The total thermal resistance between junction
and ambient is consequently:

The total maximum power dissipation, Pyt max,
of a semiconductor device can be expressed
as follows:

whereas.

fimax
is the maximum junction temperature,

famb
the highest ambient temperature likely to be

reached under the most unfavourable condi-
tions,



Rihga
Thermischer Widerstand zwischen Sperr-

schicht und Umgebung. Bei Dioden mit axi-
alen AnschluBdréhten ist Rinja fir den Fall
definiert, daB die AnschluBdrédhte in einem
bestimmten Abstand vom Gehause auf
Umgebungstemperatur tymp gehalten wer-
den.

Rthyc
Thermischer Widerstand zwischen Sperr-

schicht und Gehause.

Rinca
Thermischer Widerstand zwischen Gehé&use

und Umgebung, dessen Wert von den Kiihl-
bedingungen abhéngt. Bei Verwendung eines
Kiihlbleches oder eines Kiihlkdérpers wird
Rinca bestimmt von dem Wérmekontakt
zwischen Gehduse und Kiihlkérper, von der
Warmeausbreitung im Kihlkérper und von
der Wérmeabgabe des Kihlblechs an die
Umgebung.

Die maximal zulassige Gesamtverlustleistung
1&Bt sich demnach fiir ein gegebenes Halb-
leiterbauelement nur durch Andern von tgmp
und Rihca beeinflussen. Der thermische
Widerstand Rihca muB den Angaben der
Kihlkorperhersteller entnommen oder durch
Messungen bestimmt werden.

Bei Dioden mit hdherer Leistung und ohne
Kihlkorper wird ein wesentlicher Teil der Ver-
lustwérme iiber die AnschluBdrahte und damit
gegebenenfalls liber die Leiterplatte abge-
fihrt.

Nachstehend die thermischen Widerstédnde
quadratischer Pertinaxplatten in Abhangigkeit
von der Kantenlange. Die Werte gelten fiir eine
Wirmegquelle im Mittelpunkt der Platten, in
ruhender Luft und bei senkrechter Lage der
Platten. Bei waagrechter Lage erhéhen sich
die thermischen Widerstande umca. 15...20%.

Rthya
Thermal resistance between junction and

ambient. For diodes with axial leads, it is
measured with heat sink at a specified distance
from the case.

Rinyc
Thermal resistance between junction and case,

Rinca
Thermal resistance between case and ambi-

ent. Its value is cooling dependent. By using
heat sink, it can be influenced through thermal
contact between case and heat sink, thermal
distribution in the heat sink and heat transfer
to the surrounding.

Therefore, the maximum allowable total power
dissipation for a given semiconductor device
can be influenced only by changing tamp and
Ripca- The value of Rypc A could be obtained
either from the data of heat sink suppliers or
through direct measurements.

Heat due to energy losses is mainly conducted
with power diodes without cooling pins through
the connecting leads and hence the p.c. board.

Diag. shows the thermal resistance plotted as
a function of edge-length. The values are valid
with a heat source in the middle of the plate,
resting air and vertical position. With horizontal
position, thermal resistance increases approx.
between 15...20%.
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Fig. 3.2.

Dicke der Pertinaxplatten: 1,5 mm

a:
b:

Rtha:
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Pertinax nicht kaschiert

Pertinax einseitig 35 pm kupferkaschiert,
Waiarmequelle auf Kunststoffseite geschraubt

Pertinax einseitig 70 pm kupferkaschiert,
Warmequelle auf Kunststoffseite geschraubt

Pertinax einseitig 35 um kupferkaschiert,
Warmequelle auf Kunststoffseite geschraubt

Pertinax doppelseitig 35 pm kupferkaschiert

Pertinax einseitig 70 pm kupferkaschiert,
Wairmequelie auf Kupferseite geschraubt

Pertinax doppelseitig 70 ym kupferkaschiert

thermischer Widerstand der Platten
Kantenldnge

Pertinax boards 1.5 mm thick

Rtha:

Pertinax non-metallized

Pertinax with 35 pm copper metallization on one
side; heat source fitted to non-metallized side

Pertinax with 70 um copper metallization on one
side; heat source fitted to non-metallized side

Pertinax with 35 um copper metallization on one
side; heat source fitted to non-metallized side

Pertinax with 35 ym copper metallization on
both sides

Pertinax with 70 ym copper metallization on one
side; heat source fitted to metallized side

Pertinax with 70 pm copper metallization on
both sides

Thermal resistance of boards
Edge-length



4. Angaben zur Qualitat

4.1. Anlieferungsqualitat

Zum Kennzeichnen der Anlieferungsqualitat

wird folgendes angegeben:

® Maximal- bzw. Minimalwerte der Kenngré-
Ben

® AQL-Werte (Gutlage, Acceptable Quality
Level)

Lieferlose, deren prozentualer Fehleranteil
gleich oder kleiner als der in Prozent ange-
gebene AQL-Wert ist werden mit groBer
Wahrscheinlichkeit (L = 90%) aufgrund einer
Stichprobenpriifung angenommen (siehe Ein-
fach-Stichprobenplan, Kapitel 4.4.).

4.2. Fehlergruppierung

Die méglichen Fehler, mit denen ein Halb-
leiterbauelement behaftet sein kann, werden
entsprechend dem wahrscheinlichen EinfluB
auf eine bestehende Schaltung in Gruppen
zusammengefaBt:

® Totalfehler (kritischer Fehler)

Beim Vorliegen eines solchen Fehlers ist jede
funktionsgeméBe Verwendung des Bauele-
ments ausgeschlossen.

Beispiele: Kontaktunterbrechung, KurzschluB
zwischen zwei Elektroden, zusammengebro-
chene Sperrkennlinie, falsche Typenkenn-
zeichnung, Drahtbruch, kritische Gehéduse-
fehler.

® Hauptfehler

Beim Vorliegen eines Hauptfehlers ist die
Brauchbarkeit des Bauelements stark herab-
gesetzt.

In den Datenbléttern sind die KenngréBen mit
einer FuBnote*) gekennzeichnet, bei denen
das Nichteinhalten der angegebenen Gren-
zen als Hauptfehler bewertet wird. Im Normal-
fall handelt es sich dabei um folgende Kenn-
groBen bei tamp = 25°C: UF, UR, IR-

@ Nebenfehler

Solche Fehler setzen die Brauchbarkeit des
Bauelementes zwar herab, beeintréchtigen
dessen Funktionsfahigkeit jedoch unwesent-
lich.

Das Nichteinhalten der angegebenen Gren-
zen von den KenngroBen, die in den ,Tech-
nischen Daten” kein besonderes Kennzeichen

4. Quality Data

4.1. Delivery quality

To designate the delivery quality, the following

specifications are given:

® Maximum and minimum values of the cha-
racteristics

@ AQL-values (Acceptable Quality Level)

Shipment lots whose defect percentage is
equal to or less than the percentage given in
AQL-value shall be accepted with greater
probability (L = 90%) due to sampling tests
(see the single sampling plan in section 4.4.).

4.2. Classification of defects

The possible defects with which a semicon-
ductor device could be subjected are classi-
fied according to the probable influence of
existing circuits:

@ Total (critical) defect
When this defect exists; the functional use of
the device is impossible.

Examples are: open contacts, inter-electrode
short circuits, breakdown in reverse characte-
ristics, wrong type designation, broken leads,
critical case defects.

@® Major defect

A defect which is usually responsible for the
failure of a device to function in its intended
purpose.

In technical data sheets certain characteristics
are given with foot note*). If the specified
limits are exceeded, it is then considered as a
major defect. This normally applies to the
following characteristics with tamp = 25°C for
a specified operating point, i.e., Up Ug, Ip.
® Minor defect

A defect which is responsible for the functio-
ning of a device with no or only a slight
reduction in effectiveness.

In technical data sheets there are certain
characteristics without special note. If the
given limits of these characteristics are excee-
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haben, wird als Nebenfehler bewertet. Dabei
handelt es sich im Normalfall um dynamische
KenngréBen bei fymp = 25°C, sofern diese
nicht fiir die Hauptanwendung besondere Be-
deutung haben, sowie um weitere statische
KenngréBen bei fmp = 25°C, deren Bedeu-
tung fiir die Hauptanwendung eingeschrankt

ist.

4.3, AQL-Werte

Entsprechend der in 4.2. angegebenen Fehler-
gruppierung gelten in den Datenblattern der
Halbleitertypen fiir professionelle Gerate und
Anwendungen - sofern nicht anders verein-
bart - die im folgenden genannten AQL-Wer-
te. Diesen liegt der Einfachstichprobenplan
fir Attributprifung AEG 1415 (siehe 4.4.) zu-
grunde, der den Stichprobenplanen ASQ/
AFW 1 oder ABC-STD 105D, Priifstufe Il, weit-
gehend entspricht.

ded, then it is considered as a minor defect.
Normally these are dynamic characteristics
with ambient temperature, tamp = 25°C,
provided there is no special meaning for main
application. Further, there are static charac-
teristics {tzmp = 25°C) whose significance
for the main application is restricted.

4.3. AQL-values

According to the classification of defects
mentioned in 4.2., the following AQL-values,
unless otherwise specified, are valid for data
sheets of semiconductor devices for profes-
sional equipments and applications. Under it
the inspection follows the single sampling
plan for attribute testing AEG 1415 (see 4.4.)
which corresponds largely to ABC-STD 105 D,
inspection level Il.

' Einzel- Gruppen- Classification Single- | Cumulative-
Fehlergruppe AQL AQL of defects AQL AoL
Totalfehler - 0,25% Total defect - 0.25%
Hauptfehler 0,65% - Major defect 0.65% -
Nebenfehler - 2,50% Minor defect - 2.50%

Die Summe der fehlerbehafteten Bauele-
mente wird mit einem Summen-AQL = 2,5%
bewertet.

In den Datenbléttern sind zuséatzlich Kenngro-
Ben aufgefiihrt, deren Uberpriifung nur durch
aufwendige Messungen mdglich ist. Diese
KenngréBen sind, falls sie nicht besondere
Bedeutung fiir die Hauptanwendung haben,
durch die FuBnote**) gekennzeichnet. Das
Einhalten der angegebenen Grenzen dieser
KenngréBen wird mit einer Stichprobenpri-
fung nach dem Einfach-Stichprobenplan AEG
1416 (siehe 4.4.) iberwacht (entspricht weit-
gehend ABC-STD 105D, Priifstufe S 4). Dafiir
gilt ein AQL-Wert von 2,5%.
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A cumulative-AQL equal to 2.5% is valid for
all defects mentioned above.

There are additional characteristics given in
the data sheets whose measurements are only
possible through elaborate and costly tests.
These characteristics are given with foot
note **) provided they are not of special use
for the main application. To check the given
limits of these characteristics, a sampling in-
spection is performed according to single
sampling plan AEG 1416 (see 4.4.) which
corresponds largely to ABC-STD 105D, in-
spection level S 4. In this case an AQL-value
of 2.5% is valid.



4.4. Stichprobenplédne

Zeichenerklédrung:

AQL Gutlage

N LosgroBe

n Stichprobenumfang

c Annahmezahl

Dmax maximaler Durchschlupf

Einfach-Stichprobenplan fiir Attributpriifung

4.4. Sampling inspection plans

List of symbols:
Acceptable Quality Level
Lot size

Sample size

Acceptance number

Average outgoing quality level

Single sampling plan for attribute testing (AEG

(AEG 1415) 1415)
normale Priifung A Ul- reduzierts Priifung
inapeation inapocion
006 [ 010 [ os5 [ ozs [ oso [oss [ 1o [ 1s [ 25 [ a0 | 65
n-c
N (Bnas i %) \
30| 20 _
- 5 80 | 50 | (96 |156) -oB
(39) | (67)
- 130 131 81 _
- % 20-0 | (26) (48) | (9,2) 16- 150
20| ™ w1 | w2 | 23
it- 180 500 | () w1 |08 |60 e BB
(0,71) (2,3)
N 80-0 -2 | 3-8 | 35 _
151- 280 250 045) i (5o | 5ay | oy || 21 50
(0,29) (15)
. 0-0 50-2 | 50-3 | 50-5 | 50-7 R
LR | i " 24 | oo | om | o || 501~ 1200
(10) | gg-p | 80-3 | 80-5 | 80-7 | 80-10
501- 1200 1 tvoy | 2oy | (370 | (s | 2y || 1201 3200
(0,64)
126-2 | 125-3 | 125-5 | 1257 (125-10|125-14 .
1201- 3200 - i | vor Lioes | (2 | (500 | (rey || 3200-10000
(041) | 900-7 | 200-3 | 200-5 | 200-7 | 200-10| 200-14 1
3201-10000 st (00|08 | 000 | 22) | (32) | (48) gy _321 10001-350001)
(0,27) (7.3)
. 500-1 315- | 315-3 | 315-5 | 315-7 |315-10{315-14|315-21
10001 350"0‘) (0,17) (0,44)| (0,61) [(0,99)| (1,4) | (2,1) | (3,0) | (47)

Einfach-Stichprobenplan fiir zerstdrende oder
sehr teure Prifungen (AEG 1416, Z-Plane).

Single sampling plan for destructive or very
costly test procedures (AEG 1416, Z-plans).

11 AL 12
s it | o06 | 00 | 015 | 025 | 00 | 065 | 10 | 15 | 25 | 40 | 65 [mcmonmaperns
n-c
N (g 10 %) N

-0
- n 0 | 169) - 50
16)
B- 90 50 5i- 160
8-0 | (7.2
13-0 (4,5) =
5- 150 00 | 128 - (130;) 151- 50
200-0 | 12570 | w00 | 500 | 300 | ¥ (63)
1i1- 500 (0,18) | (0,29) | (0,46) | (0,74) | (1,2) 20-1 i01- 3200
401 w2 | 2-3
- - 1
501- 1200 - (68 | (95 | 31-300)
(26) | 309 | 33 | 30-5
1201-10000 50t 43 | 61 | (39) -
80-1 | 7 | s0-2 | 503 | 50-5 | 5o-7
10001 - 35000 () 27) | 39 | 63) | (50) )

') LosgréBen iiber 35000 sind zu teilen.

') Lot size above 35000 must be divided.
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5. Giitebestéatigte Bauelemente

AEG-TELEFUNKEN ist zugelassener Hersteller
flir CECC-, VG- und Raumfahrtbauelemente
(HIREL - Hohe Zuveridssigkeit). Ein Bauele-
mentetyn wird durch die Qualifikationspriifung
zum giitebestatigten Bauelement. Die Uber-
wachung der Musterpriifungen, Musterzulas-
sungen und Gutesicherung erfolgt durch unab-
hangige Priifstellen, dem VDE fiir VG- und
CECC-Rauteile, bzw, der DFVLR fiirRaumfahrt-
bauteile.

Diese Bauelemente sind sowohl im Inhaltsver-
zeichnis als auch in den Datenbléattern durch
.88®” gekennzeichnet.

6. Physik der Dioden

6.1. Allgemeine Begriffserklarung

Eine Halbleiterdiode, Kurzbenennung Diode,
ist ein Halbleiterbauelement mit zwei An-
schliissen, das eine asymmetrische, nicht
lineare Strom-Spannungs-Kennlinie besitzt.
Wenn keine besonderen Angaben gemacht
werden, enthdlt die Diode einen PN-Uber-
gang, der eine Kennlinie entsprechend dem
nachstehenden Bild bewirkt.

5. Qualified Semiconductor Devices

AEG-TELEFUNKEN is an approved manufacturer
of CECC-, VG and space (HIREL - High RELiabili-
ty) semiconductors. Due to qualified testing it
becomes a qualified semiconductor device.
Sample testing, sample approval and quality
assurance is controlled by theindependent VDE
official for VG, CECC devices and DFVLR for
space semiconductor devices.

These devices are indicated with “
of contents and technical data sheets.

”in table

6. Physical explanation of the diodes

6.1. General terminology

Semiconductor diodes are two terminal solid-
state devices, having an asymmetrical vol-
tage-current characteristic. Unless cotherwise
stated, this means a device having single PN-
junction corresponding to the characteristic

shown in the figure.

7

Fig. 6.1.

Diese Kennlinie gehorcht ndaherungsweise der
Funktion:

I=1Ig \ ex i -1
s p Ut
dabei ist.

Ig = Séttigungsstrom
kT
Ut = —— = Temperaturspannung
q
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This voltage-current curve obeys approxima-
tely the relationship:

U
I - I — 1
S (exp Ur )
whereas

Is = saturation current

kT
Ut = —— = temperature potential
q



Wird die Diode in DurchlaBrichtung (Vor-
wartsrichtung) betrieben (Anode positivgegen
Kathode) dann nimmtder DurchiaBstrom /= Ig
mit zunehmender DurchlaBspannung U = Ug
stark zu. Entsprechend nimmt der Wert des
DurchlaBwiderstandes mit zunehmender Span-
nung U= U bzw. zunehmendem Strom /= I
stark ab.
Wird die Diode in Sperrichtung (Riickwarts-
richtung) betrieben (Anode negativ gegen
Kathode), dann hat der Sperrstrom -1 = IR
einen sehr geringen Wert, der sich nur wenig
mit zunehmender Sperrspannung -U = UR
_andert. Entsprechend ist der Sperrwiderstand
sehr hoch.
Wenn die Sperrspannung jedoch die Durch-
bruchspannung U(BR) Uberschreitet, erfolgt
ein steiler Anstieg des Sperrstromes -/ = IR.
Halbleiterdioden werden u.a. zur Gleichrich-
tung von Wechselspannungen, fiir Schaltan-
wendungen, als verdnderbare Kapazitat und
zum Erzeugen von Bezugsspannungen (siehe
auch 6.2. Spannungsstabilisator und Z-Dioden)
eingesetzt.

Bahnwiderstand
Widerstand des Halbleitermaterials zwischen
der Sperrschicht und den Diodenanschliissen.

Dampfungswiderstand r,

Bei HF-Gleichrichtung durch die Diode be-
wirkter Parallelwiderstand, mit dem der der
Gleichrichterschaltung vorgeschaltete Schwing-
kreis bedampft wird.

Differentieller Widerstand
siehe: DurchlaBwiderstand, differentieller bzw.
Sperrwiderstand, differentieller.

Diodenkapazitit Cp

Gesamte zwischen den Diodenanschliissen
wirksame Kapazitat, die sich aus der Ge-
hausekapazitat, der Sperrschichtikapazitatund
eventuell zusatzlichen parasitaren Kapazitaten
zusammensetzt.

Durchbruchspannung UgR)

Spannung in Sperrichtung, von der ab eine
geringe Spannungserhdhung einen steilen
Anstieg des Sperrstromes hervorruft. Sie wird
angegeben als Spannung bei einem bestimm-
ten, in den Datenblattern vermerkten Wert

des Speiisiioimes

If the diode is forward biased (anode positive
respecting cathode), its forward current (I = If)
increases rapidly with increasing voltage that
is, its resistance becomes very low.

If the diode is reverse biased (anode nega-
tive respecting cathode), its reverse current
(-I = Ig) is extremely small with increasing
voltage (-U = UR) that is, its resistance is
very high.

This is only true until the breakdown voltage
U(BR) has reached. When the reverse voltage
is slightly higher than the breakdown voltage, a
sharp rise in reverse current results.
Semiconductor diodes are used for appli-
cations such as rectifiers, switching devices,
varactors, voltage and Z-regulator diodes (see
6.2.) etc.

Bulk resistance
Resistance of the bulk material between junc-
tion and the diode terminals.

Parallel resistance r,

Diode resistance resulting through HF-recti-
fication which acts as a damping resistance
to the pre-tuned demodulation circuit.

Differential resistance
see forward resistance, differential.

Diode capacitance Cp

Total capacitance between the diode termi-
nals due to case, junction and parasitic capa-
citances.

Breakdown voltage Ugp)

Reverse voltage at which a small increase in
voltage results in a sharp rise of reverse cur-
rent. It is given in technical data sheet for
specified current.
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DurchlaBspannung Ur

Spannung an den Anschliissen der Diode, die
so gepolt ist, daB ein DurchlaBstrom flieBt
bzw. die im DurchlaBzustand an den Anschliis-
sen der Diode auftretende Spannung.

DurchiaBstrom I

Der im DurchiaBzustand durch die Diode flie-
Bende Strom.

DurchiaBverzogerungszeit

siehe: Vorwartserholzeit

DurchlaBwiderstand rp

Quotient von DurchlaBspannung und zuge-
hérigem DurchlaBstrom.

DurchlaBwiderstand, differentieller r;
Widerstand fiir kleine Wechselspannungen
bzw. Wechselstrome in einem Punkt der Kenn-
linie in DurchlaBrichtung.

Gehdusekapazitit C. 40
Kapazitat des Gehauses ohne Halbleiterkri-
stall.

Integrationszeit 7,

Die in den ,Technischen Daten” unter ,Ab-
soluten Grenzdaten” genannten Gleichwerte
kénnen mit Einschrankung kurzzeitig Uber-
schritten werden. MaBgebend ist der arith-
metische Mittelwert von Strom bzw. Span-
nung, der iiber ein Zeitintervall mit der Dauer
der Integrationszeit gebildet wird. Fir jedes
Zeitintervall dieser Dauer darf der arithmeti-
sche Mittelwert die absoluten Grenzwerte von
Strom bzw. Spannung nicht liberschreiten.

Richtstrom /gpy

Arithmetischer Mittelwert des DurchiaBstro-
mes bei Verwendung einer Diode als Gleich-
richter. Der maximal zuldssige Richtstrom
héngt von dem Scheitelwert der in den Strom-
stoBpausen anliegenden Sperrspannung ab.
Unter den ,Absoluten Grenzdaten” sind an-
gegeben:

Der maximal zuléssige Richtstrom fiir Dioden-
spannung Null in der StromfluBpause oder
der maximal zuléssige Richtstrom fiir Bela-
stung der Diode mit einem Scheitelwert Urgm
in der StromfluBpause.

Bemerkung: Ipay nimmt mit zunehmender
Belastung in Sperrichtung wahrend der Strom-
fluBpausen ab.
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Forward voltage Ur

The voltage across the diode terminals which
results from the flow of current in the forward
direction.

Forward current I
The current flowing through the diode in the
direction of lower resistance.

Forward resistance g
The quotient of d. c. forward voltage across
the diode and the corresponding d. c. forward

current.

Forward resistance, differential r¢

The differential resistance measured between
the terminals of a diode under specified condi-
tions of measurement i.e. for small-signal a. c.
voltages or currents at a point of forward
direction V-l characteristic.

Case capacitance Cggse
Capacitance of a case without semiconductor
crystal.

Integration time 1,

With certain limitations, absolute maximum
ratings given in technical data sheets may be
xceeded for a short time. The mean value
of current or voltage is decisive over a speci-
fied time interval termed integration time.
These mean values over time interval, ty,
should not exceed the absolute maximum
ratings.

Average rectified output current Iy

It is the average value of forward current by
using diode as a rectifier. The maximum allow-
able average rectified output current depends
upon the peak value of applied reverse voltage
during the time interval, at which no current
is flowing. Under the absolute maximum ratings
are given:

The maximum allowable average rectified out-
put current for zero diode voltage (reverse) or
the maximum allowable average rectified output
current for maximum value of Uggp during the
time interval at which no current is flowing.
Note: Igpy decreases with increasing value
of reverse voltage during the interval of no
current flow.



Richtwirkungsgrad, Spannungsrichtverhéit-
nis 7,

MaB fiir den Wirkungsgrad bei der Gleich-
richtung von HF-Wechselspannungen: Ver-
haltnis der Gleichspannung am Lastwider-
stand (Richtspannung) zum Scheitelwert der
sinusformigen HF-Eingangswechselspannung.

Riickwartserholzeit, Sperrverzogerungszeit,
Sperrverzug 1,

Zeitspanne, die der Strom bendtigt, um einen
bestimmten festgelegten Sperrstrom iR zu er-
reichen, wenn sprungférmig von einem be-
stimmten DurchlaBstrom IF auf eine angege-
bene Sperrbedingung (z. B. Ig) umgeschaltet

|——————— t"——T

Rectification efficiency 7,

It is the ratio of the d.c. load voltage to the
peak input voltage of a RF rectifier.

Reverse recovery time 1

The time required for the current to reach
specified reverse current, ig, after instanta-
neous switching from a specified forward
condition (e.g. Ir) to a specified reverse bias
condition (e.g. IR).

f—»

wird.
b
i .
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IR —]
Fig. 6.2.

Serienwiderstand rg
Der in der Ersatzschaltung von Kapazitéts-
variationsdioden angegebene Widerstand, der
sich aus dem Bahnwiderstand, dem Kontakt-
widerstand und dem Widerstand der Zuleitun-
gen zusammensetzt.

Sperrschichtkapazitét Gj

Kapazitat zwischen den beiden an die Sperr-
schicht der Diode angrenzenden Bereichen.
Sie nimmt mit steigender Sperrspannung ab.

Sperrspannung UR

Spannung an den Anschliissen der Diode, die
so gepolt ist, daB ein Sperrstrom flieBt bzw.
die im Sperrzustand an den Anschliissen der
Diode auftretende Spannung.

Sperrstrom /g
Der im Sperrzustand durch die Diode flieBende
Strom.

Sperrverzogerungszeit
siehe: Riickwartserholzeit

Sperrverzug
siehe Ruckwartserhoizeit

Series resistance rg

The total value of resistance representing the
bulk, contact and lead resistance of a diode
given in the equivalent circuit diagram of
variable capacitance diodes.

Junction capacitance Ci
Capacity due to a PN-junction of a diode. It
decreases with increasing reverse voltage.

Reverse voltage Up

It is the voltage drop which results from the
flow of reverse current (through the semicon-
ductor diode).

Reverse current I (leakage current)
The current which flows when reverse bias is
applied to a semiconductor junction.
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Sperrwiderstand R
Quotientvon Sperrspannungundzugehdrigem
Sperrstrom.

Sperrwiderstand, differentieller r,
Widerstand fur kleine Wechselspannungen
bzw. Wechselstrome in einem Punkt der Kenn-
linie in Sperrichtung.

SpitzendurchlaBstrom IrR\

Scheiteiwert des DurchiaBstromes bei sinus-
formigem Betrieb fiir eine Betriebsfrequenz
f = 25 Hz bzw. bei nicht sinusférmigem Be-
trieb fiir eine Impulsfolgefrequenz f = 25 Hz
und fiir ein Tastverhéltnis tp/T =0,5.

Spitzensperrspannung URpm

Scheitelwert der Sperrspannung fiir eine Be-
triebsfrequenz f = 25 Hz sowohl bei sinus-
férmiger als auch bei rechteckférmiger Aus-
steuerung.

StoBdurchlaBstrom /g

Hochstzuldssiger Uberlastungs-StromstoB in
DurchlaBrichtung, maximale Dauer 1sg, falls
nicht anders angegeben. Der StoBdurchlaB-
strom ist kein Betriebswert. Bei Wiederho-
lungen kdnnen bleibende Anderungen der
Kennwerte auftreten.

StoBsperrspannungen Upgm
Hochstzulassiger Uberlastungs-Spannungs-
stoB in Sperrichtung. Die StoBsperrspannung
ist kein Betriebswert. Bei Wiederholungen
kdnnen bleibende Anderungen der Kennwerte
auftreten.

Verlustleistung Py

In Wérme umgesetzte elektrische Leistung.
Falls nicht anders angegeben, ist der unter
»Absoluten Grenzdaten” aufgefiihrte Wert fiir
den Fall definiert, daB die Diodenanschliisse
in einem definierten Abstand vom Gehiuse auf
der Umgebungstemperatur z3mp = 25°C ge-
halten werden.

Vorwartserholzeit, DurchlaBverzégerungs-
zeit, DurchlaBverzug ¢4,

Zeitspanne, die die Spannung bendtigt, um
einen bestimmten festgelegten Wert up zu
erreichen, wenn sprungférmig von der Span-
nung Null oder von einer bestimmten Sperr-
spannung auf eine angegebene DurchlaBbe-
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Reverse resistance Rp

The quotient of the d.c. reverse voltage
across a diode and the corresponding d.c.
reverse current.

Reverse resistance, differential r,

The differential resistance measured between
the terminals of a diode under specified con-
dition of measurement i.e. for small-signal
(a.c.) voltage or currents at a point of re-
verse voltage direction V-l characteristic.

Peak forward current Irpy

it is the maximum forward current with sine
wave operation, f = 25 Hz or pulse operation,
f =25 Hz, having duty cycle tp/T =0.5.

Peak reverse voltage Upgpp

It is the maximum reverse voltage having an
operating frequency f = 25 Hz for sine wave
as well as pulse operation.

Peak surge forward current Irgy
It is the maximum allowable surge current in

forward direction having a specified wave-

form with short specified time interval i.e.
one second unless otherwise specified. It is
not an operating value. By frequent repetitions
there is a possibility of changes in device
characteristics.

Peak surge reverse voltage Unsy

-It is the maximum allowable surge voltage

applied in reverse direction. It is not an ope-
rating value. By frequent repetitions, there
is a possibility of changes in device charac-
teristics.

Power dissipation P\

It is an electrical power converted into heat.
Unless otherwise specified this value is given
in data sheet under absolute maximum ratings,

Forward recovery time tf,

The time required for the voltage to reach a
specified value after instantaneous switching
from zero or a specified reverse voltage to a
specified forward biased condition.



dingung umgeschaltet wird. Diese Verzdge-
rungszeit macht sich besonders bemerkbar,
wenn groBe Strome in kurzer Zeit geschaltet
werden. Die Ursache Ist, daB der DurchlaB-
widerstand im Einschaltzeitpunkt wesentlich
gréBer sein kann als der DurchlaBwiderstand
fiir Gleichstrom (induktives Verhalten). Die-
ses kann bei Stromsteuerung zu hohen Augen-
blickswerten der Verlustleistung und damit zur
Zerstérung der Diode fiihren.

u

This recovery time is especially noticeable
when higher currents are to be switched within
a short time. The reason is that the forward
resistance during the turn-on time could be
higher than for d.c. current (inductive beha-
viour). This can result in the destruction of a
diode because of high instantaneous power
loss, if constant current control is used.

Fig. 6.3.

6.2. Spannungsstabilisator- und Z-Dioden

Spannungsstabilisatordioden sind Halbleiter-
dioden, deren Klemmenspannung innerhalb
enger Grenzen bleibt, wenn sie mit einem
in einem verhéltnismé&Big weiten Bereich ver-
anderlichen Strom betrieben wird. Im norma-
len Betrieb wird diese Klemmenspannung als
stabilisierte Spannung verwendet.
Stabilisatordioden werdenin DurchlaBrichtung
betrieben.

Z-Dioden sind Siliziumdioden, bei denen mit
zunehmender Sperrspannung von einer be-
stimmten Spannung an ein steiler Anstieg
des Sperrstromes infolge des Z-Durchbruchs
oder des Lawinendurchbruchs eintritt. Die
Dioden werdenim Bereich dieses Durchbruchs
betrieben.

Wegen des steilen Sperrstromanstiegs éndert
sich die Durchbruchspannung nur wenig in
Abhingigkeit von dem die Diode durchflieBen-
den Strom.

Z-Dioden sind einsetzbar fiir Arbeitsspannun-
gen groBer als 2,4 V. Fiir kleinere Arbeitsspan-
nungen kommen nur die in DurchlaBrichtung
betriebenen Siiiziumdioden in Frage.

f————————— ’fr —

| ——

6.2. Voltage regulator diodes and Z diodes

Voltage regulator diode is a diode which
develops across its terminals an essentially
constant voltage throughout a specified cur-
rent range.

Special reverse biased diodes known as Z-
diodes and certain forward biased silicon
diodes could be used as voltage regulator
diodes.

Z-diodes are silicon diodes which results from
a specified applied reverse voltage onward
in arapidincrease of reverse currentavalanche
or Z-breakdown voltage. These diodes are
operated permanently in this breakdown
region.

Due to the sharp rise of reverse current the
corresponding breakdown voltage is nearly
constant.

Z-diodes are used for voltages above 2.4 V.
If lower operating voltages are needed then
the above mentioned forward biased silicon
diodes can be used.
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Arbeitsspannung (im Durchbruchgebiet) Uz

Spannung an einer Z-Diode im Durchbruch-
gebiet bei angegebenen Werten des Sperr-
stromes.

Arbeiisstrom (im Durchbruchgebiet) /7

Sperrstromim zuléassigen Teil des Durchbruch-
gebiets einer Z-Diode.

. Differentieller Widerstand im Durchbruchge-
biet r,
Differentialquotient von Arbeitsspannung und
Arbeitsstrom:

dUz

bei einem angegebenen Arbeitsstrom.

Der differentielle Widerstand r, setzt sich zu-
sammen aus dem fiir konstante Sperrschicht-
temperatur geltenden differentiellen Wider-

(inhdrenter differenticller Arbeits-

aetand »_.
stand r,
widerstand) und dem thermischen Anteil rzip,
um den sich r, gegeniiber IZj bei konstanter

Umgebungstemperatur erhoht, wenn die Sperr-

Strom erwérmt wird.

Iz = Tzj ¥ Izth

Differentieller Widerstand im Durchbruchge-
biet bei konstanter Sperrschichttemperatur,
inhérenter differentieller Widerstand r;
(Elektrischer Anteil des differentiellen Wider-
standes einer Z-Diode im Durchbruchgebiet,
derfiir das VerhaltenderDiode beikurzzeitigen
Belastungsénderungen und konstanter Sperr-
schichttemperatur maBgebend ist:

6 Uz

rzi =
4 &1z tj=const.

Er gilt fiir den Fall, daB die Frequenz der auf-
tretenden Schwankungen so hoch ist, daB sich
dabeidie Sperrschichttemperatur nichténdert.
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Operating or working voltage, in breakdown
region Uz

Voltage across the terminals of a Z-Diode for
a specified value of reverse current in break-
down region.

Operating or working current in breakdown
region Iy

Reverse current flowing in an allowable area
of breakdown region of a Z-diode.

Differential resistance in breakdown region r,

Differential quotient between operating voltage
and operating current for a specified working
currenti. e.

This value is the sum of inherent (rzj) and
thermal differential (r,,) resistances:

Inherent differential resistance rzj
in breakdown region

This value is a part of the total differential
resistance of a Z-diode in breakdown region.
It is responsible for short time load change
and constant junction temperature:

It is valid for the case where the frequency
of load changes is so high that the junction
temperature does not change.



Differentieller Widerstand im Durchbruchge-
biet, thermischer Anteil r;ih

Anteil des differentiellen Widerstandes einer
Z-Diode im Durchbruchgebiet, der auf die
thermischen Eigenschaften der Diode zuriick-
zufiihren ist. Er ist bei langsamen Belastungs-
anderungen zusatzlich zum inhdrenten diffe-
rentiellen Widerstand r,j zu beriicksichtigen:

d ] 56Uz
"zth = r12 “\s tj | Iz = const.
= Uz’ - Rthya - TKuz

MeBstrom

In den ,Technischen Daten” angegebener Ar-
beitsstrom, der als MeBbedingungfiir die Kenn-
gréBen Arbeitsspannung Uz, inhdrenter diffe-
rentieller Widerstand rzj und Temperaturkoeffi-
zient der Arbeitsspannung 7Kz gilt.

Temperaturkoeffizient der Arbeitsspannung
im Durchbruchgebiet 7Kz

Diese KenngréBe gibt die Temperaturabhén-
gigkeit der Arbeitsspannung bei einem be-
stimmten Arbeitsstrom an:

1 d Uz

TKyz = — -
uz Uz dt

Als Einheit wird z.B. %/°C oder 107%/°C ver-
wendet.

Z-Spannung Uz
siehe: Arbeitsspannung

Z-Strom [z
siehe Arbeitsstrom

Z-Widerstand r;
siehe: Differentieller Widerstand im Durch-
bruchgebiet.

6.3. Kapazitatsdioden

Kapazitatsdioden werden verwendet zur Ab-
stimmung von Schwingkreisen, fiir automati-
sche Frequenznachstimmschaltungen, Fre-
quenzvervielfacher, Modulationsschaltungen,
Bandbreitenregelung in kapazitiv gekoppelten
Bandfiltern sowie in dielektrischen und para-
metrischen Verstéarkern. Bei allen diesen An-
wendungen wird die Abhangigkeit der Sperr-
schichtkapazitat von der angelegten Sperr-
spannung ausgenuizt.

Thermal differential resistance ryp

in breakdown region

It is due to thermal characteristics of the diode.
This should be considered for slow load
changes together with inherent differential
resistance r;.

Measuring current 17

It is the value given in technical datas which
serves as a measuring condition for the ope-
rating voltage, Uz, characteristics, inherent
differential resistance, rzj) and temperature
coefficient of operating voltage TK .

Temperature coefficient 7K,

This characteristic gives the temperature de-
pendence of operating voltage for a specified
operating current such as:

Unit used is either %/°C or 10™*/°C

Z-voltage Uz
see operating or working voltage

Z-current Iz
see operating or working current

Z-resistance r;
see differential resistance

6.3. Varactor Diodes

Varactor-diodes are used in different circuits
such as tuning, AFC, frequency multiplier,
modulation, couple element in filters with
controlled bandwidth, parametric amplification,
switching in the VHF- and microwave regions
etc. In all these applications, the basic vari-
ation of junction capacitance with reverse
voltage has been exploited.
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Fiir Kapazitatsdioden sind verschiedene Er-
satzschaltbilder gebréauchlich. Fig. 6.4.

A simplified equivalent circuit of an encapsu-
lated varactor diode is shown in Fig. 6.4.

Cease= Geh#usekapazitat

Cj = Sperrschichtkapazitit
rg = Serienwiderstand

Lg = Serieninduktivitat

rj = Sperrschichtwiderstand
Fig. 6.4.

Da der Sperrschichtwiderstand T bei Silizium-
dioden sehr groB ist, kann er vernachlassigt
werden, Ccgge kann der Schaltungskapazitit
zugeschlagen werden. Man erhélt dann das
vereinfachte Ersatzschaltbild Fig. 6.5.

Fig. 6.5.

Die Sperrschichtkapazitat 148t sich berechnen
aus

D

i _’?—\
\

Cjo = Sperrschichtkapazitit bei Ugr=0

Up = Diffusionsspannung, beiSiliziumdioden ca.0,7V
GroBe, die vom Herstellungsverfahren der
Diode beeinfluBt wird

= 0,383 beiDiodenm.linearem Stérstelleniibergang
0,5 bei Dioden mit abruptem PN-Ubergang
0,75 beiDiodenm. hyperabruptem PN-Ubergang

] >
1 [

3
[\
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= Case capacitance
Ci = Junction capacitance

Is = Series resistance
ri = Junction resistance
Lg = Series inductance

In case of silicon (varactor) diodes, the junc-
tion resistance rj is very high at zero or negative
(reverse) bias. At high resonant frequency,
Ccase can be neglected, then the equivalent
circuit becomes as Fig. 6.5.

Junction capacitance Cj can be calculated as
follows:

Cjo

Cj=—UR n
(1+
\

~

7

b/

C

whereas.

Cio = Junction capacitance at zero bias (Ug = 0)

Up = Diffusion voltage, 0.7 V for silicon

n = The exponent n has different values according
to the technology used, such as:

n = 0.33-diffuseddiode with lineartechnology

n = 0.50-abruptPN-junction, planarepitaxialtechnology

n  =0.75-diode with retrograded junction



Dioden mit hyperabruptem PN-Ubergang
haben einen sehr groBen Kapazitdtshub und
sind daher besonders fiir die Durchstimmung
groBer Frequenzbereiche (z. B.BB 205fiir UHF)
geeignet. Bei diesen Dioden ist n eine Funktion
der Sperrspannung. AuBer der C (UR) - Kenn-
linie ist die Giite Q einer Kapazitatsdiode
wichtig. SielaBtsich errechnen aus:

0=y
T f- CJ rg
Der Serienwiderstand rg nimmt mit wachsen-
der Sperrspannung ab, auBerdem ist er ab-
héngig von der Frequenz f.
Die Nichtlinearitdt der Kapazitdtskennlinie
fiihrt bei allen Anwendungen, bei denen die
Signalamplitude nicht klein gegeniiber der
angelegten Sperrspannung ist, zu Verzerrun-
gen des Signals.
Durch Gegentaktanordnung zweier Dioden
lassen sich auch bei groBerer Ansteuerung die
Verzerrungen klein halten, weil das Signal die
Dioden gegenphasig ansteuert und sich da-
durch die Kapazitatsénderungen in etwa kom-
pensieren.
Der Temperaturkoeffizient der Sperrschicht-
kapazitat betragt ca. 3 - 10°%/°C bei Ug = 3 V.
Er wird verursacht durch die temperaturbe-
dingte Anderung der Diffusionsspannung Up
von -2mV/°C. Der Temperaturkoeffizient der
Sperrschichtkapazitdt nimmt mit steigender
Sperrspannung ab.
Der Sperrschichtwiderstand rj verkleinert sich
um etwa 6% und der Serienwiderstand rg um
etwa 1% bei Erhohung der Sperrschichttem-
peratur um 1°C.

Retrograted junction diodes (n = 0.75) are ca-
pable of very large capacity deviation and are
therefore, suitable for tuning with large fre-
quency range (i.e. BB 205 for VHF). Such type
of diodes, n is a function of reverse voltage i.e.
n = f (UR). Another factor which is important,
is the quality Q of the varactor. It can be
calculated as follows:

0=y
- f-Cjrs

The series resistance rg decreases with the

increasing applied bias. It is also frequency -

dependent.

The non-linearity of a capacitance-charac-

teristic results in a signal distortion or de-

formation due to the ratio of signal amplitude

to the applied bias.

In push-pull arrangement one can further
minimize the distortion even with large range
of signal, while the signal modulate the diode
in counter phase and the capacitance change
in diodes nearly compensates.

The temperature coefficient of the junction

_ capacitance is approx. 3.107%/°C with Up=3V.

It results due to the change in diffusion voltage
Up of -2mV/°C. The temperature coefficient
of the junction capacitance decreases with
increasing reverse voltage.

Junction resistance rj decreases 6% and the
)

series resistance, rg approx. 1% by increasing
the junction temperature by 1°C.
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6.4. PIN-Dioden

Die Bezeichnung PIN ist abgeleitet von P -
intrinsic (eigenleitend) — N.

Der Aufbau dieser Diode ist gekennzeichnet
durch eine hochdotierte P- und N-Zone, ge-
trennt durch eine extrem hochohmige, fast
eigenleitende (intrinsic) Schicht.

Durch Anlegen einer verénderlichen Gleich-
oder NF-Spannung |48t sich der Dioden-
widerstand um mehrere Zehnerpotenzen vari-
ieren.

Dadurch lassen sich PIN-Dioden vorteilhaft
als verlustarme HF-Schalter und als konti-
nuierliche  Amplitudenregler  verwenden.
Typische Beispiele sind die VHF-Bandum-
schaltdioden BA 182, BA 243 sowie der Regel-
vierpol TDA 1061. Fig. 6.6.

P I N P
—_—

w = Lénge (Dicke) der I-Zone
A = Raumladungsgebiet
Lg = Gesamte Serieninduktivitat

Gesamter Serienwiderstand
riund ¢j= Serien und kapazitive Werte der Intrinsic

Schicht

Fig. 6.6.
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6.4. PIN Diodes

As the name, it stands for P — Intrinsic — N.

In this type of diode, a heavily doped P region
and a heavily doped N region is separated by
a layer of high resistivity material which is
nearly intrinsic (1), as shown in fig. 6.6.

Under (zero and) reverse bias, it has a very
high impedance (at microwave frequencies),
whereas at moderate forward current it has a
very low impedance.

This permits the use of PIN diode as a low-loss
switch with small self-capacitance. Another use
is that the rf resistance of the diode can be
varied continuously from large to small values
by changing the diode bias. PIN diode can;
therefore, be used with advantage as HF-atten-
uator as a r or T-circuit. Typical examples are:
VHF-band switch diode BA 182, BA 243 and
two-port control TDA 1061. Fig. 6.6.

= Width of the I-Zone

Space charge carrier area

s = Total series inductance

= Total resistance of the P and N layers and
any resistance associated with the con-
tacts of these layers

= Represent the resistance and capacitance

of the portion of the I-layer exclusive of

the swept-out region.



7. Aufbau der Datenblatter

Der Aufbau der Datenblattangaben entspricht
folgendem Schema:

® Kurzbeschreibung

® Abmessungen (Mechanische Daten)

® Absolute Grenzdaten

@® Thermische KenngréBen — Warmewidersténde
@® Elektrische KenngréBen

Falls erforderlich sind die Datenblatter mit Ver-
merkenversehen, die eine zusatzliche Informa-
tion Uber den beschriebenen Typ vermittein.

7.1. Kurzbeschreibung

Neben der Typenbezeichnung werden die ver-
wendeten Halbleitermaterialien, die Zonen-
folge, die Technologie, die Art des Bauelemen-
tes und ggf. der Aufbau genannt.
Stichwortartig werden die typischen Anwen-
dungen und die Besonderen Merkmale auf-
gefiihrt.

7.2. Abmessungen (Mechanische Daten)

Fiir jeden Typ werden in einer Zeichnung die
wichtigsten Abmessungen und die Reihenfolge
der Anschliisse dargestellt. Ein Schaltbild er-
ganzt diese Information. Bei den Gehduse-
bildern wird die DIN-, JEDEC-,bzw. die handels-
tibliche Bezeichnung aufgefiihrt. Das Gewicht
des Bauelementes ergénzt diese Angaben.
Besonders zu beachten:

Wenn keine MaBtoleranzen eingetragen sind,
giltfolgendes:

Die Werte fiir die Lange der Anschliisse und
fir die Durchmesser der Befestigungsidcher
sind Minimalwerte. Alle anderen MaBe sind
Maximalwerte.

7.3. Absolute Grenzdaten

Die genannten Grenzdaten bestimmen die
maximal zuldssigen Betriebs-und Umgebungs-
bedingungen, Wird eine dieser Bedingungen
iberschritten, so kann das zur Zerstorung des
betreffenden Bauelementes fiihren. Soweit
nichtandersangegeben gelten die Grenzdaten
mit einer Umgebungstemperatur von 25+3°C.
Die meisten Grenzdaten sind statische Anga-
ben, beilmpulsbetrieb werden die zugehérigen
Bedingungen genannt.

7. Data sheet construction

Data sheet information is generally presented
in the following sequence:

@ Device description

® Dimensions (Mechanical data)

® Absolute maximum ratings

@® Thermal data — thermal resistances

@® Electrical characteristics

Additional information on device performance
is provided if necessary.

7.1. Device description

The following information is provided: type
number, semiconductor materials used, se-
quence of zones, technology used, device type
and, if necessary construction.

Also, short-form information on the typical
Applications and special Features is given.

7. 2. Dimensions (Mechanical data)

It contains important dimensions, sequence of
connection supplemented by a circuit diagram.
Case outline drawings carry DIN-, JEDEC or
commercial designations. Information on
weight completes the list of mechanical data.

Note especially:

If the dimensional information does not include
any tolerances, then the following applies:
Lead length and mounting hole dimensions are
minimum values. All other dimensions are maxi-
mum,

7.3. Absolute maximum ratings

These define maximumpermissible operational
and environmental conditions. If any one of
these conditions is exceeded, then this could
result in the destruction of the device. Unless
otherwise specified, an ambient temperature
of 25 = 3°C is assumed for all absolute maxi-
mum ratings. Most absolute ratings are static
characteristics; if they are measured by a pulse
method, then the associated measurement
conditions are stated.
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Grenzdaten gelten unabhingig voneinander.
Ein Gerat, das Halbleiterbauelemente enthilt,
muB so dimensioniert werden, daB die fiir die
verwendeten Bauelemente festgelegten abso-
luten Grenzdaten auch unter ungiinstigsten
Betriebsbedingungen nicht liberschritten wer-
den. Diese konnen hervorgerufen werden
durch Anderungen
der Versorgungsspannung,
der Eigenschaften der iibrigen elektrischen
Bauelemente im Gerat
der Einstellung des Gerates,
der Belastung,
der Ansteuerung,
der Umgebungsbedingungen, sowie
der Eigenschaften der Bauelemente selbst
(z. B. Alterung).

7.4. Thermische KenngréBen — Warme-
widersténde

Einige thermische GréBen, z.B. die Sperr-
schichttemperatur, der Lagerungstemperatur-
bereich und die Gesamtverlustleistung, be-
grenzen den Anwendungsbereich. Daher sind
sie im Abschnitt ,Absolute Grenzdaten” aufge-
fihrt. Fir die Warmewiderstande ist ein geson-
derter Abschnitt vorgesehen.

Die Temperaturkoeffizienten sind bei den zu-
gehorigen Parametern unter ,KenngréBen”
eingeordnet.

7.5. KenngroBen, Schaltzeiten

Die fiir den Betrieb und die Funktion des Bau-
elementes wichtigen elektrischen Parameter
(Minimal-, typische und Maximal-Werte) wer-
denmitdenzugehdrigen MeBbedingungenund
ergédnzenden Kurven aufgefiihrt. Besonders
wichtige Parametersind mitAQL-Werten (siche
Kap. 4.2.) ergénzt.

7.6. Zusétzliche Vermerke

Vorldufige technische Daten

Mit dieser Angabe wird darauf hingewiesen, daB
sich einige fiir den betreffenden Typ angege-
bene Daten noch geringfiigig &ndern kdénnen.
Nicht fiir Neuentwicklungen

Typen sind fiir laufende Serien erhéltlich, Neu-
entwicklungen sollten damit nicht vorgenom-
menwerden.
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Maximum ratings are absolute (i.e. not inter-
dependent).
Any equipment incorporating semiconductor
devices must be designed so that even under
the mostunfavourable operating conditions the
specified maximum ratings of the devices used
are never exceeded. These ratings could be
exceeded because of changes in
supply voltage,
the properties of other components used in
the equipment,
control settings,
load conditions,
drive level,
environmental conditions and
the properties of the devices themselves
(i.e. aging).

7.4. Thermal data - thermal resistances

Some thermal data (e.g. junction temperature,
storage temperature range, total powerdissipa-
tion), because they impose a limit on the appli-
cation range of the device, are given under the
heading "Absolute maximumratings”.

A special section is provided for thermal resi-
stances.

Temperature coefficients, on the other hand,
are listed together with the associated para-
meters under "Characteristics”.

7.5. Characteristics, switching characteristics

Under this heading are grouped the most im-
portant operational, electrical characteristics
(minimum, typical and maximum values) to-
gether with associated test conditions supple-
mented with curves, an AQL-value being quoted
for particularly important parameters (refer to
section 4.2.).

7.6. Additional informations

Preliminary specifications

This heading indicates that some information
on the device concerned may be subject to
slight changes.

Not for new developments

This heading indicates that the device con-
cerned should not be used in equipment under
development. It is however, available for
present production.
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Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Niederohmige Demodulatorschaltung. Als Diodenpaar fiir niederohmige Diskrimator-
und Ratiodetektorschaltungen.

Applications: Low impedance demodulator circuits. Matched pairs for discriminator and ratio detector
circuits.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
Ik i Normgehause
_{ Case
26 72 26 51A 2 DIN 41880
sur JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
t 25°C 60°C
Absolute Grenzdaten amb
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Upsm 25 25 Vv
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung Urppm 20 20 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 15 15 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Tesm 200 200 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom : Iepm 45 45 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 30 15 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
tay < 50ms Iepy 24 12 mA
Sperrschichttemperatur fi 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg -55...+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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Warmewiderstand Min. Typ. Max.

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I'=4mm, 1, = konstant Ripga 500
constant
KenngréBen
Characteristics

5= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 01mA Ur 0,22
Ig =10 mA Ur 0,95 1,5
Ig =20 mA Ur?) 1,3
Sperrstrom
Reverse current
Ugp= 16V IR 25
Ug=10 V IR 12 40
UR =15 V IR 22

Diodenkapazitatsidnderung bei:
Diode capacitance deviation at:
Uq-Anderung von 0,75 V auf 3V ACp?) 012 025

MeBschaltung fiir:ACp
Y

U .
HF o S .
5oop;r 20kQ 1est circuit for : ACp
o— ‘ —0
74997 Tfk
1) L; =001, f, = 03ms 2) siehe MeBschaltung

see test circuit
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AA 113

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Hochohmige Demodulatorschaltungen. Als Diodenpaar fur Diskriminator- und
Ratiodetektorschaltungen.

Applications: High impedance demodulator circuits. Matched pairs for discriminator and ratio detector
circuits.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
Normgehéuse
|==‘ = Case
j 51 A 2 DIN 41880
26 72 26 JEDEC DO 7
o Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten Lamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 70 70 \Y
Surge reverse voltage
‘Periodische Spitzensperrspannung UrpM 65 60 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 60 55 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Irgm 100 50 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IrpMm 50 20 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 25 10 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert Iepy 10 4 mA
Average forward current
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55 ...+100 °C

Storage temperature range

S 8/V.2.720/0779 Ausgabe 2
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Warmewiderstand Min. Typ. Max.

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, ¢ = konstant Rinia 500
t

constar
KenngroBen
Characteristics
t i = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

I = 0,1mA Ur 0,2
IF =10 mA UF 11 16
F=20 mA UrY) 14
Sperrstrom
Reverse current
Up= 3V Ip 35
Ugp =30V I 30 120
Ug =60V IR 180 400

Diodenkapazitatsdnderung bei:
Diode capacitance deviation at:
Uq-Anderung von 0,75V auf 3V ACp?) 0,08 0,18

MeBschaltung fiir:ACy

Une Y% - c e
5OOPT 20kQ Test circuit for : ACp
o— - O
74997 Tfk
1) t_; =001, tp = 03ms 2) siehe MeBschaltung

see test circuit

KIW
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AA 117

Germanium-Spitzendiode -
Germanium point contact diode

Anwendungen: Aligemein, fir hohe Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
| ! Normgehzuse
—{ Case
26 72 26 51A 2 DIN 41880
s JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 75°C
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 115 100 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 20 75 \'
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iegm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 150 150 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
tav < 50ms, UR =0 IFAV 50 17 mA
Um = URRM IFAV 15 5 mA
Sperrschichttemperatur { 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2 °
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f 72930 ™
Teav
50
mA
\
A
L]
40
a0\
tamb= 25°C
™A
20
\ AN
N 50°C \
\\
N
10 75°C
N
(] 40 80 120V
Urrm ™
Warmewiderstand
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, ¢ = konstant RinJA
constant
KenngréBen
Characteristics
tj = 25 °C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 01mA Up
Ip =10 mA Ur
Ig =30 mA Ug?Y)
Sperrstrom
Reverse current
Ug= 15V I
Ugp=10 V Ig
Ug=75 V Ig

12

I
1) 5 =001, = 03ms

Typ.

0,18
1,2
21

2,5

40
60

Max.

400

0,23
1,85
3,2

6,1

KIW

< <<

pA
pA
HA
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AA 118

Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Als Diodenpaar flir Phasendiskriminatorschaltungen mit hohen Betriebsspannungen.

Applications: Matched pairs for phase discriminator circuits with high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
| = Normgehause
—; Case
26 72 26 51 A 2 DIN 41880
sw JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten . .
Absolute maximum ratings famb 25°C 75°C
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 115 100 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 90 75 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iesm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm 150 150 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
tav < 50 ms, UR =0 IFAV 50 17 mA
um = URRM IFAV 15 5 mA
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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f 72930 W&
Irav
50
mA
40
30
lamb= 25°C
N
20
™
] _soc N
N
\
N
10 75°C
0 40 80 120V
Uram
Warmewiderstand Min.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, 1= konstant RiniA
constant
KenngréBen
Characteristics
l‘j = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 01mA Up
IF =10 mA UF
Ig =30 mA UgY)
Sperrstrom
Reverse current
Ug= 15V Ir
Ug=10 V IR
Ug=75 V Ig
Ur=9 V Ig

16

!
1) —7‘? =001, tp = 0,3ms

Typ.

0,18
1,05
18

1,2
2,5
35
60

Max.

400

0,23
1,55
2,6

KIW
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Germanium-Spitzendiode

Germanium point contact diode

Anwendungen: Hochohmige Demodulatorschaltungen. Als Diodenpaar fiir Diskriminator- und Ratio-

detektorschaltungen.

Applications: High impedance demodulator circuits. Matched pairs for discriminator and ratio detector

circuits.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE

CATHODE

22,6 20,55

IL

1

26

26
517

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ur=0
Um = URRM
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

72

UrRM

Iesm

IeRMm

Ieav
TN

Istg

Normgehéause

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29

45 \
30 \
200 mA
100 mA
35 mA
10 mA
100 °C
-55 ... +100 °C

19
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Wirmewidersiand Min.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I = 4 mm, #; = konstant ‘RthJA
~  constant
KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage
Ip= 01mA Ug
1 F= 1 mA UF
IF =10 mA UF
Ip =30 mA Ug?Y)

Speirstiom

Reverse current
UR = 01V 1 R
UR = 15V IR
Up=10 V Ig
Up=30 V IR
UR =45 V IR

Dampfungswiderstand

Damping resistance
Uy = 3V, f=10,7MHz rp2) 13,5

Richtwirkungsgrad

Rectification efficiency
UHF =3V, f= 10,7 MHz "]rz)

o—j4— . Uox100 %
= —0x100%
U,
Unr = Uo HF
Rg=60Q  330pF 33kQ MeBschaltung fiir : 77,
O- O lest circuit for:n_r.
741013 Tfk Jor et

2) siehe MeBschaltung

[’

1) b 0,01, tp = 03ms
T P .
see test circuit

20

Typ.

0,23
0,56
1,5
28

0,35
08
45

35
90

15

85

’p

Max.

500

0,3
0,88
2,2

150
350
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Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Aligemein, fiir hohe Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
i | Normgehéuse
1 Case
- 26 72 26 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung URrsm 120 110 \"
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung URrM 110 100 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 100 90 v
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iggm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 50 25 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 1 FAV 50 20 mA
Um = URRM Iepay 15 7 mA
Sperrschichttemperatur tj 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg -55...+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

23



AA 132

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, 1y = Konstant R

constant

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 0,1mA Ur
IF =10 mA UF
Ig =50 mA UgY)
Sperrstrom
Reverse current
U= 83V I
UH = 10V IR
Ugp= 60V Ip
Up = 100V In

4
1) £ =001 pp=03ms

24

Min. Typ.

0,17
1,35
3,2

38
130

Max.

4
400

1,8

10
120

<< <
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Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Aligemein, fiir hohe Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for high supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
| == Normgehause
j Case
26 72 26 51 A2 DIN 41880
o JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten famb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 150 120 \Y
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 140 110 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung U 130 " 100 v
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Irgm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 50 25 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ug=0 Ii FAV 50 20 mA
um = URrM Ippy 12 5 mA
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55..+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

! = 4mm, 4 = konstant R

constant

KenngroBen
Characteristics

Ij = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

1 E= 0,1mA UF
Ig =10 mA Ur
Ig =50 mA Ug )
Sperrstrom
Raverse current
UR = 3V IR
UR = 10V [R
Ug = 100V Ig
Ug = 130V In

I/
1) 2 =001, p = 0,3ms

28

Min. Typ.

017
1,35
3.2

55
110

Max.

ann
400

18

15
160

<< <
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Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Allgemein, fiir mittlere Betriebsspannungen.

Applications: General purpose, for medium supply voltages.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
1L 1L
) Normgehéuse
26 72 26 Case
51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten famb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 85 75 \'
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung URRM 70 60 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 55 45 \'
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iegm 500 500 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 150 80 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 50 25 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 1, FAV 50 20 mA
Um = URRM Igpy 15 7 mA
Sperrschichttemperatur tj 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tsig -55...+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

! = 4dmn, £ — Konstant
constant
KenngroBen
Characteristics

4= 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 0,1mA
IF =10 mA
Ig =50 mA
Sperrstrom
Reverse current
UR = 3V
Ug = 10V
Ug =50V

4
%) Tp =001, 1, =03ms

32

Typ.

0,17
1,35
3,2

75
13
70

Max.

18

25
200

< <<

HA
pA
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Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Regelspannungserzeugung in FS-Geréten

Applications: AGC rectifier in TV receivers

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
KATHODE %26 20,55
CATHODE
11 I
—{ Normgehéuse
26 72 26 Case
s 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 50 50 \
Surge reverse voltage
Periodische Spitzensperrspannung URRM 40 40 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 30 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Iggm 50 50 mA
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IrrM 25 25 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 20 15 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Upy = URRM IFAV 12 5 mA
Sperrschichttemperatur tj 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstq -55...+100 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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AA 137

Warmewiderstand

reemf o P

Thermal resistaice

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I = 4mm, | = konstant RthJA
consitant
KenngréBen
Characteristics
t; = 25°C

J

DurchiaBspannung
Forward voltage

Ig = 01mA Ur
1 F~ 10 mA UF
1 F= 20 mA UFl)
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 10V Ig
Ug =30V I
Ug = 40V Ir
Dampfungswiderstand
Damping resistance
Uy = 1V, f= 39MHz, Ug=z1V rp2)
o— —jt— —0
YnE _L _L %
20pT 100pFr 50kQ
Oo— . —O0
74998 Ttk
1) t-}) = 0,01, 1p = 03ms 2) siehe MeBschaltung

see test circuit

36

Min.

12

Typ.

0,18
0,9
1,37

3,5
13
100
220

MeBschaltung fiir:
Test circuit for : 1

Max.

(9]
Q
(=]

15

50

KIW

<< <

pA
pA
HA
pA

kQ
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Germanium-Spitzendiode
Germanium point contact diode

Anwendungen: Demodulatorschaltungen in FS-Geraten

Applications: Demodulator circuits in TV receivers

Abmessungen in mm

Dimensions in mm
KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
j Normgehause
26 72 26 Case
s 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten tamb 25°C 60°C
Absolute maximum ratings
StoBsperrspannung Ursm 30 30 \Y
Surge reverse voltage :
Periodische Spitzensperrspannung URrM 25 25 \Y
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 15 15 \'
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom Irsm 50 50 mA
Surge forward current .
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 25 25 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 20 15 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
um = URRM Ippy 12 5 mA
Sperrschichttemperatur 4 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich 'sig -55..+100 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

! = 4 mm, tL = Konstant RThJA
constant
KenngroBen
Characteristics
tj = 25 °C
DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F= 0,1 mA UF
Ig =10 mA Up
I F= 20 mA UFi)
Sperrstrom
Reverse current
Ug= 15V I
Ug=10 V Ir
Ug=15 V IR
UR =25 V I [=]
Dampfungswiderstand
Damping resistance
Uy =1V, f=39MHz, U, = 065V rp2)
Iy It
U, U,
o
O ‘ —0
74999 Tk
1) b_ 001, tp = 0,3ms 2) siehe MeBschaltung
r see test circuit

40

Min. Typ.

0,18
09
1,37

2,5
18
35

120

38

Max.

500
SUU

1,5

50

MeBschaltung fiir: /p

Test circuit for: 1

<< <

HA
pA
pA

kQ
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R
Ug=1v
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Silizium-Diffusions-Kapazitéts-Diode
Silicon diffusion capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
:: ==\
26 72 K 26 Normgehéuse
517 Case
51A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung UR 20 \'
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —50...+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 111

Kenngrien
Characierisiics

4= 25°C

DurchlaB8spannung
Forward voltage

i F~= ©0 mA
Sperrstrom

Reverse current
Ug = 10V

Durchbruchspannung

Breakdown voltage

Diodenkapazitat

Diode capacitance

S=30MHz, Ug = 2V,

U= 4V
UR =10V

Serienwiderstand

Series resistance
Ug =2V, f=30MHz

Gute
Quality
Ug =2V, f=30MHz

44

Ur

Min. Typ.

0,85

20

45 55
46
35

0,5

200

Max.

0,95

100

65

11

nA

pF
pF
pF
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Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Nachstimmschaltungen in VHF- und UHF-TV-Tunern

Applications: AFC in VHF and UHF-TV tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE
K Normgehause
—? Case
26 72 26— 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute ‘maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 30 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 Vv
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur ti 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+150 °C
Storage temperature range
Wirmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I'=5mm, {_ = konstant RithaA 420 K/W

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 121

KenngroBen
Characteristics

i

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 60 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 10V
Ug = 10V, 4= 120°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ugr =2V, f=30MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Ug =2V, f=100MHz

Giite
Quality
Ug =2V, f=30MHz

Serieninduktivitat
Qarine ind: .nfance

SerieS INGuci

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

% 74 968 ™
‘D
20
pF
16
f= 100 MHz
\ 4=25°C
\
12
\ I\
\ Streugrenzen
8 ~, Scattering limits
NN
NN T~
N -\_ Pt
4 i
(] 10 20V
UR——

48

Min, Typ. Max.
Ur 0,85 0,9 \"
Ip 3 25 A
Ig 10 pA
Cp 8 10 12 pF
s 09 2 Q
0 600
Lg 5 nH
? 74 9867 ™~
CDn
c C,
103 On = Cp(7=25°C)
f =30MHz
f /
Up=2v 2
Y
102 e
4 '//
1,01 Vs
/
A
1
0 s
/
A
,99
0,98
50 100 °C
t ' ——
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Silizium-Kapazitats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
11 i
j Normgehause
26 72 26 Case
51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 30 \'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 30 \Y
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —55..+150 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ =5mm, {i = konstant Rinia 420 K/W

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 124

KenngréBen
Characteristics

4= 25°C, fails nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung

Forward voltage
'e = 60 mA

o

Sperrstrom

Reverse current
Ug =20V

Ug =10V, f; = 120°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance

50

Ugr =2V, f=30MHz Gruppe: 50
Group: 55
60
Serienwiderstand 65
Series resistance
Ug =2V, f=100MHz
Glie
Quality
Ur =2V, f=30MHz
Serieninduktivitat
Series inductance
f 74968 T
‘D
100
pF
f =100 MHz
80 tj= 25°C
1
60h\
> Streugrenzen
Y\ I\ Scattering limits
‘H\‘
N
40 NN TS
~\ ‘\ ~—d
e I~
20 ot
(o] 10 20V
B

Min. Typ. Max.
(’/TF 085 0,8 v
IR 50 nA
I 15 pA
Cp 44 51 pF
Cp 49 56 pF
Cp 54 61 pF
¢p 59 66  pF
Ts 0,5 Q
0 190
Lg 5 nH
? 74 967 ™~
CDn
c C
3 On ® G5 =25°C)
103 7 e300t
! /
Uﬂ.zv /'
102 o o
/ » 'j,
1,01
p 4
y 4
10
/1
/
0.99
0,98
(] 50 100 °C
t ‘ —
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Silizium-Kapazitéats-Diode
Silicon capacitance diode

Anwendungen: Automatische Nachstimmschaltungen in VHF-Tunern

Applications: AFC in VHF tuner

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

22,6 20,55

1

26

—

26 72
sn7

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wiarmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
[ =5mm, t = konstant
constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Rinaa

Normgehéuse

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

max. 0,29

30 \'

30 Vv

150 °C
—55...+150 °C

Min. Typ. Max.

420

KIW

51
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KenngréBen
Characteristics

! unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben

I = 60mA Uz
Sperrstrom
Reverse current
UR =10V, tj = 120°C IR
Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =12V, f=30MHz Gruppe: 35 Cp
Group: 40 Cp
45 C D
Serienwiderstand 50 Cp
Series resistance
Ug =2V, f=30MHz s
Gite
Quality
Ug =2V, f=30MHz 0
Serieninduktivitat L
o s
Series inductance
T 74969 T
‘%
f=30 MHz
50 Ay 1=25°C
PFHA\
LN
\
40 \
Streugrenzen
\ Scattering limits
) N
N\ '
30 3 1
\ \\
A N . 8
20 iy
e
10
(0] 10 20V
e

52

Min.

29
34
39
44

Typ.

kS
0
&

0,5

260

Max.

<
©

50
15

36
41
46
51

nA
pA

pF
pF
pF
pF

nH
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BA 147/...

Silizium-Diode
Silicon diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
26 72 j 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung BA 147/25 Ur
Reverse voltage BA 147/50 Ur
BA 147/100 Ur
BA 147/150 Ur
BA 147/230 Ur
BA 147/300 Ur
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm
Repetitive peak forward current )
DurchlaBstrom I
Forward current
Sperrschichttemperatur 4
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ‘stg

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehause

Case

51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g

25 \'
50 \'
100 \'
150 \%
230 \%
300 \%
500 mA
150 mA
150 °C
—55..+150 °C

53




BA 147/ ...

Wirmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

I = 4mm, t; = konstant Rynaa
constant
KenngroBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung

Forward voltage
IF = 50 mA . UF
Sperrstrom
Reverse current
U = 25V BA 147/25 I
UgR = 50V BA 147/50 Ig
U = 100V BA 147/100 IR
URr = 150V BA 147/150 Ig
UR =230V BA 147/230 I
Up = 300V BA 147/300 IR
= 100°C
UR = 10V BA 147/25, BA 147/50 I
Ug = 50V BA 147/100 Ip
Ur = 100V BA 147/150 Ig
U = 150V BA 147/230 Ig
Up =200V BA 147/300 IR

54

Min. Typ. Max.

500

500
500

15

15
30
50
75
100

KIW

nA
nA
pA
pA

pA
pA
HA

HA
pA
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BA 157 - BA158 - BA 159

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernsehgerat

und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode power

supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE #£31 209
CATHODE

5129

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung

Reverse voltage, crest working reverse voltage
BA 157
BA 158
BA 159

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
' =10 ms
Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

S 8/V.2.673/0478 Ausgabe 1

Ur= UprwMm
Ur= UrwM
Ur= UrwMm

Iesm
Iepm

Iepay

Istg

Kunststoffgehéduse
Plastic case

DIN

JEDECDO 7
Gewicht - Weight
max.0,5¢g

400 \
600 \Y
1000 \"
20 A

2,5
400 mA
150 °C
-65...4+150 °C

57




BA 157 - BA 158 - BA 159

f 91317
Rinsa
80
Kiw
/’
1
60 /r
7
40 -
1/ ! / | ||
7/ -
20 IL-
constant
o Fig.2
5 10 15 20 25mm
| ——
Wirmewiderstand Min. Typ
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Fig. 2
Junction ambient
IL = konstant, /=15 mm RthJA
constant
I=o0 Rihya?)
KenngroBen
Characteristics
DurchlaBspannung
Forward voltage
=n - 1
Ig=1A, ] 25°C Ugh)
Sperrstrom
Reverse continuous current
Ur = 25°C IR‘)
)j = 100°C R)

Riickwaértserholzeit
Reverse recovery time

tj = 25°C

t
"y R=0,01,1,=03ms

P

?) AnschluBdréhte ungekiirzt, keine Warmeableitung {iber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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A4 BA 173

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Klemmschaltungen in Farb-FS-Geréten mit hohen Betriebsspannungen

Applications:  Clamping circuits in colour TV-receivers, with high supply voltage

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 £0,55
CATHODE
1L I
j Normgehé&use
26 72 26 Case
s 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
p
T= 0,01, Ip < 0,1ms URRM 350 \'
Sperrspannung Ur 300
Reverse voltage
Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current
t
p
T= 0,01, v < 10ms IrpMm 3 A
DurchlaBstrom I 300 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —65...+160 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 173

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient
7

— o — kanatant
=4mm. H = konstant

constant

KenngroéBen
Characteristics

lj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 300V

Diodenkapaziiat
Diode capacitance
f=1MHz, Ug = 30V
Ur = 150V
Rlckwartserhoizeii
Reverse recovery time

IF = IR = 1OmA,iR = 1mA

Ynr

01 pT
O— ¢

741014 Tfk

60

Min. Typ.
RihdA
Ur
IR 0,08
Cp
Cp
tey 350

RL= 2kQ bzw. 33kQ

_Yox100%
Ynr
MeBschaltung fiir:7,

Test circuit for :n,

e

Max.

500

HA

pF
pF

ns



BA 173

74977 T T - 74976 T
? f | ? | 11
F 11 7
IF / lr 1j=80°C » -
’
Bl
= o /’
10 1}=60°C 2s5°c | | | 100
mA i nA
J 1] 7
f 25°C [}
] A
]
L
/ A
1 7 10
I
J
/
0 02 04 06 o8 Vv 1 10 100V
Up — Uy —=
F R
? 74 074 Tk ? 74975 T
IR CD
4
pF
Ug =300V
1
nA
3
4 £=107 MHz
// 1) =25°C
/ :
o1 / N~
4 4
ootk L L1ILLI L] =
0 20 40 80 80 °C V] 50 100 50V
tj — UR —
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BA 173

é T4 079 T ? 74 680 Tik
’ L
re i 1j=80°C
0,8 . 0,8
us { 1=25°C is
N \ N /
3 A 1 4
N\ L
=
0,6 \ y 0,6 N
N I /
A fn_os M
L N
N 1
0.4 N 0.4 L
N ™
B - anil N
T 2 - L 2 T
0,2 0.2 P~
N 5 —_—
01 10 mA d1 10 mA
m m
e - [F —
? 74 978 T
rz, il
100+ UHF 3 l Il=25°C
% }
=y s \RL= 33kQ m
s ™ N
HI~ [
A |
N
N “\ 33 kQ
\ N,
v
10 !
Ly 2kQ
[T
A |
VR
2kQ
1
o1 1 10 MHz -
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AT 74
A 4

BA 176

Silizium-Diode
Silicon diode

Anwendungen: Antennenschutzdiode

Applications: Aerial protection

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

1k
b

26

22,6 £0,55

I

-

517

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 400 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug = 20V

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I R~ 1mA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =2V, f=30MHz

1
1) 7 = 001, fp = 03ms

72

26

UgY?)

I

UR)®)

Min.

Normgehéuse
Case

51A2DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2 g

Typ. Max.

1,5 \

100 \

15 pF

2) Die Diode kann mehrmals die Entladung eines auf 12 kV aufgeladenen Kondensators von 1 nF Gber 2kQ in

DurchlaB- und Sperr-Richtung vertragen.

The diode can endure ior severai times the discharge of a capacitor of 1 nF which was charged at 12 kV

across 2 kQin forward and reverse direction.

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 182

\

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,3 2,4 0,2

KATHOD‘E._J—§2.5 1,2£
e

CATHODE
T Kunststoffgehduse
24 a1 -—_f Plastic Case
128 SOD 23
Gewicht - Weight
max. 0,1g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung UR 35 \
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur t i 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —55...+100 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
= 4mm, IL = konstant RthJA 400 KIW

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 182

Kenngioben Min. Tvp. Max.
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voitage

Ig = 100 mA UgY) 1,2 \
Sperrstrom
Reverse current
UR =20V IR 100 nA
Ug = 20V, 1= 60°C Ir 1 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR = 10pA U(BR) 35 \'

Diodenkapazitat
Diode capacitance
f= 1MHz, Ug = 1V Cp 21 pF
Ug =20V Cp 0.8 1,25 nF

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance

Ig = 5mA, f'= 200 MHz r 05 07 Q
? 76983 f 74984 Ttk
‘p i
3 15
f=1MHz Q
pF 1=25°C
f =200 MHz
AN 1y =25°C
2 \ ~
\ N
AN o
\\ N N Seattering limit
N
N N ~-
1 S 05
™ - N
r
o [0}
0,1 1 10V 1 10 mA
” UR — - F —

66
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BA 204

- Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purpose

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE

CATHODE

26

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
t p <1 ps

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchiaBstrom
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

3,9

UrRM

Normgehause

Case

54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight

60

50

N

s
(4]
Q

200

150

200

—65...+200

max. 0,15¢g

mA

mA

°C

°C

67



BA 204

Wirmewiderstand
Thermai resisiance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
! = 4mm, t, = konstant
~ constant

KenngroBen
Characteristics

68

4 = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Un = 30V

UR =30V, tj = 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
7 R =1 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Urg=0, f=1MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, iR = 1mA

1
1 Tp =001, 1, = 03ms

YR 50

Typ.

Max.

10

nA

pA

pF

ns



BA 204

74342 Tk f 74988 Tk
Vi
? /
Ie s
300 /I
mA
tj=100°C
100 100 PPy -
fi—f nA : =
et
Streugrenze
30 #7 | Scattering limit ||
l‘/
25°C //’ //
10 ‘ 10
7 J 7 -
/A 7/ 7
/ =
- up
, A, 3
0,3 0,5 0,7 09V (o] 10 20V
U — U ——
F R
? 74341 T
)
5
\
pF A) Streugrenze
N Scattering limit
4 - &
f=1MHz
1j=25°C
2
[f—
1
o] : 5 oV
R
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v BA 243 - BA 244

Silizium-Planar-Dioden
Silicon planar diodes

Anwendungen: Bereichsumschaltung in VHF-Tunern

Applications: Band selector in VHF-tuners

Besondere Merkmale: Features:
@ Niedriger differentieller DurchlaBwiderstand ® Low differential forward resistance in
im VHF-Bereich VHF-range
@® Kleine Diodenkapazitat @ Low diode capacitance

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

8108 KATHODE 21,9 20,55
CATHODE
' , ) Normgeh&use
26 3,9 26 Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,159
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings”
Sperrspannung Ur 20 \'
Reverse voltage
DurchlaBstrom Ig 100 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur 4 : 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —55...+150 °C
Storage temperature range
Waérmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung Ripia 350 K/IW

Junction ambient

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BA 243 - BA 244

Kenngroiien
Characteristics

72

. = 95°0
tj 25°C,
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current
Ug =15V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug = 15V, f= 100MHz

Serieninduktivitat
Series inductance

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
Ig = 10mA, f= 200 MHz BA 243
BA 244

Typ.

13
25

0,7
04

Max.

100

o
[

nA

pF
nH

folt e}
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BA 479

Silizium-PIN-Diode
Silicon-PIN-Diode

Anwendungen: Stromgesteuerter HF-Widerstand in regelbaren Netzwerken
Applications:  Current controlled HF resistance in adjustable attenuators

Besonderes Merkmal: Feature:
@ GroBer Frequenzbereich 10 MHz...1 GHz ® Wide frequenc . range 10 MHz...1 GHz

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0.3 24 2 Kunststoffgehduse

%__\__{- (— Plastic case

SOD 23

\___L.( . f Gewicht - Weight
KATHODE 2,5 "2{%

CATHODE max. 0,1 9

24 4,1 ——17 T

12,5

5121

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung UR 30 \
Reverse voltage

DurchlaBstrom I 50 mA
Forward current

Sperrschichttemperatur 4 125 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg =556 ... +125 °C
Storage temperature range

S 8/V.2.672/0478 Ausgabe 2
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BA 479

KennardBen Min. Typ. Max.
Characteristics

tamh = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung

Fo voitane
i ag

Ir = 50 mA UF 1 \
Sperrstrom
Reverse current

UR=30V IR 50 nA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0, f= 100 MHz (@) 0,5 pF

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
IF =1,5mA, f=100 MHz f 50 Q

Sperrimpedanz
Reverse impedance
UR - 0, /'~ 100 viHz zr 9 kQ

? N 78 2414
I, \\
f \‘
N f>20 MHz
1000 N | emo=25
Q N
N
100 ‘
X
N
N
10 N\
1
0,001 0,01 0,1 1mA
lF i

74
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A 4 BAV17 % BAV 21

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendung: Allgemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE . 219 20,55
CATHODE
i ;
26 3,9 ? 26 Normgehéuse
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung
Reverse voltage
BAV 17 UR 25 \"
BAV 18 Ur 60 \Y
BAV 19 Ur 120 \Y
BAV 20 Ur 200 \"
BAV 21 Ur 250 \Y
DurchlaBstrom Ig 250 mA
Forward current
StoBdurchlaBstrom
Peak surge forward current
Ip S1s, 4= 25°C Iesm 1 A
SpitzendurchlaBstrom
Forward peak current
f=50Hz Iem 625 mA
Sperrschichttemperatur Y 175 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg —65...+175 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAV 17 i BAV 21

Warmewidersiand
Thermal resistance

Speirschichi-Umgebung
Junction ambient
[ = 4 mm, 0= konstant

nnnoiani
Consant

KenngroBen
Characteristics

]

DurchlaBspannung
Forward voltage

[F = 100 mA
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 20V
LTR = 53 ‘vl
Ug = 100V
Ur = 150V
Ur = 200V
1= i00°C
Ug = 20V
Ur = 100V
Ur = 150V
Ur = 200V
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ir = 100 yA

Diodenkapazitat

Diode capacitance

Ur =0,/ =1MHz

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
1 F= 10mA

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

Ig = Iy = 30mA,ig = 3mA, R = 100Q

1
1) —;’ =001, 7, =03ms

76

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

BAV 17

AV 2o
DAY 10

BAV 19
BAV 20
BAV 21

BAV 17
BAV 18
BAV 19
BAV 20
BAV 21

BAV 17
BAV 18
BAV 19
BAV 20
BAV 21

Min. Typ. Max.

RinJA 350 K/W
Ur 1 Vv
Ig 100  nA
R 100 nA
IR 100  nA
Iy 100 nA
Iy 100 nA
I R 15 pA
IR 15 pA
UsR)Y 25 v
Usr)Y 60 v
UgRryY 120 v
Ugr)?Y 200 v
U (BR) 1) 250 \
Cp 15 pF
ey 50 ns
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v BAW 24 i BAW 27

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes
Anwendungen: Als schnelle Schalter in Kernspeichern

Applications: High speed switch in core memory

Abmessungen in mm

Dimensions in mm s KATHODE #19 - 20,55
CATHODE P

In T
L T

26 3,9 26
Normgehéause
Case
54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten BAW 24 BAW 26
Absolute maximum ratings BAW 25 BAW 27
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 50 75 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 40 60 \"
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =1ps I FSM 4 A
DurchlaBstrom I 600 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 IFAV 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, ¢ = 45°C Py 440 mwW
t L < 25°C P Vv 500 mwW
Sperrschichttemperatur 4 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich [stg —65...+200 °C

Storage temperatuie range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAW 24 i BAW 27

WiErmewideratand

Thermai resisiaiice

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

{ = 4mm, iy = konstant
constant
KenngroBen
Characteristics

]

DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F= 10mA

Ie = 50mA

200 mA

~
-
I

Ig = 400 mA

Sperrstrom
Reverse current
U = 40V
UR =60V
4 = 100°C
Ug =40V
UR =60V
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I R =5 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27
BAW 24, BAW 26
BAW 25, BAW 27

BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27
BAW 24, BAW 25

BAW 26, BAW 27

BAW 24, BAW 25
BAW 26, BAW 27

Ugr =0, f=1MHz, Uxr = 50mVv

Rickwaértserholzeit
Reverse recovery time

Ip = Iy = 10..100mA, ig = 0,1 - Iy

I
1) —;’ = 001, 1, = 03ms

78

*) AQL = 0,65%

In*)
IR"

*t)

tt)

Ig

Usr)"
Uer)"

Cp

Trr

**) AQL = 2,5%

Min.

50
75

Typ.

0,8
0,67
0,92

08
1,05
0,95
1,05

Max.

0,9
0,756
1,0
0,85
1,2
10
1,25

100
100

50
50

<K << <K<K< <

nA
nA

LA
pA

pF

ns
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BAX 12

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode
Anwendungen: Schutzdiode in Fernsprechvermittlungsanlagen

Applications: Protection diode in telephone switching systems

Besondere Merkmale:
@ Definiertes Durchbruchverhalten

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:

@ Controlled avalanche characteristic

KATHODE %25 2055
CATHODE (
: : Normgehéuse
] Case
- 26 41 26 56 A 2 DIN 41883
JEDEC DO 41
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung
Reverse voltage
I(BR) =600 mA, E<5 mWs, { =25°C Ur b} 90 \'
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
' <1yps Iggm 6 A
tp =1s Iegm 1,5 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 800 mA
Repetitive peak forward current
SpitzendurchlaBstrom im Durchbruch
Breakdown peak current
tp =0,1ms I(BR) 600 mA
Sperrschichttemperatur f 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich lstg -65 ... +200 °Cc

Storage temperature range

1) Eine hohere Spannung darf angelegt werden:

a) bei 4 >25°C muB Eum 0,015 mWs/°C
verringert werden

It can be exceeded:

a) when t; >25°C, E must be reduced at the rate
of 0.015 mWs/°C

1 4
a) bei Rechteckimpulsen T=50 ms, JTJ— =0,01 a) by square wave pulse T= 50 ms, % =0.01
/1
b) bei Dreieckimpulsen 7= 50 ms, -% =0,02 b) byright-angle triangle pulse T= 50 ms, E% =0.02

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3
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BAX 12

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

{ = 8mm, /| = Konstant
constant
KenngroBen
Characteristics -

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben

unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200 mA

Sperrstrom
Reverse current

Tl — an\J/
v T ou v

UR =90V, tj = 150°C

Durchbruchspannung

Breakdown voltage
[R = 1imA

Diodenkapazitat

Diode capacitance
Ug=0, f=1MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

Ip = 30mA, Ug = 3V, R|_

R

R
Sperrverzdgerungsladung
Reverse recovery charge

IF = 10mA, UR = 5V, RL = 500Q

80

Min. Typ.

0,85

i20

Max.

i75

35

60
50

0,5

pF

ns
ns

nC



BAX 12

f H 74 12787k
1
A\
ker) \,
N N\
\ b
> Triangular pulse [T1]7]
\ [
100-5 Square -wave pulse N
mA
\
\
\
\
\
\ \‘l
\
5 Tz 50ms
hd =+25°C
N
1
0,01 o1 1ms
p—=
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BAY 68 - BAY 69

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Sehr schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

. Normgehé&use
AI':;mess_unge:n in mm 5100 KATHODE 16 £0.85 Case
Dimensions in mm CATHODE 54 A2 DIN 41880

I n JEDEC DO 35
' " Gewicht - Weight
f max. 0,15¢
26 3,9 26
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
BAY 68 BAY 69
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 35 60 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 25 50 Vv
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =1yps 1, FSM ] 2 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 225 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 150 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Ug=0 Iepy 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, ¢ = 45°C Py 440 mw
t L < 25°C P Vv 500 mwW
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAY 68 - BAY 69

Warmewiderstand

Thermal resistance Min. Typ. Max.

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

! = 4mm, t; = konstant RiniA 350
constant
KenngréBen
Characteristics
t = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
1 F= 100 mA UF *) 1
Sperrstrom
Reverse current
Ug =25V  BAY 68 In" 100
Ug =50V BAY 69 IR" 100
tj = 150°C
Ur =30V BAY 68 IR*™) 100
Up = 50V BAY 69 ™) 100
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I = 100 pA BAY 68 U(BR) *) 35
BAY 69 U(BR) *) 60
Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR=0' f=1MHZ, UHF=50mV CD 5
Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 10mA, ig = 1mA, R =100Q trr 10
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes

Anwendungen: Aligemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm Normgehause
Dimensions in mm KATHODE 22,6 2055 Case
CATHODE 51 A2 DIN 41880
! d JEDEC DO 7
—§ Gewicht - Weight
26 72 2 max. 0,29
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
BAY 86 BAY87 BAY 88
Periodische Spitzensperrspannung UrpM 60 120 350 \'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 50 100 300 \Y
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp =10ms 1 FSM 4 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 800 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 250 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 IFAV 250 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I= 5mm, ¢t < 45°C Py 250 mwW
I > 28 mm, t| = konstant Py 210 mwW
constant
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —55...+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAY 86 - BAY 87 - BAY 88

Warmewiderstand
Thermal registance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

t; = konstant, / — §mm
constant
| = ungekirzt
unbridged
KenngréBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung

Forward voltage
I- = 100mA

Sperrstrom

Reverse current
Ug = 50V
Ur = 100V
Ur = 300V

tj = 100°C

Ug= 50V
Ur = 100V
Ur = 300V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =10V, f=05MHz

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10maA, iR = 1mA, RL = 100Q

*) AQL = 0,65%

88

BAY 86
BAY 87
BAY 88

BAY 86
BAY 87
BAY 88

Iy

Typ.

13

Max.

[y

100
i00
100

10

15
20

2,5

nA
nA
nA
pA

pA

pF

us
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Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Aligemein, fiir sehr hohe Betriebsspannungen

Applications: General purpose, for very high supply voltages

Abmessungen in mm KATHODE 226 90,55 Normgehguse
Dimensions in mm CATHODE Case
51 A2 DIN 41880
d i JEDEC DO 7
_{ Gewicht - Weight
26 72 26 max. 0,2g
5117
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrMm 600 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 500 \'
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
11 p =10 ms 1 FSM 4 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Tepm 800 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 250 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 1 FAV 250 mA
Verlustleistung
Power dissipation
! = 5mm, tL < 45°C Py 190 mW
| = ungekirzt, 1) = konstant Py 160 mwW
unbridged constant
Sperrschichttemperatur t 125 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —55.+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BAY 89

Warmewiderstand

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

t; = konstant, / = 5mm
~ constant
| = ungekiirzt
unbridged
KenngréBen
Characteristics

92

lj=

25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig = 100 mA

Sperrstrom
Reverse current

UR = 500V
Ug =500V, 1; = 100°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance

Ug = 10V, f= 10MHz

Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, iR = 1mA, RL = 100Q

T

Ringa

Ripga

Ug*)

Ig*
IR **) 1)

Cp

tl’l’

1
*) AQL = 0,65% **) AQL = 25% %) 5 =001, 1, < 20ms

Tvp.

0,82

0,11

Max.

420

500

30

10

KIW

KIw

A
pA

pF

us



BAY 89
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BAY 92

Applications:

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

1L
1P

Fast switches, with high supply voltages

Anwendungen: Schnelle Schalter, fiir hohe Betriebsspannungen

22,6 20,55

26 72
517

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung
Reverse voltage

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
t

2 < 0,02, tp <1ms

!

DurchlaBstrom
Forward current

Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, < 25°C

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

UrrMm

Normgehause

Case

51 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,2g

650 Vv
600 Vv
1 A
200 mA
100 mA
230 mwW
150 °C
—65...+150 °C
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BAY 92

Wiarmewideorstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
{ = 4mm, ;| = konsiant

constant

KenngréBen
Characteristics

tj = 25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 100mA

Sperrstrom
Reverse current
U = 600V

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ug =10V, f=1MHz

Riickwaértserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10mA, IR = 1mA, RL = 100Q

*) AQL = 0,65%
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BAY 93

Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode
Anwendungen: Sehr Schnelle Schalter

Applications: Very fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 KATHODE 21,9 20,55
CATHODE

T L}

26 3,9 26

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung URrM
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur
Reverse voltage )
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

t p <1 us 1 FSM
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Irpm

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom Ig
Forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

Un = 0 I CAV/
n I aY
Verlustleistung
Power dissipation
l=4mm, t =45°C Py
t < 25°C Py
Sperrschichttemperatur 4
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehause

Case

54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g

25 Vv
20 \"
2 A
225 mA
115 mA
75 mA
440 mwW
500 mwW
200 °C
—55..+200 °C

97



BAY 93

Warmewiderstand
Thermai resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, t; = konstant
~ constant

KenngréBen
Characteristics

tj= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 10mA

Sperrstrom
Reverse current

Ug = 10V, t; = 150°C

J
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
1’ R =1 |JA
Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0, f= lMHZ, UHF = 50mV

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, iR =1mA

*) AQL = 0,65% **) AQL = 2,5%
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Not for new developments

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0.2

15%45°16 0.7

( —_;_ 254

x P
~
a —*
¥

U
'

>
N
=X
2]
1 11?
|
!
|

:_—?';96
Kunststoffgehduse
Plastic case
SOT 33
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung UR 30 \"
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Lagerungstemperaturbereich Istg —55...+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB 104

KenngroBen

Chara

4= 25°C

Sperrstrom
Reverse current
=230V

1

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
IR =10 }JA

Diodenkapazitét
Diode capacitance

Ug=3V, f =1MHz

Gruppe: griin

Group: green

blau
blue

Ugr=30V, f=1MHz

Kapazitdtsverhdltnis
Capacitance ratio
f =100 MHz

Serienwiderstand
Series resistance

Cp =38 pF, f =100 MHz

? 741530 Ttk
‘D
80
pF
N f=1MHz
N ti=25°C [[|
N
60
\ss 104 Z}::
\
BB 104 orﬁn\
40 green \
A\
N
N
20 \
OC 1 1 10V
UR —

100

Min. Typ. Max.
jﬁ 50 nA
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Cp 37 42 pF
14 pF
Cn s an
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Cp @ov)
0,3 0,4 Q
I’S ’
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|| N\
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BB105A - BB105B - BB 105G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitéats-Variationsdioden
Silicon epitaxial planar capacitance variation diodes

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geréten:
BB 105 A UHF-Tuner bis 790 MHz
BB 105 B UHF-Tuner bis 860 MHz
BB 105G fiur VHF-Tuner, zusatzlich durch einen griinen Farbstrich gekennzeichnet

Applications: Frequency tuning in TV receivers:
BB 105 A UHF tuner up to 790 MHz
BB 105B UHF tuner up to 860 MHz
BB 105 G for UHF tuner in addition marked with a green colour stroke

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,3 2,4 0,2

KATHODE 2,5 1,2 0,7

CATHODE _{_ I—

o

Kunststoffgehause
1 ] Plastic case
o 12,5 SOD 23
Gewicht - Weight
max. 0,1g
Die Kathode ist durch einen weiBen
Farbstrich gekennzeichnet
The cathode is marked with a
white colour stroke
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 30 Vv
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 28 \"
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur t 60 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+60 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB105A - BB105B - BB105G

Kenngrében
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom
Reverse current
UR =28V
Ug =28V, tj = 60°C

Diodenkapazitat
Diode capacitance
f=05MHz, Ug=1V BB 105 A
BB 105B - BB 105G

Ug= 8V
Ugr =25V BB105A
BB 105B
BB 105G
Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio
f=05MHz BB 105 A
BB 105 B
BB 105G
Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 9pF, f= 470MHz BB 105 A
BB 105B
BB 105G

Cp(3v

Cp (25V)

Cp(3v)

Cp(25V)

Ts
Ts

23
20
18

4,5

Typ.

17
17,5
115

0,6
0,7
0,9

Max.

50
05

28
2,3
2,8

08
0,8
1,2

nA
pA

pF
pF
pF
pF
pF
pF

tol olN o]

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich R = 05..28V, betrégt die
Kapazitatsabweichung fiir BB 105 A, BB 105 B max. 3% und fir BB 105 G max. 6%.

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5..28V, is the capacitance

tolerance for BB 105 A, BB 105 B max. 3% and for BB 105 G max. 6%.
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BB 109

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich

Applications: FM-tuning circuits in VHF range

Besondere Merkmale: Features:
® GroBer Kapazitats-Variationsbereich @ High capacitance tuning range
® Garantierte Toleranzen der Dioden ® Guaranted matching tolerances in a set
eines Satzes untereinander from diode to diode

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kunststoffgehause
Plastic case
} 12,5 SOD 23
s Gewicht - Weight
max. 0,1g
Die Kathode ist durch einen gelben
Farbstrich gekennzeichnet
The cathode is marked with a
yellow colour stroke
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 30 \'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 28 \"
Reverse voltage
Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+125 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB 109

Keningroden
Characteristics

= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom
Reverse current
UR =28V
Ur =28V, tj = 60°C

Diodenkapazitét
Diode capacitance
f=1MHz, Ug = 8V,
Ug = 25V

Kapazitatsverhaltnis
Capacitance ratio
f=1MHz

Serienwiderstand
Series resistance

Serieninduktivitat
Series inductance
I =15mm

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammen-
stellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5..28 V,
betragt die Kapazitdtsabweichung max. +1,5%.
Synchronisation deviation: In sets of matched
diodes, in voltage range Ug = 0.5..28V, is the
capacitance tolerance max. * 1.5%.

106

Min, Typ. Max.

Ig 04 50 nA
Ig 0,5 HA
Cpd 26 32 pF
CpY 43 6 pF
Cp(3v)
—_— 5 6,5
CD (25V)
Ty 0,5 Q
Lg 5 nH

* 7418386 T

‘b
\
40
pF \
ll =25°C
30
\
20
10
\
5 \
o1 1 0V
Ug —
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BB 204

Siliziuh-EpitaxiaI-Planar-Kapazitéts-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-Bereich

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

6183

Az
x Normgehéause
1 Case
Gewicht - Weight
max. 0,2g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 30 \'
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current
Lagerungstemperaturbereich tstg —55..+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BB 204

KenngréBen
Characieristics

ti =25°C

Sperrstrom
Reverse current

T

AN

n
U= J3uy

Durchbruchspannung

Breakdown voltage

Ig=10pA

Diodenkapazitat

Diode capacitance
Ur=3YV, f=1MHz

Gruppe:
Group:

Ugp =30V, f=1MHz

Kapazitédtsverhéltnis
Capacitance ratio

£ — 40N AL~
1UV I

;=

Serienwiderstand
Series resistance.

Cp =238 pF, f =100 MHz

* 74986 TIK
)
80
pF
\ f= 1MHz
\ = 25°C 1l
6 N
0 N \Ba 204 blau
blue
\
BB 204 D'ﬁ“\\
40 green
N
N
20 A
OC A 1 0V
%R

108

Min. Typ. Max.
In 50  nA
U(BR) 32 \%
Cp 34 39 pF
Cp 37 42 pF
14 pF
—CD ®3V) 2,5 2,65 2,8
Cp@oV) ’ ' ’
’ 0,3 0,4 Q
s
f 74987 TIK
N
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4
\
\
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N
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BB 205A - BB 205B - BB 205 G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitits-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geriten:
BB 205 A UHF-Tuner bis 790 MHz
BB 205 B UHF-Tuner bis 860 MHz

BB 205 G fiir VHF-Tuner, zusétzlich durch einen griinen Farbstrich gekennzeichnet

Applications: Frequency tuning in TV receivers:
BB 205 A UHF tuner up to 790 MHz
BB 205 B UHF tuner up to 860 MHz

BB 205 G for VHF tuner in addition marked with a green colour stroke

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,3 2,4 0,2

——a

CATHODE

gt 1|
12,5 ——»

5121

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung URRM
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur
Reverse voltage

Sperrschichttemperatur t;
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

KenngroBen
Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom

Reverse current
UR =28V . IR
UR =28V, tj =-60°C IR

B 2/V.2.572/0875 Ausgabe 2

KATHODE 2,6 1.2’0,75
S0

Kunststoffgehduse
Plastic case

SOD 23

Gewicht - Weight
max. 0,1 g

Kathode ist durch einen weiBen
Farbstrich gekennzeichnet
Cathode is marked with a

white colour stroke

30 \

28 \'

100 °C

—55 ... +100 °C

Min. Typ. Max.

50 nA
0,5 pA

109



BB 205 A - BB 205B - BB 205 G

Diodenkapazitat Min. Typ. Max.
Diode capacitance
F —C5MHz Ug= 1V BB 205 A Cp D) 17 pF
BB 205 B - BB 205 G CD‘) 17 pF
Ug= 38V Cph 11 pF
Ug=25V BB 205 A CD D) 2,0 2,5 pF
BB 205 B Cp D] 1,9 2,2 pF
BB 205 G Cph 1,8 2,6 pF
Kapazitéatsverhaltnis
Capacitance ratio Cp (3V)
f =0,5MHz BB 205 A _ 4,3 5,3
Cp (25 V)
C
BB 205 B —D—ﬂ 5,0 6
Cp (25 V)
C
BB 205 G M 4,3 6
Cp(25V)

Serienwiderstand
Series resistance

Cp = 9 pF, f = 470 MHz BB 205 A Is 0,6 08 o
BB 205 B rs 0,7 08 Q
BB 205 G rs 0,9 1.2 Q
? l H|H 761780 f 79 17 81
f=0,5 MHz
CD tamb = 25 °C TKC
16 N\ T1('
pF \
\
\ 1073
‘\
12
N
\\
\\
8 .\
\ 1074
\ N
4 \\\
N
o 105 ‘
1 5 10 50 V 1 5 10 50 v
UH ’ Up—

1) Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5...28 V, be-
tragt die Kapazitatsabweichung max. 3%.

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5... 28 V, is the capacitance

tolerance max. 3%.
110
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Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitéats-Diode
Silicon epitaxial planar capacitance diode

Anwendungen: Abstimmschaltungen im VHF-Bereich und in CATV-Anlagen

Applications: FM-tuning circuits in VHF range and CATV systems

Besondere Merkmale: Features:
@ GroBer Kapazitéats-Variationsbereich @ High capacitance tuning range
@ Garantierte Toleranzen der Dioden @ Guaranted matching tolerances in a set
eines Satzes untereinander =+ 1,5% from diode to diode =+ 1.5%

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

23 2.4 /o—’g Kunststoffgehéduse
%h‘_(— Plastic case
SOD 23
KATHOD:E_L¥2 5 1,2 0,75 Gewicht - Weight
CATHODE _(:I_ (_ max. 0,19
T Kathode ist durch einen orangen-
24 “___{ farbigen Strich gekennzeichnet
} 12,5 Cathode is marked with an
s orange colour stroke
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrrMm 30 \'
Repetitive peak reverse voltage ’
Sperrspannung Ur 28 \'%
Reverse voltage
DurchlaBstrom I 20 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur f 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg =55 ... +100 °C
Storage temperature range
KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics
5= 25 °C, falls nicht-anders angegeben
unless otherwise specified
Sperrstrom
Reverse current
Ug=28V Ig 50 nA
Ug=28V, 4= 60°C In 0,5 pA

B 2/V.2.5692/0676 Ausgabe 2



BB 209

Min. Typ. Max.
Diodenkapazitat
Diode capacitance
S =05MHz, Ug= 1V Cp b} 31 pF
Up= 3V Cph 21 pF
Ug=25V Cp D) 2,6 3,0 pF
Kapazititsverhaltnis
Capacitance ratio Cp( 3
f =05MHz z:—-(-“-!)— 6,8
D (25
Serienwiderstand @V
Series resistance
Cp = 12 pF, f = 330 MHz Ts 0,85
Gite
Quality
Ug= 3V, f= 50MHz (0] 180
UR =25V, f =300 MHz [0 250
Serieninduktivitét
Series inductance
I=7mm Lg 4,5 nH
* ¥ 761883
CD = 0,5 MHz
4=25 °C
40
pF \
\
30 \\
\
\
20 \
\
\
4Mn M|
w l"
N
o1 1 0oV
. UR -

b} Gleichlaufabweichung: In satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5...28 V,
betrégt die Kapazitatsabweichung max. + 1,5%.
Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Ug = 0.5... 28 V,
is the capacitance tolerance max. + 1.5%.
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BB 304

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitits-Zweifachdiode
Silicon epitaxial planar dual capacitance diodes

Anwendungen: Abstimmung von zwei getrennten Kreisen und Gegentaktschaltungen im UKW-
Bereich, speziell fur Autoradios

Applications: Tuning separate resonant circuits, pust-pull circuits in VHF range
especially for car-radios

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

200 Normgehéause

6163 Case

10 A3 DIN 41868

Azr | JEDECTO 92

K 2,54 25,2 { Gewicht - Weight
A ’ )

1 / % ‘ L i * max. 0,2 g

42 = le—52—m 2 20,5
11,2 —]

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung UrrM 32 \
Repetitive peak reverse voltage

Sperrspannung Ur 30 \
Reverse voltage

DurchlaBstrom I 100 mA
Forward current

Sperrschichttemperatur L 100 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich -55...+100 °Cc

Storage temperature range

KenngroBen Min. Typ. Max.
Characteristics

4= 25 °C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Sperrstrom

Reverse current
Ur=30 \" g 50 nA
Ur=30V, ti =60°C I 0,5 HA

S 8/V.2.707/0279. Ausgabe 1
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BB 304

114

Diodeikapazitat
Dinde capacitance
Ug=2V,f=1MHz

Gruppe/Group: rot/red
gelb/yellow
wei/white

griin/green
blau/blue

Kapazitdtsverhéltnis
Capacitance ratio
f=1MHz

Serienwiderstand
Series resistance
Cp = 38 pF, /=100 MHz

Gite
Quality
Cp = 38 pF, f =100 MHz

') Bei Bedarf in farbcodierten Gruppen lieferbar.
Available in colour-coded groups, if neccessary.

Min.

Min.

42

42
43
44
45
46

100

TYp.

0,3

150

Max.

47,5

435
44,5

45 0

2,2

46,5
47,5

1,75

0,4
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BB 505 B - BB 505 G

Silizium-Epitaxial-Planar-Kapazitats-Variationsdiode
Silicon epitaxial planar capacitance variation diode

Anwendungen: Frequenzabstimmung in FS-Geréten:
BB 505 B UHF-Tuner bis 860 MHz
BB 505 G fiir VHF-Tuner

Applications: Frequency tuning in TV receivers:
BB 505 B UHF tuner up to 860 MHz
BB 505 G for VHF tuner
Vorliufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

9108 KATHODE 21,6 20,55

CATHODE Normgehduse
n Case
f it 54 A2 DIN 41880
f JEDEC DO 35
26 3,9 26 Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 30 \
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 28 Vv
Reverse voltage
Sperrschichttemperatur g 100 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55...+100 °C
Storage temperature range
KenngréBen Min. Typ. Max.
Characteristics
t]- = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
Sperrstrom
Reverse current
UR =28V IR ‘ 50 nA
Ur=128Y, 4= 60°C IR 0,5 pA

S$8/V.2.705/0279 Ausgabe 1
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BB 505 B - BB 505 G

Diodenkapazitit
Diode capacitance
/= 0,56 MHz, Up=
UR =
UR =

Kapazitatsverhéltnis
Capacitance ratio
f=0,5MHz

Serienwiderstand
Series resistance

1V

3V

25V BB505B
BB 505G

BB 505 B

BB 505 G

Cp =9pF, /=470 MHz BB 505 B

BB 505 G
f [ [ [ ] || [rerree]
J=0,5 MHz
CD \ famb = 25 °C
16
pF X I
\
12
8
\
4 N
\\
0
1 5 10 50V
UR —_—

D(3v)

D (25V)

D(3v
D (25 Vv)

I

——

TKc

x|=

1073

104

1078

Min. Typ. Max.
17 pF
11 pF
2,0 2,3 pF
1.8 2.5 oF
4,5 58
4,3 6
0,7 0,8 Q
0,9 1,2 Q
791781
N
N
N
AN
10 50V
Up—

l) Gleichlaufabweichung: in satzweisen Zusammenstellungen, im Spannungsbereich Ug = 0,5..28 V,

betragt die Kapazitdtsabweichung max. 3 %.

Synchronisation deviation: In sets of matched diodes, in voltage range Up = 0.5..28 V, is the capacitance

tolerance max. 3 %.
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BY 201/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
geréat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Wesentliche Merkmale:
@® Hohe Sperrspannung
® Kurze Schaltzeit
® Geringe Umschaltverluste

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Features:
@ High reverse voltage
® Short switching time
® Low switching loss

5129

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings-

Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
f<20kHz, t <12ps

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage

Fig. 1

KATHODE %31 20,9
CATHODE
Il } il
1 i
!
26 6,4 26
BY 201/2 UrrM
BY 201/3 URRM
BY 201/4 URrM
BY 201/5 URrM
BY 201/6 URRM
BY 201/2 Ur = Urwm
BY 201/3 Up = URWM
BY 201/5 Ur = UpwMm
BY 201/6 UR = UHWM

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3

Kunststoffgehause

Plastic case
~ JEDEC DO 7

Gewicht - Weight

250
350
450
550
650

200
300
400
500
600

max. 0,59

< <K << <

< <K<<<
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BY 201/...

DurchiaB8strom, Mittelwert

Average forward current

Fig. 3bei Uy <100V
Riphga < 100°C/W
Ripga < 50°C/W

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp < 10ms

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

? 741318 T
’j
°C
BY 201/2
/ 7201/3
/ BY201/4
150 S TT T/ ,evaoiss ]
S J1 1/  evaoi/e
~ [T 1/]
N <t 4V 1
100 — - ‘l/nwu |
L \l‘/R ]
50
Fig.1
(o) 200 400 600V
Ur: Upwm—

118

IFAV 09 A
Teay 15 A
Tern 6 A
Irsm 30 A
Tj 150 °C
stg -40..+125 °C
? 791317
Renia
80
Kw
>
w /'
4
40
A I syt L]
) T
20 ' constant
o Fig.2
5 10 15 20 25mm
| ——



BY 201/...

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
tp = konstant, / = 15mm Fig. 2
constant
| = o0

KenngréBen
Characteristics
5= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchiaBspannung
Forward voltage
Ig = 1A

Sperrstrom
Reverse continuous current
Ur.
U, 4= 125°C
Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR = 1A, iR = 100 mA

beim Umschalten von:
by switching from:

di
IF = 1,0A, UR = 50V,

a = 1,0A/pus

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

frn
1) T" =001, 1p = 0,3ms

Ringa

Rihga?

Ug?)

IgY
IRgY)

2) AnschluBdrahte ungekirzt, keine Warmeableitung ber Halterung

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder

Min. Typ. Max.

50

100

1,2

500

200

350
60

K/W

KIw

ns

ns

nC
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BY 201/...

LI} LITTITITIT ] eee
tj“ lamb 1 ! f =80 Hz. ?ff)‘e's\f?,'\'f"g
! ! Renga <100 K/W
! == == Riha 350 K/W, Fig.2
1 aveoyz | | | |
°c / Bv201/3| |
b BY201/4
lamb=25°C n
A‘ \ T a BY201/5
X I ™ / BY201/6
\ 45°C ~ b
L /
N 100 ! ~ L
\ \ 60°C ™~ .
‘\ ’ ] \\
\ 75{0 L T~ Tt
\ 1’ \\ \§Nh~
\ 100°C \\.\‘ ~'~§-
50
\ l ™ Tt
N I i
N \ 125°C — ~
~—
\\ N P—t— |
1 [~ ]
Fig.3 \ N —
2A 1 [0} 100 200 300 400 500 600V
~—lepy URWM -
A O A * A AN . 791320
N S B I I N
1 TTT 1 111 7 L7 ! LA
UpwmS50V thp 17 e \1
RiniaS100 k/w : i
L
Iamb=125°C 10Q°C 75°C 60°C 45°C 25°C
100 Wi v
. K/W RER
?=0,5 A
50
\\ AN
p1
22— | \\
L1
01 _,_// L
;11—4 410 L "I Vi
0,05 1] ~ NN
' - | /// 5 \
00! e
L H 0,01 \
/’P/
1 Fig.4]
0,01 o1 1 10ms of 1 10A
tp——> IRFM —
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BY 201/...

f 741315 ™
le
10
A
8 ’ tz;=25°c
’ 7=0.01
’ 1p=03ms
6
a4
]
/
/
Fig.5
(o) 2V UF
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BY 203/...

Silizium-Mesa-Dioden

Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-

gerdt und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

5120

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage

BY 203/12
BY 203/16
BY 203/20
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
o <01ms

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom
Forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Kunststoffgehause
Plastic case

~ JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,5g

1200
1600
2000

20

2,5

250

150

—65..+150

< <<

mA

°C

°C
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BY 203/...

Wirmewlderstand

Lt

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient

ti = konstant, / = 5mm

constant

KenngréBen
Characteristics

t = 25°C

DurchlaBspannung

Forward voltage

| = o0

Ig = 200mA
Sperrstrom
Reverse current

Ug = 700V

Ur = 1000V

Ug = 1200V
Durchbruchspannung

Breakdown voltage

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time

IF = IR = 10mA, IR = 1mA

4
1) £ =001 1, = 03ms

761918

200
°C
160 BY 203/12
i N \" anosl};"\\“l“']“
20 ] N TN TR
i~ = Uram
e SR
80
40
0 400 800 1200V
%R UrRm —
Min.
Rihga
Rihan?
UrY)
BY 203/12 Iy
BY 203/16 IR
BY 203/20 IR
BY 203/12 UgR) 1200
BY 203/16 UgR) 1600
BY 203/20 UgR) 2000
trr

Typ.

[o1]
o

100

24

N

550

2) AnschluBdrahte ungekiirzt, keine Warmeableitung tber Halterung

K/wW

K/W

pA
WA

< <<

ns

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 204/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode
power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 23,1 20,9
CATHODE
I | Il
' * ' Kunststoffgehause
) . Plastic case
i 6 26 ~ JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,5g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage

BY 204/4 Urwim 400 v
BY 204/8 UrwMm 800 v
BY 204/10 UrwMm 1000 \"
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp < 0,ims IFSM 20 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 2,5 A
Repetitive peak forward current .
DurchlaBstrom Igpy 400 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich tstg —65...+150 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BY 204/...

f 761918
A
i
200
°C
BY2041/4
1680 A av 204710
A\ Bv 20478 |} T
N ~d
AN S LT
120 N I
~~\UR -
80
40
[} 200 400 600 V
Ur'%rm —
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resista
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
| = konstant, / = 5mm Ripaa 50 K/W
constant ,
=00 RingA ) 100 K/W
KenngroBen
Characteristics
f = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200 mA Ug?Y) 1,2 \"
Sperrstrom
Reverse current
Ur = 250V BY 204/4 Ir 2 pA
U = 500V BY 204/8 Ig 2 HA
Ug =600V BY 204/10 Ir 2 uA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I = 100 pA BY 204/4 U(BR) 400 Vv
BY 204/8 U(BR) 800 \'%
BY 204/10 U(BR) 1000 \
Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 10mA, ig = 1mA ter 550 ns
1) L = 0,01, t, = 0,3ms 2) AnschluBdrahte ungekirzt, keine Warmeableitung iiber Halterung
T P

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 211/...
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Not for new developments

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
@® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
® Kurze Schaltzeit @ Short switching time
® Geringe Umschaltverluste ® Low switching loss

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

27 6
15
5 209 Kunststoffgehause
Plastic case
8 Gewicht - Weight
max. 1g
Kathodenseite durch
Farbstrich gekennzeichnet
Cathode indicated
Absolute Grenzdaten by colour stroke
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
f<20kHz, < 12ps BY 211/2 URRM 250 Vv
BY 211/3 URrM 350 Vv
BY 211/4 URRM 450 \Y
BY 211/5 UrrM 550 v
BY 211/6 RRM 650 \
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 211/2 Ur = Upwm 200 \"
BY 211/3 Ur = UrwMm 300 Vv
BY 211/4 Ur = Upwm 400 \'
BY 211/5 Ur = Urwm 500 v
BY 211/6 Ur= UrwMm 600 \Y

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BY 211/...

DurchiaBsirom, Mittelwert
Average forward current
Ug < 100V

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

TdAl AT ivAlRiaRakbram
SIULUUTCIiao3u Gine

Surge forward current
tp < 10ms

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrechicht-LImgehung
Junction ambient
t = konstant, / = 15mm
constant

KenngroBen
Characteristics

5= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
IF = 1A
Ig = 6A

Sperrstrom

Reverse continuous current
Urwm
URWM‘ tJ =125°C

Ruckwartserhoizeit
Reverse recovery time
IF = IR =1A, iR = 100mA

d
Ig=15A, UR = 50V, d?l — 15A/ps

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

1
1 ?" =001, 1, = 03ms

128

Iepy
IeRM

Tesm

stg

Ringa

UgY)
U

IgY
IrY

2,0
12

50
150

—40..+125

Typ.

Max.

50

1,0
1,15

500

350
350

140

°C

°C

KIW

pA
HA

ns

ns

nC
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BYV 12 . BYV 16

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-
sehgerét und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Besondere Merkmale: Features:
® Hermetische Glaspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
@® Gute Wéarmeableitung lber die ® Heat conduction through the connect-
AnschluBdréhte ing terminals
@ Kleiner Sperrstrom @ Low reverse current
@ Soft recovery Verhalten @ Soft recovery characteristic

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2FARBRING 233 0085

2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE I.COLOUR RING Sinterglasgeh&use
i + / Sintered glass case
' " Gewicht - Weight
. 26 46 26— max. 0,49
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring
braun
Cathode terminal Colourring
brown
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colourring
Fig. 1 BYV 12 Ur= Uram 100V rot
red
BYV 13 UR= UrrM 400V orange
orange
yellow
green
BYV 16 UR:’ URRM 1000V blau
blue

S 8/V.2.620/1079 Ausgabe 3
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BYV 12 > BYV 16

StoBdurchlaBstrom Ipgm 30 A
Surge torward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 9 A
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

p=180° Fig. 2,5 Irav 15 A

Sperrschichttemperatur f 175 °C
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich tstg -65...+175 °C
Sorage temperature range

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4 Rinia 100 K/wW
Junction ambient

I=12mm, 7| = konstant Fig.3 RiniA 45 KIW
nnaot +

KenngroBen

Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage

Ig=1A Ug* 1,5 v
Sperrstrom
Reverse current .
Ur= UprMm g™ 1 LA
UR = URRM’ lj = 100°C IR **) 30 50 pA

Riickwértserholzeit
Reverse recovery time
I =100 mA, Ip = 200 mA, iR=50mA - 300 ns

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

di
Ip=1A —

25 =5 Alus O 200 nC

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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BYV 12 i BYV 16

f 78 2139
‘j
2000 BYV 12 BYV 14
C BYV13 BYV 15
/ BYV 16
160 7 1] =
Rypya= 45 KIW
D | 100 K/w
120 =
80
40
Fig.1
[0} 400 800 1200 V
Up—=
t 78 2142
Renaa U
100
K/W/[ ]
= konstant
L~ constant
80 - ”
P4
60
40
4
20
Fig.3
(o] 8 16 24 mm
[ —o

? 77 2148
k
1,0 >
) /'
0,8 P
0,6 = Trav
y Igay (9=180°)
0.4
0,2
Fig. 2
o 40° 80° 120° 160°
{p—>

Ihl

Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke: 1.5 mm
Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1,5 mm
Repga <100 K/wW

Fig.4 781732
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BYV 12 i BYV 16
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BYV 12 i BYV 16

I I AN U A {1[ 78 2147
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N
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BYV 12 * BYV 16
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@> BYW 32 BYW 36

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-
sehgerét und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Besondere Merkmale: Features:
® Hermetische Glaspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
@ Gute Warmeableitung iiber die @® Heat conduction through the connect-
AnschluBdréhte ing terminals
@® Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current
@ Soft recovery Verhalten @ Soft recovery characteristic

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

2FARBRING 233 20,85
2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE [.COLOUR RING
JL I
LI - r
la— 26 —o-l=- 46 —o-=—"26 —>| Sinterglasgehduse

— s101

Sintered glass case
Gewicht - Weight
max. 0,4 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring

orange
Cathode terminal Colour ring
orange
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
Fig. 1 BYW 32 UR = UrpM 200V rot
red
BYW 33 UR = URrM 300V orange
orange
BYW 34 Ur = URrM 400V gelb
yellow
green
BYW 36 UR = URRM 600 V blau
blue

B 2/V.2.619/1076  Ausgabe 3
135




BYW 32 i BYW 36

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

p=180° Fig. 2, 5

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4

Junction ambient

/=12mm, r| = konstant Fig.3

constant

KenngroBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig=1A

Sperrstrom
Reverse current

Ur= UrrM

UR = URRM’ tj = 100°C
Rickwaértserholzeit

Reverse recovery time
Ig=05AIg=1Aig=0,25A

*) AQL =0,656%, **) AQL =2,5%
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BYW 32 = BYW 36
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Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1,5 mm
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BYW 32 . BYW 36
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BYW 32 &

BYW 36
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BYW 32 * BYW 36
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A\
<@> BYW 52 i BYW 56

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes
Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale: Features:
® StoBspannungsfest @ Controlled avalanche characteristics
® Hermetische Glaspassivierung @ Hermetically sealed glass passivation
® Gute Warmeableitung tber die @ Heat conduction through the connecting
AnschluBdrahte terminals
® Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current
@ Hohe StoBstrombelastbarkeit @ High surge current loading
@® Auch als ,Giitebestéatigtes Bauelement” @@ Also available as “Qualified semicon-
nach: ductor device” according to:
VG 95288 oder VG 95288 or
CECC 50000 und nach CECC 50000 and
GfWH 0000 als HIREL-Bauelement: GfW H 0000 as HIREL-device:
DS 117 lieferbar DS 117
Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden: Electrically data resemble the diodes:
BYW 52 1 N 5059 BYW 52 1 N 5059
BYW 53 1 N 5060 BYW 53 1 N 5060
BYW 54 1 N 5061 BYW 54 1 N 5061
BYW 55 1 N 5062 BYW 55 1N 5062

Abmessungen in mm

Dimensions in mm 2FARBRING 533 2085

. 2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE [COLOUR RING
m | i Sinterglasgehéuse
i f Sintered glass case
Gewicht - Weight
oo 20 48 26 max. 0,4 g
Absolute Grenzdaten )
Absolute maximum ratings
KathodenanschluB 1. Farbring
griin
Cathode terminal Colourring
green
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
BYW 52 Ur = Urrm 200V rot
red
BYW 53 Ur = UrrMm 400V orange
orange
BYW 54 UR = URRM 600V gelb
yellow
BYW 55 UR = URRM 800V gn'.'ln
green
BYW 56 Ur = UrpMm 1000V blau
blue

B 2/V.2.561/0875 Ausgabe 3 141



BYW 52 i BYW

56

SioBdurchilaBsirom Fig. 2

Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3,5

Avaramo forward onirront
AVerage ronvara SuUirent

Impulsleistung im Durchbruch
Pulse avalanche peak power
Ip = 20 us Sinushalbwelle
half sine wave

tj = 175°C

Zulassige Energiebelastung

bei Avalanchebetrieb Fig. 6

nicht periodisch

(Abschaltung Induktiver Last)

Max. pulse energy in the

avalanche mode,

non repetitive

(inductiv load switch off)
I(RR\R = 1A, I = 175°C

Grenzlastintegral
i2 - t-rating
Sperrschichttemperatur

v
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

/' =12mm, | = konstant
constant

KenngréBen
Characteristics

}j = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig.9
Forward voltage

I =1A
Sperrstrom Fig. 10
Reverse current

Ur = Urrm

UR = URRMy l‘j = 100°C

*)AQL = 0,65% **)AQL = 2,5%
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Fig. 1

Fig. 4

Fig. 3
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Ringa
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g™
IR**)
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12
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20
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Min. Typ.

0,9

01

A
A
A
w
mWs
A2.s
°C
°C
Max.
100 KIW
45 K/W
1,0 Vv
1 pA
10 pA



BYW 52 i BYW 56

Min. Typ. Max.
Durchbruchspannung

Breakdown voltage
IR = 100 pA U(BR)R 1600 \"

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance

Ug =0, f=047MHz Cp 50 pF
Riickwartserholzeit

Reverse recovery time
IF= IR= 100mA,iR= 10mA trr 6 us

i
Ug = 50V, Ig = 1A, - = 5A/ps ter 2 s

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge
di

Ig= 1A, 5 = 5A/ps Orr 3 uC

79 1690 Tk
? L= }
£ T T I'llllll.l 1
Al e Fsm
1000 o
mWs \\ 1j=175°C
\ Ugr)p=1600V IrsM|
\\ 100 ! /2\_ ___/'\_
N A 10ms
\\ 50 20 ms —=
100 N T
\ \ ™~ M= 0 e
AN ,JURRM=soov \:
N\ 10
leRR I:[ \\~ N\ 26%C
UsrIR 5 \\\
10 A
B , \175°C
u bR
T 1
1 Fig. 1 Fio2]
0,01 Rl 1A 1 5 10 50

IBRIR—™ n—e



BYW 52 ©* BYW 56

s T 25
T 78 2142 !—o— ! —-—-—!
Rinda L | | |
! I H 7
100 AT
...... T |
RAiw 4 -+ T e c—— 50
\,(konsunl A}]( | [[»
L™ constant |
80
p.d |
4 |
r =1
2
60 50
l
b 1
40 | H 1 3
Tt =}
p Epoxy Glas Hartgewebe, Plattenstirke: 1,5 mm
20 Epoxy glass hard tissue, board thickness: 1.5 mm
Repga =100 K/w
Fig.3 Fig.4 781732
o} 8 16 24 mm
| ——=
i e s a1 | TH = s
Zthp Upaw =100 v 1]
i Agnga=100 K/W {11
1 A
i { Bl
' J 200
K/W
|
1 = \
£=05 A H
=T ra 50
AT
0,2 L1 LY r
s | s s | cnpuin | cm— T | rdl I I 20 ‘
pd
I | b f \
H1Lry |11
ol Ll = Tl y 10 \
T 17 h N rams=257c
0,05 - E 1 \ 45°C
st | et |11 P 5 o
1 1 P 60°C
0,02 — T il j0°C
| — 111 T A 1 |'|1 100°C
oo ] 2 1]
e dunll [
10°% 1073 102 10" 10° 10' s 1 10 A
fp —_— IFRM —_—

144



BYW 52 & BYW 56
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<@> BYW 72 > BYW 76

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fern-

sehgerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode
power supply.
Besondere Merkmale: Features:
® Hermetische Glaspassivierung ® Hermetically sealed glass passivation
® Gute Warmeableitung iiber die ® Heat conduction through the connect-
AnschluBdrahte ing terminals
® Kleiner Sperrstrom ® Low reverse current
® Soft recovery Verhalten ® Soft recovery characteristic

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Vorlaufige technische Daten - Preliminary specifications

2.FARBRING 24,5 2135
2.COLOUR RING

KATHODE 1. FARBRING
CATHODE I COLOUR RING

m

m

Sinterglasgehause

26
9104

46 26— .
Sintered glass case

Gewicht - Weight
max. 0,4 g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

KathodenanschluB 1. Farbring

violett
Cathode terminal Colour ring
violet
CQrAarromanm:sme Dariadicanlha Critsananarrananniima N Carhrina
O}JUI I DPG! nmidry, rociivuiouiic opilLTiiopciispaliiiuily Lo raruvinly
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
red
BYW 73 Ur = URpM 300V orange
orange
BYW 74 UR = URpM 400 V gelb
yellow
BYW 75 Ur = URrM 500 V grin
green
BYW 76 Ur = UprMm 600 V blau
blue

B 2/V.2.618/1076 Ausgabe 3
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BYW 72 i BYW 76

StoRdurchlaBstrom
Surge forwaird current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert

Average forward current

famb = 45°C Fig. 2,5

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Jdunction ambient

=25 mm, 0= konstant
constant

KenngroBen
Characteristics

]

DurchiaBspannung
Forward voltage
IF =3A

Sperrstrom
Reverse current
Ur = UrrMm
UR = URRM’ tj =100°C

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time

Fig. 4

Fig. 3

t; = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Ig=05AIg=1A,ig=0,25A

*) AQL = 0,65%
**) AQL = 2,5%
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BYW 72 & BYW 76
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BYW 72 > BYW 76
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BYW 72

BYW 76
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BYW 82 - BYW 86

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon-Mesa-Diodes

Anwendungen: Leistungsgleichrichter
Applications: Power rectifier

Besondere Merkmale:
® Kontrolliertes: Avalancheverhalten
@ Hermetische Glaspassivierung

® Gute Warmeableitung lber die
AnschluBdrahte

@ Kleiner Sperrstrom
® Hohe StoBstrombelastbarkeit
®® Auch als ,Gltebestatigtes Bauelement”
nach:

VG 95288 oder
CECC 50000 lieferbar

Die elektrischen Daten entsprechen denDioden:

Features:

® Controlled avalanche characteristics
@ Hermetically sealed glass passivation

@ Heat conduction through the connecting
terminals

® Low reverse current
@ High surge current loading
@@ Also available as “Qualified semicon-
ductor device*“ according to:

VG 95288 or
CECC 50000

Electrically data resemble the diodes:

BYW 82 1N 5624 BYW 82 1N 5624
BYW 83 1 N 5625 BYW 83 1N 5625
BYW 84 1 N 5626 BYW 84 1N 5626
BYW 85 1N 5627 BYW 85 1N 5627
Abmessungen in mm
Dimensions in mm
2.FARBRING 24,5 #135
2.COLOUR RING
KATHODE 1. FARBRING
CATHODE | COLOUR RING Sinterglasgehéuse
Sintered glass case
Gewicht - Weight
26 46 26— max. 0,4 g
9104
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
KathodenanschiuB 1. Farbring
grau
Cathode terminal Colour ring
grey
Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung 2. Farbring
Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage Colour ring
Fig. 1
9 BYW82  Ug = Uppy 200 V rot
red
BYW 83 Ur = URrM 400 V orange
orange
BYW 84 Ur = URrM 600 V gelb
yellow
BYW 85 UR = URRM 800V grﬁn
green
BYW 86 Up= URRM 1000 V blau
B 2/V.2.623/1176 Ausgabe 3 blue
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BYW 82 * BYW 86

StoBdurchlaBstrom Fig. 2 TEsM 80 A
Surge forward current
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Terni 18 A

Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 5,8
Average forward Current
famn = 45°C
‘aimb =
Impulsleistung im Durchbruch
Pulse avalanche peak power
Ip= 20 ps Sinushalbwelle
half sine wave
[.

| =175°C PR 1000 w

Zulassige Energiebelastung bei Avalanche-
betrieb Fig. 6 nicht periodisch
(Abschaltung Induktiver Last)

Max. pulse energy in the avalanche mode,
non repetitive (inductiv load switch off)

~
i
-
w
-3

I(BR)R =1A, fj =175°C ER 20 mWs
Grenzlastintegral iz-t 40 A%-s
i2 - t-rating
Cnarrachinhttamnaratir t. 178 o
Sperrschichttemperatus 4 178 C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -65.. +175 °C

Storage temperature range

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung Fig. 4 Ringa 70  K/W
Junction ambient .

I=25mm, ¢ = konstant  Fig.3 Ringa 30 K/w
constant

KenngroBen
Characteristics

4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 9
Forward voltage
IF =3A UF *) _1,0 \"

Sperrstrom Fig. 10

Reverse current
UR = URRM IR *) 0,1 1 |JA
UR = URRM' tj =100°C ]R **) 10 20 A

*) AQL =0,65%
**) AQL = 2,5%
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BYW 82 * BYW 86

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I =100 pA

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
UR =0, f =047 MHz

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time
[F = IR =100 mA, iR =10 mA

'
UR=50V, g = 1A% =5Alps

Sperrverzdogerungsladung
Reverse recovery charge

di
Ig=1A - =5Als

? ] ] [ 791386
[ ] I
'j Aypya=T0 K/W
200
°C
N
160
120
BYW
82 favw
83 lavw
84
8 BYW
° 85 levw
86
40
Fig.1
0 400 800 1200 V

Ug—

U(BR)R 1600 \
Cp 65 100 pF
L 6 10 ps
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Orr 6 10 pC

? 7513
Iesm
rsm I
i 1 /:\__-/'\_ I
100': v .;:) ms —e=i
A TTTIT
- FTTIT
501Nk Uham =
VNN
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BYW 82 - BYW 86
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BYW 82 * BYW 86
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BYX 82 = BYX 86

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

Anwendung: Leistungsgleichrichter

Applications: - Power rectifier

Besondere Merkmale:
® Hermetische Glasspassivierung

@ Gute Warmeableitung tiber die
AnschluBdrahte

@ Kleiner Sperrstrom
@ Hohe StoBstrombelastbarkeit

@@ Auch als ,Giitebestétigtes Bauelement”
nach:

CECC 50000 lieferbar

Abmessungen in mm

Dimensions in mm 2FARBRING
2.COLOUR RING
KATHODE 1.FARBRING
CATHODE |COLOUR RING
1L

Features:

@ Hermetically sealed glass passivation

® Heat conduction through the connecting
terminals

@ Low reverse current
@ High surge current loading

@®® Also available as “Qualified semicon-
ductor device“ according to:

j—-— 26

CECC 50000
233 2085
' Sinterglasgehéuse
26— Sintered glass case

46

5101

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Periodische Spitzensperrspannung

Reverse voltage, Repetitive peak reverse voltage

Fig. 1 BYX 82
BYX 83
BYX 84
BYX 85

BYX 86

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Gewicht - Weight
max. 0,4 g

KathodenanschiuB 1. Farbring
grau
Colour ring
gray

2. Farbring
Colour ring
rot
red

orange
orange
gelb
yellow
grin
green

blau
blue

Cathode terminal

UR = UrrMm 400V
Ur = UrrM 600V
UR = UrpM 800V

UR = URrm 1000V
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BYX 82 * BYX 86

StoBdurchiaBstrom Fig. 9 IEsm
Surge forward current

Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm
Repetitive peak forward current

DurchlaBstrom, Mittelwert Fig. 3, 4

Aiimim i £ d s
Average rorwara Culeii

famp < 45°C Trav
Grenzlastintegral 2t
2t-rating
Sperrschichttemperatur tj

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich tstg
Storage temperature range

Warmewiderstand
Thermal resistance

Qnarrachisht.l Imaahiina
SpoETHCh-Lmgelung

Junction ambient

t = konstant, / = 15mm , Fig. 2 . Rinoa
constant
=00 Rinaa
Kenngroen
Characteristics

1= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung Fig. 10
Forward voltage

IF =1A UF*)
Sperrstrom
Reverse current
Ur = Urrm Ir"
UR = URRM’ lj = 100°C IR**)

Diodenkapazitat Fig. 11
Diode capacitance
Ug =4V, f=047MHz Cp

Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
IF = IR =1A, iR = 100 mA lrr

Sperrverzégerungsladung
Reverse recovery charge

I
1F=IR=1A,_

= 50A/ps Orr
dy

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%, 1) AnschluBdrahte ungekiirzt, keine Warmeableitung iiber Halterung

50

10

175

—65..+175

Min. Typ.

09

01
10

20

Max.

57

100

1,0

25

55

A2s

°C

°C

KIW

KIwW

pA
pA

pF

ps

puC

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BYX 82 * BYX 86
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BYX 82 * BYX 86
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BYX 86
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BYX 82 - BYX 86
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<@> TDA 1061

Silizium-Planar-PIN-Dioden als 7-Glied geschaltet
Silicon Planar PIN Diodes as a r-circuit

Anwendungen: Als Dampfungsvierpol fiir elektronische Amplitudenregelung der Eingangs-
signale in Fernsehtunern und Antennenverstérkern.

Applications: Attenuator two-port for AGC input signal in television tuners and antenna

amplifiers.
Besondere Merkmale: Features:
® GroBer Frequenzbereich 40 MHz ... 1 GHz @ Large frequency range, 40 MHz ... 1 GHz
® Konstante Eingangs- und Ausgangs- ® Constant input and output impedance
impedanz iiber den Regelbereich throughout the range of regulation

Vorlédufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

0,9

—t2,510,2
3
|
B-es l 1,2 o1
|
15 5-0.5 —=
| | !
C ; . #ptoz
| J
|
|
9-05 |
U4
s 820 .l dllez
Normgehause - Case
50B4 DIN 41867
JEDEC TO 50
Gewicht - Weight
max. 0,1 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Sperrspannung Ur 30 \Y
Reverse voltage
DurchlaBstrom Ig 50 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur f 126 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg -55... +125 °C

Storage temperature range

B 2/V.2.579/0476 . Ausgabe 2
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TDA 1061

KenngréBen
Characteristics

fur Einzeldiode 15, = 25°C
for single diode

DurchlaBspannung
Forward voltage
:"F = 50 mA
Sperrstrom
Reverse current
UR =15V IR

Differentieller DurchlaBwiderstand
Differential forward resistance
Ig =10 mA, f =100 MHz s

Stérspannung fiir 1% Kreuzmodulation Fig. 1 Un
Noise voltage for 1% cross-modulation

=

Tl

Déampfung Fig. 1

Damping
f =40MHz ... 1 GHz,
UAGC =1..2V a
UAG-C =4..5V a

Reflexionsddmpfung Fig. 1
Reflection damping
f =40 MHz ... 1 GHz Arefi

abhéngig vom Aufbau bzw. Leitungsfiihrung
construction dependent

12V

1,3 kQ 2 kQ
1,8 kQ
e

4,7nF

Fig.1 MeBschaltung und Anwendungsbeispiel
Test circuit and application note

168
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1,2
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1

40 45
1,5 2
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761920

nA

dB
dB
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1N484 A

Silizium-Diffusions-Diode
Silicon diffusion diode

Anwendungen: Allgemein

Applications: General purposes

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55
CATHODE

26 72 26
507

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Periodische Spitzensperrspannung URRM
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

tp <1ms 1 FSM
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I
Forward current
Verlustleistung
Power dissipation

| = 5mm, tL‘= 45°C PV
Sperrschichttemperatur 4

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich Istg
Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

Normgehéuse

Case

51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,3g

150 Vv
130 \
2 A
650 mA
200 mA
250 mw
175 °C
-55..+175 °C
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1N484 A

KenngrdBen Min.  Typ. Max.
Characteristics

fy = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voitage

Ig = 100mA Ue 1
Sperrstrom
Reverse current
U =125V IR 25
Ug =125V, f= 150°C I 15
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
Ig = 100 pA U(BR) 150

Diodenkapazitat
Diode capacitance
Ugp =10V, f=05MHz Cp 3
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1N4001 & 1N4007

Silizium-Diffusions-Dioden
Silicon diffusion diodes

Anwendungen: Gleichrichter

Applications: Rectifier

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 831 50,9
- cATHODE {_ “Kunststoffgehéuse
j ) Plastic case
i i ~JEDEC DO 7
: | Gewicht - Weight
26 6,4 26 max. 0,59

5129

Absolute Grenzdaten

Absolute maximum ratings
Sperrspannung, periodische Spitzensperrspannung
Reverse voltage, repetitive peak reverse voltage

1 N 4001 UR = URRM 50 Vv
1N 4002 UR = URRM 100 Vv
1N4003 UR = UrrMm 200 \Y
1N 4004 Ur = UrrMm 400 Vv
1N 4005 UR = UrrM 600 \'
1 N 4006 UR = URRM 800 \'
1 N 4007 Ur = UrrMm 1000 Y

StoBdurchlaBstrom Iegm 50 A

Surge forward current

Sinushalbwelle, /= 50Hz

Sine wave

DurchlaBstrom, Mittelwert

Average forward current

Up=0 Teav 1 A

Sperrschichttemperatur tj 175 °C

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich ’stg —65..+175 °C

Storage temperature range

Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 25mm, tL = konstant RthJA 85 KIW-

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
171



1N4001 = 1N4007

KenngréBen Min. Typ.

Characteristics

ty = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voitage
Ig = 1A Ug*)

DurchlaBspannung, Mittelwert
Average forward voltage

IFAV =1A, /=25mm, tL = 75°C UFAV")
Sperrstrom
Reverse current

Ur = UrrMm 1r"

UR = URRM’ lj = 100°C IR**)

Sperrstrom, Mittelwert
Average reverse current
UR = URRM’ IFAV =1A, /= 25mm, tL = 75°C IRAV

T 74350 T
Ig
/=25mm
I yewy |
FYAN
h=k et
\ constant
N
1
\\
N
N
05
\
0 50 100 150°C
lamb —>
*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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iy 1N 4148 - 1N 4149 - 1N 4446
A4 1N 4447 - 1N 4448 - 1N 4449

Silizium-Epitaxial-Planar-Dioden
Silicon epitaxial planar diodes

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter

Applications: Extrem fast switches

Besondere Merkmale: Features:
®® 1N4148, 1IN4446, IN4448 auch als @® 1N4148, IN4446, IN4448 also
»Gitebestétigtes Bauelement” nach: available as “Qualified semiconductor
VG 95 288 lieferbar device* according to: VG 95 288
Die elektrischen Daten entsprechen den Dioden: Electrically data resemble the diodes:
1N4148 1N914 1N4446 1N914A
1N4149 1N916 1N 4447 1N916A
1N 4449 1N916B 1N 4448 1N914B

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

8108 KATHODE #1,9 20,55
"CATHODE
= 3 Normgehause
! Case
26 3,9 26 54 A 2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung UrrM 100 \"
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung URr 75 \'
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp <1ps 1 FSM 2000 mA
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 1 FAV 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, ¢t =45°C Py 440 mw
t L < 25°C PV 500 mwW
Sperrschichttemperatur 4 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3
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447 - 1N 4448 - 1N 4449

1N 4148 - 1N 4149 - 1N 4446
iN4

Wirmewidarstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

{ = 4mm, {; = ronsan

constant
KenngroBen
Characteristics

i

DurchlaBspannung
Forward voltage

. = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

Ig= 5mA 1N 4448
Ig= 10mA 1N 4148, 1 N 4149
Ig= 20mA 1N 4446, 1 N 4447
Ig= 30mA 1N 4449

T 4nn A
IF"' 11UV 1nim

Sperrstrom

Reverse current
Ug = 20V
U =20V, ty= 150°C
UR = 75V

Durchbruchspannung
Breakdown voltage
I = 100 pA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR = 0, f= lMHZ, UHF = 50mV

4 Al AAAO
s TTSU

1N 4148, 1 N 4446, 1N 4448
1N 4149, 1N 4447, 1N 4449

Richtwirkungsgrad
Rectification efficiency
Uy =2V, f= 100 MHz

Ruckwartserholzeit

Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, iR = 1mA
IF = 10mA, UR = 6V,
iR = 1mA, RL =100Q

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%

174

Min.

U™ 0,62
UF*)
UF*)
Ug™)
T7_ %)
U™

R
IR **)

Ugr)®") 100

n, 45

L

Typ.

Max.

[¥>]
A
(@]

0,72

- -

25
50

K/W

<L LK< <<

nA
pA
pA

pF
pF

%

ns

ns



8 - 1N 4149 - 1N 4446
7 - 1N 4448 - 1N 4449

I

IN4148 =5 = * 1IN4446 74384 T
1N 4149 ! 1N4447
F LT
;=25 °C 1=25°C
vy
100 4 = 100 A/ wd
mA 4 mA F 7
V4 4 )
Vi 1
/ y
/
10 / Streugrenze 10 ,’ Streugrenze
# Scattering limit Scattering limit —
+ +
| 7 | 1]
1 , ’i
£ 1 #
H—1r +
I |
11 I
/ [
015 o‘s’ v 015 05 TV
i i)
UF — UF -
? iN4448 74353 _Th ? IN4449 74356 Th
1]
1
I 1 h
4 =25°C
4
/ =089 4
100 / 100 §m28C A1
mA [ x mA v d "
P 7
Il I streugrenze 1
,I Scattering limit
'] I 4
/ [l
St /
10 JY e | 10
y i | P
1 4
Y ¥ 4
1 T
/14
]
I /
1 4 1 Il
.'
Il
; s
1IN
] [l
! /
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’ y 12V
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4149 - 1N 4446
4448 - 1N 4449

°
b ——h
4

é 74352 11K ? 743558 TR
H
Iﬁ " UF
Il=25°C [ 1
4 V =
'I I~ Ig=100mA
Str renze L ]
100 Scalel:‘r;ing limit ¥ 08
nA = ~~
7 _—
/ " / T~ =
4 / 061 1S ~
l‘ / \\ ™~ 1mA
7 y/ ey
d
e / |
10 A 04 N, o1ma
> L. 7z tad ‘N
A
0,2
1 10V 0320 0 20 40 60 80 100°C
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1N 4151

Silizium-Epitaxial-PIanér-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter
Applications: Extrem fast switches

Besondere Merkmale:

@@ Auch als ,Glitebestatigtes Bauelement”
nach:

Features:

®® Also available as “Qualified semicon-
ductor device” according to:

VG 95288 oder VG 95288 or
GfW H 0000 als HIREL-Bauelement: GfW H 0000 as HIREL-device:
DL 106 lieferbar DL 106
Abmessungen in mm
Dimensions in mm
5109 KATHODE 21,9 20,55 Normgehéuse
CATHODE Case
" " 54 A2 DIN 41880
iF iF JEDEC DO 35
f Gewicht - Weight
26 3.9 26 max. 0,15g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URRM 75 \'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung UR 50 \'
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current .
tp =1ps IFSM 2000 mA
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 450 mA
Repetitive peak foiward current
DurchlaBstrom I 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
UR =0 I FAV 150 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm,t =45°C Py 440 mw
t < 25°C Py 500 mwW
Sperrschichttemperatur t j 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 3
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1N 4151

Warmewidersiand Min.
Thermal resigtance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

!I'= 4mm, ¢; = konstant RindA
constant
KenngréBen
Characteristics

tj= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
[F = 50mA UF *)
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 50V IR")
Ug =50V, tj = 150°C IR™)

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

Ig=5pA Usr)" 75
Diodenkapazitat

Diode capacitance
UR=O, f=1MHZ, UHF=50mV CD

Riickwértserholzeit

Reverse recovery time
IF=IR=10ITIA, iR=1mA ter
[F = 10mA, UR = 6V,
iR= 1mA,RL=1OOQ ter

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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0,88

14

1,7

ax.

50
50

nA
HA

pF
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1N 4151

f 74357 Ttk ? 74359  Trk]
y.
In In
/
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i /,
e
100 =] J=c 100 /
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/
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1 ; 1 £
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Silizium-Epitaxial-Planar-Diode
Silicon epitaxial planar diode

Anwendungen: Extrem schnelle Schalter
Applications: Extrem fast switches

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

5109 _KATHODE 21,9 20,55
CATHODE
" * M Normgehéause
Case
2 *° = 54 A2 DIN 41880
JEDEC DO 35
Gewicht - Weight
max. 0,15 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung URrM 35 \'
Repetitive peak reverse voltage
Sperrspannung Ur 25 \'
Reverse voltage
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
Ip= 1us Iegm 2000 mA
Periodischer DurchlaBspitzenstrom Iepm 450 mA
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom I 200 mA
Forward current
DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, 1 =45°C Py 440 mwW
t L < 25°C P Vv 500 mwW
Sperrschichttemperatur tj 200 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65...+200 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474  Ausgabe 2

181



1N 4154

Warmewideisiand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung

Junction ambient

I=4mm, 1, =

KenngroBen
Characteristics

konstant
constant

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ip = 30mA

Sperrstrom
Reverse current
UR = 25V
Ug =25V, 4= 150°C

Durchbruchspannung
Breakdown voltage

IR = 5|JA

Diodenkapazitat
Diode capacitance
UR =0, f= 1 MHz, UHF = 50mV

Ruckwartserholzeit

Reverse recovery time
IF = IR = 10mA, lR = 1mA
Ig = 10mA, U =6V,
iR = 1mA, RL =100Q

*) AQL = 0,65%, **) AQL = 2,5%
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BZ102/...

Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden
Silicon diffusion voltage stabilising diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung

Applications: Voltage stabilisation and voltage regulation

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 226 20,55
CATHODE
. . Normgehéuse
iF = Case
i 51 A2 DIN 41880
26 72 26 JEDEC DO 7
s Gewicht - Weight
max. 0,3 g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
DurchlaBstrom BZ 102/0V7 I 250 mA
Forward current BZ 102/1V4 Ig 130 mA
BZ 102/2V1 Ir 80 mA
BZ 102/2V 8 Ig 60 mA
BZ 102/3V 4 Ie 50 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I=4mm, ¢ <45°C . Py 250 mwW
Sperrschichttemperatur 4 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich ’stg —565...+150 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
1= 4mm, ¢ = konstant RindA 400 K/W

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BZ102/...

KenngiSBen
Characteristics

lj = 25°C
DurchlaBspannung

Forward voltage
I E= 5mA

BZ 102/0V7

BZ 102/1V 4
BZ 102/2V 1
BZ 102/2V 8
BZ 102/3V 4

Temperaturkoeffizient von Ug
Temperature coefficient of Ug

Sperrstrorﬁ
Reverse current
Ug=5V

Differentieller DurchlaBwiderstand

Differential forward resistance

IF =5mA BZ 102/0V7
BZ 102/1V 4
BZ 102/2V 1
BZ 102/2V 8
BZ 102/3V 4
i — 74993 Tk
f I -
h=26°C
T T
BZ102]/ovr Va4 2v1
i
; | / [l
i l |
10 ' !
it [ ¥
mA T
1 AN |
it ! [ BI Al
{ i i
]
L]
l I
1
1 if Y
1 r oy )
] 1] I
1 |
i {
R !
[] 1N
| RS I [ b
: ’ ! lllSmnering limits
oq L Lt A A
0 1 2V
UF—>
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Min. Typ. Max.
Ur 0,65 0,75 \
UF 1,3 1,5 \Y
Ug 19 2,3 v
Ug 2,6 3,0 \"
UF 3,2 3,7 Vv
TKUF 23 26-104/K
I 1 pA
rs 6,5 10 Q
s 13 20 Q
T 19,5 30 Q
rs 26 40 Q
I 32,5 50 Q
* i — 74 994 Th
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BZX §5/C...

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden
Silicon epitaxial planar Z diodes

Anwendung: Spannungsstabilisierung
Applications: Voltage stabilisation

Besondere Merkmale:

® Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie

@ Niedriges Sperrstromniveau

® Sehr groBe Stabilitat

@ Geringes Rauschen .

® Mit engeren Toleranzen lieferbar

@0 Auch als ,Giitebestédtigtes Bauelement”

nach:
VG 95288 oder

GfW H 0000 als HIREL-Bauelement:
DZ 109 von .. X53 bis ...X80 lieferbar

Abmessungen.in mm
Dimensions in mm

8109 KATHODE
CATHODE

IR

Features:
® Very sharp reverse characteristic
@ Low reverse current level
@ Very high stability

® Low noise

@ Available with tight tolerances
@@ Also available as “Qualified semicon-

ductor device* according to:

VG 95288 or

GfW H 0000 as HIREL-device DZ 109

from ...X53 to ...X80

21,9 20,55

26

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Verlustleistung
Power dissipation

I =4mm, ¢t = 25°C
Z-Strom
Z-current
Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

Wiérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, t; = konstant
constant

B 2/V.1.17/0477 Ausgabe 1

3,9

26

Ringa

Normgehause

Case

54 A2 DIN 41880

JEDEC DO 35

Gewicht - Weight

max. 0,59

500 mW

Py

UZ" mA

175 °C

—65..+175 °C
Typ. Max.

300 K/W
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‘ \ 74 1240 Tk * 79124 1
i X

P, Rthia

400 \ 400

mwW K/W

\ 17
\ A
300 ; 300 /|
4
L
i \ ! !
200 200
\ I =konstant
constant
100 \ 100
\
(o] 50 100 150 200°C 0 5 10 15 mm
lamb—* | ——

KenngroBen

Characteristics

tj = 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
IF = 100 mA UF 1,0
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BZX 55/C...

*x\ 2y 5 TK * : rzj * H 1 A
UZ ) ) ) uz ij ) IZ= IR )bel UR [R )be: UR
Typ I7 =5 mA 1 at at
mA
% 107%/°K Q Q nA % pA v
BZX 55/C2V 4 2,28.. 256 | -9.-6 | <85 [< 600 | <10000 1 <50 1
BZX 55/C2V 7 25 .. 29 -9.-6 | <85 |< 600 | <10000 1 <50 1
BZX55/C3V0 28 .. 32 -8.-5 | <85 |< 600 | <4000 1 <40 1
BZX 55/C3V 3 31 .. 35 -8:1-5 | <85 |< 600 | < 2000 1 <40 1
BZX 55/C3V 6 34 .. 38 -8..-5 | <85 [< 600 | < 2000 1 <40 1
BZX 55/C3V 9 3,7 ... 4,1 -8.-5 | <85 |[<600 | <2000 1 <40 1
BZX 55/C4V 3 40 .. 46 -6.-3 | <75 [< 600 | < 1000 1 <20 1
BZX 55/C4V 7 44 .. 50 ~-5.-2 | <60 [<600 | < 500 1 <10 1
BZX 55/C5V 1 48 .. 54 -2.+2 (<3 (<550 | < 100 1 <2 1
BZX 55/C5V 6 52 .. 60 |-0,5.+5 | <25 [<450 | < 100 1 <2 1
BZX 55/C6V 2 58 .. 6,6 3. 6 [<10 |<200 | < 100 | 2 <92 2
BZX 55/C6V 8 64 .. 7,2 3. 7/< 8 |<150 | < 100 | 3 <2 38
BZX 55/C7V5 70 .. 79 3. 7|< 7 |< B0 | < 100]| 5 <2| 5
BZX 55/C8V 2 77 .. 87 3. 8|< 7 |< B0 | < 100 6 <2 6
BZX 55/C9V 1 85 .. 9,6 3. 9 |<10 |< 50 | < 100} 7 <21 7
BZX 55/C 10 94 ..10,6 3. 10 [ <15 |< 70 | < 100| 75| <2| 75
BZX 55/C 11 10,4 ..11,6 3. 11 | <20 |< 70| < 100| 85| <2 | 85
BZX 55/C 12 11,4 ..12,7 3. 11 | <20 |[< 90| < 100 9 <21 9
BZX 55/C 13 12,4 ..14.1 3. 11 | <26 |<110 | < 100 | 10 <2110
BZX 55/C 15 13,8 ..15,6 3. 11 [ <3 |<110 | < 100 | 11 <21
BZX 55/C 16 15,3 ..17,1 3. 11 [ <40 |< 170 | < 100 | 12 <212
BZX 55/C 18 16,8 ...19,1 3. 11 | <50 |<170 | < 100 | 14 < 2|14
BZX 55/C 20 18,8 ..21,2 3. 11 | <55 (<220 | < 100 | 15 <2115
BZX 55/C 22 20,8 ..23,3 4.. 12 | <55 |< 220 | < 100 | 17 < 2|17
BZX 55/C 24 22,8 ..256 4.. 12 | <80 |< 220 | < 100 | 18 <2118
BZX 55/C 27 25,1 ..289 4. 12 | <80 [< 220 | < 100 | 20 <2120
BZX 55/C 30 28 .32 4. 12 | <80 |< 220 | < 100 | 22 <222
BZX 55/C 33 31 ..35 4.. 12 | <80 |< 220 | < 100 | 24 <2 |24
BZX 55/C 36 34 .38 4.. 12 | <80 |< 220 | < 100 | 27 < 2|27
BZX 55/C 39 37 .41 4.. 12 | <90 |< 500 | < 100 | 28 <2 |28
BZX 55/C 43 40 ..46°% 4.. 12 | < 90% |< 600%| < 100 | 32 <2 |32
BZX 55/C 47 44  ..50% 4.. 12 | <110% |< 700%| < 100 | 35 <2835
BZX 55/C 51 48 ..54% 4.. 12 | <125% |< 700%| < 100 | 38 < 2|38
BZX 55/C 56 52 ..60°% 4.. 12 | <135% [<1000%| < 100 | 42 < 2|42
BZX 55/C 62 58 ..66°9 4.. 12 | <150°% |<1000%| < 100 | 47 < 2|47
BZX 55/C 68 64 ..729 4.. 12 | <170°% |<1500%| < 100 | 51 < 2|51
BZX 55/C 75 70 ..79% 4.. 12 | <200% |<1500%| < 100 | 56 < 2|56

4
*) AQGL = 0,65%, ') 1j = 150°C, ?) =001 1, <100ms,") Iz =25mA, *) Iz =05mA,

%) Héhere Z-Spannungen auf Anfrage
For higher Z-voltage please contact factory
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BZX 55/C...

* T4 1247 Tk
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U. o
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} 74 12560 Tk
‘o
200
pF
150 Up=2V
4 =28°C
100
\
50 N
N
et
o 5 10 15 20V
Uz —
? 79 2050
Zthp
o —-/
7-0.5 /: -t
p?
100 =
KIW 0.2 = e
-4 ! = /
50 s = e =
0,05 L T
, = >
0,02 —ll /l//
0,0 /—::——”/ Rypya= 300 K/W
10 = 0 < A1 =tlimax - lamb
Single pulse
5
LU N/ Uz?+ 4ryix 311 Zunp
™M = 21y
1
0,1 1 10 100 ms

196



A\
&

BZX 85/C...

Silizium-Epitaxial-Planar-Z-Dioden

Anwendungen: Spannungsstabilisierung
Applications: Voltage stabilisation

Besondere Merkmale:

@ Scharfer Abbruch der Sperrkennlinie

@ Kleiner Sperrstrom
@ Sehr groBe Stabilitat
® Geringes Rauschen

® Mit engeren Toleranzen lieferbar

Silicon epitaxial planar Z diodes

Features:

@ Sharp edge in reverse characteristics
® Low reverse current

® Very high stability

® Low noise

@ Available with tight tolerances

Vorldufige technische Daten - Preliminary specifications

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Verlustleistung

Power dissipation
I'=4mm, t) =25°C

Sperrschichttemperatur

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich

ngSiemper

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 1

KATHODE
CATHODE

26

5114

41

#2,5 2085
: Normgehause
! Case
26 51 A2 DIN 41880
JEDEC DO 41
Gewicht - Weight
max. 0,3 g
PV 1,3 w
tJ 175 °C
tstg -65..+175 °C
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BZX 85/C...

é 761859 791952
[
Ttot RihJA
1,6 Z Z T 200
w ! ! KIW
|t gy
\ 160 p ]
1.2 | Li=2mm . d
\\ L 10 mm
Y \{,20 mm 120
1
0,8 N\
\‘ A\
\\\ 80 1 !
:\:\ n
0.4 N \ A\
s N\ L
i \\ 40 ‘L= constant
Y -
-50 (0] 50 100 150 °C 0 8 16 24 mm
t — | ——
amb
Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance
Sperrschicht-Umgebung RiniA 110 K/W
Junction ambient
/=4 mm, ¢ = konstant R
constant
KenngroBen
Characteristics
4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified
DurchlaBspannung
Forward voltage
IF = 200 mA UF 1 \"
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BZX 85/C...

Uz"" TK 7 rzi*) bei Iz rbei Iz |Ig*) bei Ug
Typ at at at
v 104/K Q mA Q mA | pA |V
BZX 85/C2V7 | 25.29 |-8 .-5 | <20 | 80 | < 400 [1 [<150 |1
BZX85/C3V0 | 28.32 |-8 .-5 | <20 | 80 | < 400 |1 [<100 |1
BZX85/C3V3 | 31.35 |-8 .—5 | <20 | 80 | < 400 |1 [< 40 |1
BZX 85/C3V6 | 34.38 |-8 .-5 | <15 | 60 | < 500 [1 [< 20 |1
BZX85/C3V9 | 37.41 (-7 .-2 | <15 [ 60 | < 500 |1 [< 10 |1
BZX85/C4V3 | 40.46 |-7 .+1 | <13 | 50 | < 500 |1 [< 3 |1
BZX 85/C4V7 | 44.50 (-3 .+4 | <13 | 45 | < 600 [1 |< 3 |15
BZX85/C5V1 | 48.54 |-1 .+4 | <10 | 45 | < 500 [1 |< 1 |2
BZX85/C5V6 | 52.60 | O .+45| <7 | 45 | < 400 |1 |< 1 |2
BZX85/C6V2 | 58.66 |+1 .+55| <4 | 3 | <30 |1 |< 1 |3
Bzxesiceve | o 7% | 41546 | <35 35 | <300 |1 [< 1 |4
BZX85/C7V5 | 70.79 |+2 .+65| <3 | 3 | < 200 [05 |[< 1 |45
BZX85/C8V2 | 77.87 |+3 .4+7 | <5 | 25 | < 200 |05 [< 1 |5
BZX 85/COV1 | 85.96 |+35.+75| <5 | 25 | < 200 |05 |< 1 |65
BZX 85/C 10 94.106 | +4 .+8 | <7 | 25 | < 200 |05 |< 05]|7
BZX 85/C 11 104.116 | +45.+48 | <8 | 20 | < 300 [05 [< 05| 77
BZX 85/C 12 114.127 | +45.+85| <9 | 20 | < 350 |05 |< 05| 84
BZX 85/C 13 124.141 | +5 .+85| <10 | 20 | < 400 (05 |< 05| 91
BZX 85/C 15 138.156 | +55.+9 | <15 | 15 | < 500 |05 |< 05 [105
BZX 85/C 16 153.171 | +55.49 | <15 | 15 | < 500 |05 [< 05 (11
BZX 85/C 18 168.191 | +6 .+9 | <20 | 15 | < 500 |05 [< 05[125
BZX 85/C 20 188.212 | +6 .+9 | <24 | 10 | < 600 |05 |< 0514
BZX 85/C 22 208.233 | +6 .+95| <25 | 10 | < 600 |05 |< 05]|155
BZX 85/C 24 228.256 | +6 .+95| <25 | 10 | < 600 |05 |< 05|17
BZX 85/C 27 251.289 | +6 .+95| <30 8 | < 750 | 025 [< 0519
BZX 85/C 30 28 .32 +6 ..+95| <30 8 | <1000 | 025 [< 05 |21
BZX 85/C 33 31 .35 +6 ..+95 | <35 8 | <1000 | 025 |< 05|23
BZX 85/C 36 34 .38 +6 .+95 [ <40 8 | <1000 | 025 < 05 (25
BZX 85/C 39 37 .41 +6 .+95| <50 6 | <1000 | 025 |< 05|27
BZX 85/C 43 40 .46 | +6 .+9,5| < 50 6 | <1000 | 025|< 05|30
BZX 85/C 47 44 .50 | +6 .+95| < 90 4 | <1500 | 025 |< 05|33
BZX 85/C 51 48 .54 | +6 .+95| <115 4 | <1500 | 025 |< 05|36
BZX 85/C 56 52 .60 |+6 .495| <120 4 | <2000 | 025 < 05|39
BZX 85/C 62 58 .62 | +6 .+95| <125 4 | <2000 [025|< 0543
BZX 85/C 68 64 .72 | +6 .+9,5| <i30 4 | <2000 | 025|< 0548
BZX 85/C 75 70 .80 | +6 .+9,5| <135 4 | <2000 | 025|< 05|53

*) AQL = 0,65%, ') Hohere Z-Spannungen auf Anfrage
For higher Z-voltages please contact factory 199
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BZY 87/...

Silizium-Diffusions-Stabilisator-Dioden
Silicon diffusion voltage stabilising diodes

Anwendungen: Spannungsstabilisierung und Spannungsbegrenzung

Applications: Voltage stabilisation and voltage regulation

Besondere Merkmale: Features:
@0 Auch als ,Gltebestétigtes Bauelement” @@ Also available as “Qualified semicon-
nach: ductor device“ according to:
VG 95 288 lieferbar VG 95288

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE 22,6 20,55 Normgehéuse
CATHODE Case
N . 51 A 2 DIN 41880
iF iF JEDEC DO 7
R Gewicht - Weight
26 72 26 max. 0,39
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
DurchlaBstrom BZY 87/0V7 I 250 mA
Forward current BZY 87/1V 4 Ie 130 mA
BZY 87/2V 1 I 80 mA
BZY 87/2V 8 Ie 60 mA
BZY 87/3V4 I 50 mA
Verlustleistung
Power dissipation
I'=4mm, y < 45°C Py 250 mw
Sperrschichttemperatur tj 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —-55...+150 °C
Storage temperature range
Warmewiderstand Min. Typ. Max,
Thermal resistance ‘
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
I = 4mm, tL = konstant Rina 400 K/W

constant

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 1
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BZY 87/...

Kenngréfien Min. Typ. Max.
Characteristics

l'j' =25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage

Ip = 1mA BZY 87/0V7 Uk 0,65 Vv
BZY 87/1V a4 Ue 1.3 \
BZY 87/2V1 Ue 19 \Y
BZY 87/2V 8 Ug 2,55 \"
BZY 87/3V 4 Up 3,2 \"
Ig = 5mA BZY 87/0V7 Ur 0,65 07 0,75 Vv
BZY 87/1V 4 UF 1,3 14 15 \"
BZY 87/2V 1 Up 19 21 2,3 Vv
BZY 87/2V 8 Ue 2,6 2,8 30 Vv
BZY 87/3V 4 Ur 3,2 34 3,7 Vv
Temperaturkoeffizient von U
Temperature coefficient of Ug
Ig = 5mA - TKUF 23 26 -104/K
Sperretrom
Reverse current
Ig 1 100 nA
Igp=5mA BZY 87/VO7 r§ 6 8 Q
BZY 87/1V 4 T 13 20 Q
BZY 87/2V 1 rs 19 30 Q
BZY 87/2V 8 T 26 40 Q
BZY 87/3V 4 rs 33 50 Q
I*F
100
mA BzY 87/0v7 | | /1va /2v1 /2vs /3va
] / ’/ y /)
10 :/1[ l, l, ~ 1/1 ‘, / 1/
/] 4 /|
T Kl y uiViviriane 7
1 II 1) 'l / ,/ /’ Iﬂ / "=25.c
In i ya
A H ra4 2 71 4 ,/
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DurchlaBspannung A 41

DurchlaBstrom A 41
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P
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Q
Qualitat A 36

R

Richtstrom A 41
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S
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Warmewiderstédnde A 51
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Zahipfeile A 21
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Z-Dioden A 44
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Z-Strom A 45(A 46)
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Anschriften Addresses







AEG-TELEFUNKEN Serienprodukte
Geschéftsbereich Halbleiter
Vertrieb

Postfach 1109

7100 Heilbronn

Tel.: (07131) 8821 - Telex 07-28 746

Auskiinfte liber unser Produktionsprogramm erteilen:

- AEG-TELEFUNKEN Serienprodukte
Vertriebsniederlassungen und -Stiitzpunkte
Vertrieb Bauelemente

Berlin
Hohenzollerndamm 152
1000 Berlin 33
Tel. (030) 8292-1 - Telex 183697

Hamburg
Stadthausbriicke 9
2000 Hamburg 36
Tel. (040) 3498-1 - Telex 211609

Hannover
Nordfelder Reihe 23
3000 Hannover 1
Tel. (0511) 16 78-1 - Telex 921318

Kolin
Oskar-Jager-StraBe 125-143
5000 Koin 30
Tel. (0221) 5491-1 - Telex 88 82928

Frankfurt
Mainzer LandstraBe 23
6000 Frankfurt 1
Tel. (0611) 267-1 - Telex 411164

Boblingen-Hulb
DornierstraBe 7
7030 Béblingen-Hulb
Tel. (07031) 66 68-1 - Telex 7265565

Villingen
LuisenstraBe 9
7730 VS-Villingen
Tel. (077 21) 23065 - Telex 7921512

Miinchen
ArnulfstraBe 205
8000 Miinchen 19
Tel. (089) 1305-1 - Telex 523 168

Niirnberg
ZollhausstraBe 95
8500 Niirnberg 1
Tel. (0911) 894-1 - Telex 622571

Distributoren und Fachhandler
Geschiftsbereich
Halbleiter

SCHURICHT
Richtweg 30
2800 Bremen 1
Tel. (04 21) 3214 44 - Telex 244 365

RETRON GmbH
Rodeweg 20
3400 Gottingen
Tel. (0551) 92007 - Telex 96733

BERGER-ELEKTRONIK GmbH
Am Tiergarten 14
6000 Frankfurt 1
Tel. (0611) 490311 - Telex 412649

elecdis
Ruggaber GmbH
HertichstraBe 41
7250 Leonberg-Eltingen
Tel. (07152) 47081 - Telex 724192

POSITRON

Bauelemente-Vertriebs GmbH

BenzstraBe 1

7016 Gerlingen )
Tel. (07156) 23051 - Telex 7-245 266

ELECTRONIC 2000 Vertriebs GmbH
Neumarkter StraBe 75
8000 Miinchen 80

Tel. (089) 434061 - Telex 522 561

Fachhéndler fiir optoelektronische Bau-
elemente

REINHOLD
Optoelektronische Bauelemente
Weseler StraBe 70
4174 Issum 1
Tel. (02835) 2038 - Telex 812272
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AEG-TELEFUNKEN Serienprodukte

Geschiftsbereich Halbleiter

Export
P.0.B. 1109
D-7100 Heilbronn

Tel.: 8821 - Telex: 07-28746

Europa

Société Anonyme beige

AEG-TELEFUNKEN

40, Rue Souveraine

B-1050 Bruxelles

Tel.: 5127940
5133970

Telex: 21359

Bulgarien

E, van Hazebrouck KG
Savigny-Str. 37

6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: 0611/749041
Telex: 04-11 071

Dé@nemark

AEG DANSK
Electriciteits Aktieselskab
Roskildevej 8-10
DK-2620 Albertslund
(Kebenhavn)

Tel.: 648522

Telex: 33122

Finnland

Séhkoaliikkeiden OY
P.O.B. 88

SF-01301 Vantaa 30
Tel.: 8381

Telex: 12431
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Frankreich

AEG-TELEFUNKEN
FRANCE SA

Department Composants
Electroniques

6, Bivd. du Général Leclerc
Bureau 612

92115 Clichy

Tel.: 7393310

Telex: 620827

Griechenland

Teiefex AG

Street 101 Thessalonikis

Moschaton (58)-Athens

Tel.: 4819346
4817946/7/8

Telex: 213487

GroBbritannien

AEG-TELEFUNKEN (UK) Ltd.

217 Bath Road
Slough SL 1 4AW
Berkshire

Tel.: 872101
Telex: 847541

Italien

AEG-TELEFUNKEN Societa
Italiana per Azioni

Viale Brianza, 20

Casella Postale 47

1-20092 Cinisello Balsamo/
Milano

Tel.: 61798

Telex: 310473

Jugoslawien

Interexport

Trg Republike 5/Vili
P.P. 789

YU-11001 Beograd
Tel.: 620055
Telex: 11240

Luxemburg

AEG-TELEFUNKEN
Luxembourg S.AR.L.

2, Rue Albert Borschette
Luxembourg-Kirchberg
Tel.: 436868

Telex: 2513

Niederlande

AEG-TELEFUNKEN
Nederland N.V.

Postbus 1816

Aletta Jacobslaan 1-7
Amsterdam C

NL-1000 BV Amsterdam
Tel.: 5116333

Telex: 11234

Norwegen

AEG-TELEFUNKEN Norge A.S.
Dag Hammerskjolds vei 47
Postboks 187, @kern

N-Oslo 5

Tel.: 156590

Telex: 19961



Osterreich

Osterreichische
AEG-TELEFUNKEN G.m.b.H.
Briinner Str. 52

A-1210 Wien

Tel.: 38 01

Telex: 74889

Polen

THM EXIMPOL S.A.
ul. Stawki 2/Etage 28
Postfach 810
PL-00-950 Warszawa
Tel.: 3986 54

Telex: 814 640

Portugal

AEG-TELEFUNKEN
Portuguesa S.A.R.L.
Rua Joao Saraiva, 4/6
Apartado 5149
Lissabon 5

Tel.: 891171

Telex: 12173

Ruménien

E. van Hazebrouck KG
Savigny-Str. 37

6000 Frankfurt/Main 1
Tel.: 06 11/74 90 41
Telex: 04-11 071

Schweden

SATTCO AB
Dalvdgen 10
§-17136 Solna
Tel.: 830280
Telex: 11588

Schweiz

Elektron AG
Riedhofstrasse 11
CH-8804 Au ZH
Tel.: 78301 11
Telex: 75755

Spanien

AEG Ibérica de
Electricidad, S.A.
General Mola 112-114
Apartado 235

Madrid 2

Tel.: 2627600

Telex: 27635

Ungarn

MERCATOR S.AR.L.
Thokoly ut 156
Postfach 77

H-1441 Budapest XIV
Tel.: 833177,833163
Telex: 225046

Afrika:

Angola und S. Tome

Sociedade Luso-Alema Lda.
Caixa Postal 1222

Luanda

Tel.: 73960/61/62

Telex: 3137

Marokko

ElectRa S.A.

-4, Rue Canizares

Casablanca
Tel.: 262861/62
Telex: 22933

Siidafrika

AGAtronics Components
(Pty) Ltd.

P.0.Box 10 223
Johannesburg 2000

Mittel- u. Siidamerika

Brasilien

AEG-TELEFUNKEN

do Brasil S.A.

Rua Tabaré 551

Campo Grande

Caixa Postal 2020 u. 8557
Santo Amaro

Sao Paulo

Tel.: 5486022

Telex: 1123558

Mexiko

TELEFUNKEN Mexicana
S.A.de C.V.

Poniente 146, No. 730
Aptdto. Postal 75-158
Mexico 16, D.F.

Tel.: 5679233

Telex: 1775681

Venezuela

AEG-TELEFUNKEN
VENEZOLANA S.A.

Boleita Norte

Calle Vargas

Apartado de Altamira 68912
Caracas 106

Tel.: 3614 11

Telex: 256342
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Nordamerika

Kanada

Bayiy Engineering Lid.
167, Hunt Street

Ajax Ontario, L1 S1 P6
Tei.: 6838200

Telex: 06981293

USA

AEG-TELEFUNKEN
Corporation

P.0.B. 3800

Route 22-Orr drive
Sommerville,

New Jersey 08876
Tel.: 7229800
Telex: 833409

Asien

Hongkong

AUDIO MECHANICAL CORP.
LTD.

1104 Hang Seng Bank Building
18 Carnavon Road, Tsimshatsui,
Kowloon, Hong Kong

Tel.: 3-6884 13

Telex: 84524

214

Indien

NGEF Ltd.

Bank of Baroda
Building

16, Parliament Stieet
P.0.Box 633

New Delhi 110001
Tel.: 310883

Telex: 2577

Iran

AEG-TELEFUNKEN IRAN
Ave. Karim-Khan Zand
AEG-Building

Teheran

Tel.: 827143-7/830341-5
Telex: 212679

Israel

ELOTAS

Electro-Vista Industries Ltd.
P.O.Box 2659

Tel Aviv

Tel.: 269-930

Telex: 3-2387 IL

Japan

AEG-TELEFUNKEN
Liaison Office

Room 608, Sanno Grand Bldg.

14-2, Nagata-cho, 2-chome
Chiyoda-ku

Tokio 100

Tel.: 5817774/75

Telex: 26 181

Singapore

Seow Kuan Co. (Pte.) Ltd.
4-6, Dhoby Ghaut
Singapore 9

Tel.. 30351/52

Tiirkei

Server Ataman
Istikial Caddesi 378/4
P.K. Beyoglu 366
Istanbul-Beyoglu
Tel.: 442168

Telex: 23412

Austraiien und
Ozeanien

Australischer Bund

Amalgamated Wireless
(Australasia) Ltd.

47, York Street
G.P.O.Box 2516
Sydney N.S.W.2001
Tel.: 20233

Telex: 215615

Neuseeland

AWA

New Zealand Ltd.
Wineera Drive
P.O.B. 830

Porirna, Wellington
Tel.: 75-069

Telex: 31001
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